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FAMILLE INTENSITE CODIFICATION TYPES BOITIER
DIODES DE REDRESSEMENT 20 A 1/0/12/02.71 1N248B31N2508B
1TN1195A31N1198A DO 5
RN 820 4 RN 1520
35A 1/0/11/02.71 1TN1183a1N 1190 DO 5
RN 835 2 RN 1135
100 A 1/0/01/11.70 KA 1002 R a KA 1024 R KA
200 A 1/0/04/11.70 SA 2002 R a SA 2020 R SA
200 A 1/0/03/11.70 SU 2002 a SU 2020 SuU
300 A 1/0/02/11.70 TA 3002R3aTA3030R TA
300 A 1/0/05/11.70 TU 3002 a TU 3020 TU
DIODES DE REDRESSEMENT 20/30 A 1/3/07/02.71 1N 3899 3 1N 3903 DO 5
RAPIDE 1N 3909 3 1N 3913
100 A 1/3/01/11.70 KA 1002 RF a KA 1010 RF KA
300 A 1/3/02/11.70 TA 3002 RF 4 TA 3010 RF TA
DIODES DE REDRESSEMENT 20A 1/2/01/02.71 R4HZARB8HZ DO 5
A AVALANCHE CONTROLEE
35A 1/2/04/02.71 R43HZaR83HZ DO 5
THYRISTORS 3B5A 3/0/02/12.70 TS 0352 TS 1215 TO 48
55 A 3/0/08/1.71 TK1aTK 16 TO 49
110A 3/0/07/1.71 TK 1102 TK 1160 TO 49
110 A 3/0/06/1.71 2N 19113 2N 1916 TO 49
140 A 3/0/12/2.71 TK 1401 a TK 1416 TO 49
235 A 3/0/05/1.71 TT 2103 TT 2160 L
315A 3/0/01/11.70 TT 3103 TT 3160 T
THYRISTORS 35A 3/3/05/12.70 TS 035 FA,FB 3 TO 48
RAPIDES TS 835FA, FB
55 A 3/3/06/1.71 TK1FA,FBa TO 49
TK 10 FA, FB
110 A 3/3/01/11.70 TK 110FA,FB a TO 49
TK 180 FA, FB
150 A 3/3/03/11.70 TT1FA,FBa TT
TT10FA,FB
235 A 3/3/04/11.70 TT 210FA,FB a T
TT 2100 FA, FB
315 A 3/3/02/11.70 TT310FA,FB a TT
TT 3100 FA, FB

PVP



agents et dépositaires SSC

en France

COMEREL

2, rue Diderot

93 - MONTREUIL-SOUS-BOIS
Tel. 808-13-77 et 808-50-98

GALLEC ELECTRONIQUE
PARIS CENTRE

78, avenue des Champs-Elysés
PARIS (8e)

Tél. 225-67-10 et 67-11 - 359-58-38

GALLEC ELECTRONIQUE
PARIS SUD

29, rue Raymond-Losserand
PARIS (14e)

Tél. 566-92-89

NATIONAL DISTRIBUTION
106, rue Legendre, PARIS (17¢)
Tel. 627-02-54

229-36-43

DIRECT

151 - 153, rue de Constantine
76 - ROUEN

Tél. 70-24-23

Télex : 77.842 Ro:.on

RIME

rue de la Dutée

44 - SAINT - HERBLAIN
Tél. 16-40-71-54-65
Télex : 71.084 Nantes

AQUITAINE COMPOSANTS
226-228, cours de la Somme
33 - BORDEAUX

Tél. 91-13-92 et 92-36-41
Télex. 57.684 RING BX 228

SOCIETE MALBEC & Cie

44, rue de la Fuye, 37 - TOURS
Tél. 05-26-84

Télex : 75.033 - TOURS

SPELEC

93, rue Riquet, 31 - TOULOUSE
Tél. 62-23-56, 57

Télex , 51.613

REMI

Zone Industrielle
59 - SECLIN
Tél. 59-67-72
Télex : 82.520

AUVERLEC

78, rue de Champfleuri,

63 - CLERMONT-FERRAND
Tél. 92-14-77

Télex : 39.926 Clermont-Ferrand

Monsieur SOLET

36, rue des Jardins

57 - BAN-SAINT-MARTIN
Tél. 69-09-50 et 51

Télex : 85.677

REMI
85, rue Emile-Zola 51 - REIMS
Tél. 40-10-14 et 40-06-61

SODIREL
18, rue d’'Asfeld, 57 - METZ
Tél. 68-70-76

AGENT M. KINDER

1, rue P.-Ristelhuber

67 - STRABOURG-MEINAU
Tél. 34-29-41

DOCKS LYONNAIS

8, rue de Mulhouse, 21 - DIJON
Tél. 31-10-76

Télex : 35.833 Dijon

DOCKS LYONNAIS

8, rue des Fréres-E.-L.-Bertrandl
69 - VENISSIEUX
Tél.69-36-29

Télex : 34.189

ELIC 38

8-10, avenue du Grand-Sablon
38- LA TRONCHE

Tél. 76-87-67-71

Télex : 32.739

AGENCE ET DISTRIBUTEUR

DE MARSEILLE

33, rue de Forbin, 13- MARSEILLE
Tél. 20-17-21-et 20-17-14

Télex : 42.324

SEMI CONDUCTEURS

122, rue Nollet - 75 - PARIS 17° Tél. : 627.87.29 - Télex : PARIS 28 580

printed in France
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agents et dépositaires SSC

a I’étranger

GERMANY

Radiall GmbH-Im Steingrund 3
6079-BUCHSCHLAG

ALLEMAGNE

Radiall GmbH-Im Steingrund 3
6079-BUCHSCHLAG

DEUTSCHLAND

Radiall GmbH-Im Steingrund 3
6079-BUCHSCHLAG

ITALY

Silec SpA-Piazza Buonarroti 32
20 149-MILAN

ITALIE

Silec SpA-Piazza Buonarroti 32
20 149-MILAN

ITALIEN

Silec SpA-Piazza Buonarroti 32
20 149-MEILAND

ENGLAND

Electroustic Ltd - 73b North Street
GUILDFORD (Surrey)

ANGLETERRE

Electroustic Ltd - 73b North Steet
GUILDFORD (Surrey)

ENGLAND

Electroustic Ltd - 73b North Street
GUILDFORD (Surrey)

BELGIUM

Clofis Sprl - 539 Steenweg op Brussel
1900-OVERIJSE

BELGIQUE

Clofis Sprl - 5639 Steenweg op Brussel
1900-OVERIJSE

BELGIEN

Clofis Sprl - 539 Steenweg op Brussel
1900-OVERIJSE

THE NETHERLANDS

Clofis Nederland NV
Jan Ten Brinkstraat 89
THE HAGUE

PAYS-BAS

Clofis Nederland NV
Jan Ten Brinkstraat 89
LA HAYE

NIEDERLANDE

Clofis Nederland NV
Jan Ten Brinkstraat 89
DEN HAAG

SWITZERLAND

Rotronic AG - Kernstrasse 8
8004 - ZURICH

SUISSE

Rotronic AG - Kernstrasse 8
8004 - ZURICH

SCHWEIZ

Rotronic AG - Kernstrasse 8
8004 - ZURICH

DENMARK

Scansupply - 20 Nannasgade
2200 - COPENHAGEN

DANEMARK

Scansupply - 20 Nannasgade
2200 - COPENHAGUE

DANEMARK

Scansupply - 20 Nannasgade
2200 - KOPENHAGEN

FINLAND

Oy Chester Ab
Uudenmaankatu 23
HELSINKI 12

FINLANDE

Oy Chester Ab
Uudenmaankatu 23
HELSINKI 12

FINNLAND

Oy Chester Ab
Uudenmaankatu 23
HELSINKI 12

NORWAY

Henaco A/S - Cort Adelers Gate 16
SOLLI-OSLO 2

NORVEGE

Henaco A/S - Cort Adelers Gate 16
SOLLI-OSLO 2

NORWEGEN

Henaco A/S - Cort Adelers Gate 16
SOLLI-OSLO 2

SWEDEN

Elektriska Instrument Ab
Box 1237
161 - 12-BROMMA-12

SUEDE

Elektriska Instrument Ab
Box 1237
161 - 12-BROMMA-12

SCHWEDEN

Elektriska Instrument Ab
Box 1237
161 - 12-BROMMA-12

SPAIN

Bulcase S.A. - Guzman el Bueno 130
MADRID - 3

ESPAGNE

Bulcase S.A. - Guzman el ‘Bueno 130
MADRID -3

SPANIEN

Bulcase S.A. - Guzman el Bueno 130
MADRID - 3

PORTUGAL

Rualdo LtdA-Rua de S.José 9
LISBON 2

PORTUGAL

Rualdo LtdA-Rua de S. José 9
LISBON 2

PORTUGAL

Rualdo LtdA-Rua de S. José 9
LISSABON 2

SOUTH AFRICA AFRIQUE DU SUD SUDAFRIKA

Allied Electric (PTY) Ltd Allied Electric (PTY) Ltd Allied Electric (PTY) Ltd
P.O. Box 6090 P.O. Box 6090 P.O. Box 6090
DUNSWART DUNSWART DUNSWART
AUSTRALIA AUSTRALIE AUSTRALIEN

Pantechna Trading (PTY) Ltd
8-12 Eastern Road
SOUTH MELBOURNE 3205

Pantechna Trading (PTY) Ltd
8-12 Eastern Road
SOUTH MELBOURNE 3205

Pantechna Trading (PTY) Ltd
8-12 Eastern Road
SOUTH MELBOURNE 3205

U.S.A.

Nucleonic Products Co Inc
6660 Variel Avenue
CANOGA PARK - California 9 1303

ETATS-UNIS

Nucleonic Products Co Inc
6660 Variel Avenue
CANOGA PARK - California 91303

VEREINIGTE STATEN

Nucleonic Products Co Inc
6660 Variel Avenue
CANOGA PARK - California 91303

BRAZIL

Aplicacoes Electronicas Artimar LtdA
P.O. Box 5881
SAO PAULO

BRESIL

Aplicacoes Electronicas Artimar LtdA
P.O. Box 5881
SAO PAULO

BRASILIEN

Aplicacoes Electronicas Artimar Ltda
P.O. Box 5881
SAO PAULO




AVRIL 1971
122, rue Nollet - 75 - PARIS 17°

Tél. : 627.87.29 - Télex : PARIS 28 380
S.A. au Capital de 24 872 100 Francs

INSEE : 283756 117 0116
R.C. Paris 69 B 4332

i

DIODES DE REDRESSEMENT

1/0/12/02-71

D0A

® @ © 0 0 06 06 ¢ ¢ © 0 ¢ 6 06 06 06 0 0 0 0 o

IN248B a 1N 250B

TIN1195A a 1IN 1198 A
RN 820 a RN 1520
50V a 1500V

Fréquence d’utilisation max : 5 kHz

DONNEES GENERALES :

Nature du semi-conducteur : Silicium

Technologie : tout diffusé

Mode de refroidissement : par conduction mode C

Boitier : DO 5 - normalisation CCTU : F 10

Masse : 15 g

Marquage : n° du type, sens de conduction sur le corps de
la diode

cathode reliée électriquement au baitier

anode reliée électriquement au boftier : marquage, n° du
type suivi de I'indice R

Couplede serrage : 3.5 mAN

VALEURS LIMITES :

Températures de stockage —653+175°C
Températures maximales de
boitier en fonctionnement —65a+175°C

Température maximale de jonc-
tion virtuelle en fonctionnement :

Résistance thermique jonction

tvy)y =+ 175 °C

boitier (valeur maximale) Rip = 1,1 °C/W
Courant direct continu

maximal & tgase = 150 °C IF=23A
Courant moyen redressé

A 1tcase = 150 °C lo=20A
Courant direct de pointe répé-

titif & tegge = 150 °C leErm =90 A
Courant direct de pointe de sur-

charge accidentelle {t = 10 ms*)

3 tca5e =26 °C : lggm =250 A
Tension inverse de créte VRwm @ cf tableau
Tension inverse de pointe

répétitive VRrm cf tableau
Tension inverse continue Vg cf tableau

* Pour des temps différents cf figure 7

\ 6pans 17 surplats
(14" 28 UNF 2A ou@M6)

rondelle DE 7

0 wamuneze

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

Chute de tension directe de
créte pour ||:,¥| =70 A
C

et tegse = 25 VEm<15V
Courant inverse pour Vg spécifié
et tease = 150 °C Ir <5mA

La copformité des valeurs limites des caractéristiques
électriques fait I'objet d'un contrdle de qualité avec NP
et NQA spécifiés. '

N 1N 1N N
TYPES |1N 24 N
S 8B|IN249B(IN250B |, o) | 10002 | 1107 A | 1108 & | RN 820 | RN 1120 | RN 1220| RN 1520
VRwM
VRAM 50 100 200 300 400 5
vl 00 600 800 1000 1200 | 1500
(V)
. L




) 1/0/12/02-71
lo (A)

Fig. 1 : 20

Courant moyen redressé en A

fonction de la température boitier \

Fig. 2 :

Courant direct créte |gpm en
fonction de la chute de tension
créte Vg (valeurs maximales)

o
50 100 150 175  tage (°C)
Ipm (A)
Fig.3: 'Fm(A)
70 400
60
tease = 150 °C

50

tease = 150 °C y

|
I 200
: AN /

100 /

. !

) 80
7 /

10 /
d / 60
_ / 50
0 Vem (V) 07 09 u 13 15 Vep (V)
0.5 07 09 K] 13 15
P (W)
Fig. 3 : i
Courant direct de créte a fort
niveau Igpm en fonction de la chute " 7
de tension VEMm (valeurs: typiques) /7
' e il s i, [ i s e ] s R (| (N I S |
20
v A/J’T’
5 ) r :
Fig. 4 : alternatif 180° o |L
Puissance moyenne dissipée en ‘\ 5 '
fonction du courant moyen redressé \\ I
10 co_ntinu i
I
o Y-
,// )
. i
Fig. 4 : lo Tt 1F
0 | I
0 4 8 12 16 20 24 28 ) (a)



‘ 1/0/12/02-71
P (W) teage (°C)
' Fig. 5 :
Corrélation entre la puissance
. Rep =0°
moyenne dissipée et les températures 25 th =0°CMW a5
' maximales admissibles (t; 5 €t tamp)
en fonction des différentes résistances
thermiques totales des convecteurs 20 150
— 0,
. ex : pour |, = 20 A (angle de conduc- B = il
tion = 180°) tamp = 75 °C avec un i i
convecteur de Ry, = 3,6 °C/W \
(type CA4) ‘ K 160
. 10 D * \
Vi
/ 165
@ ’
Z 170
0 175
. 0 10 20 55 75 95 115 135 155 175
lo (A) e (°C)
‘ Z(th)r (% de Ry, J/B)
Fig. 6 :
Impédance thermique transitoire
‘ Z(th)t .
Impulsion rectangulaire
100
® . y
Z
® L
60
t(s)
‘ 102 2 5 100 2 5 1 2 s w0 2 5 10?2
. 400
Fig. 7 :
. Courant de surcharge créte
accidentelle & teage = 25 °C
en fonction du temps d'application 300
demi-onde sinusoidale
‘ 250
200 b
@ =
‘ 100 (=
. 0 t (s)
102 2 5 10" 2 5 1 2 5 10!
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AVRIL 1971
122, rue Nollet - 75 - PARIS 17¢
SILEC SEMICONDUCTEURS Té1. : 627.87.29 - Télex : PARIS 28 580
S.A. au Capital de 24 872 100 Francs
INSEE : 28375 117 0116
R.C. Paris 69 B 4332 1/0/1 1/02_71

DIODES DE REDRESSEMENT 35\

® © 0606 6 06 06 006 06 06 0 0 0 06 0 0 00 0 0 0 o

1N 1183 a
RN 835 et RN 1135
50V a

Fréquence d’utilisation max : 5 kHz

DONNEES GENERALES :

Nature du semi-conducteur : Silicium

Technologie : tout diffusé

Mode de refroidissement : par conduction mode C
Boitier : DO 5 - normalisation CCTU : F 10

1N 1190

1000 V

Masse : 15 g

Marquage : n° du type, sens de conduction sur le corps de

la diode ¢

cathode reliée électriquement au boftier \ 6pans 17 surplats
anode reliée électriquement au boftier : marquage, n°® du (V4" 28 UNF 2A ou@M6)

type suivi de I'indice R
Couplede serrage : 35 mAN

VALEURS LIMITES :

Températures de stockage

Températures maximales de
boitier en fonctionnement

Température maximale de

jonction virtuelle en fonctionne-

ment

Résistance thermique jonction
boftier. {(valeur maximale)

Courant direct continu maximal

dtcase = 140°C
Courant moyen redressé
A tease = 140 °C

Courant direct de pointe répé-
titif & tease = 140 °C

Courant direct de pointe de sur-
charge accidentelle (t= 10 ms*)

3 tease = 25 °C

Tension inverse de créte VRwm

Tension inverse de pointe
répétitive VRRM
Tension inverse continue VR

RIS rondelle DE 7

1/ 2
p— D wemunes

—65a+175°C

tvy)y=+175°C

R¢n = 0,75 °C/W
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

|F = 42 A
lo=35A Chute de tension directe de
créte pour lgm = 110 A
lFRM=120A ettcase=25°C . VFM<1,5V
Courant inverse pour VR spécifié
et tease = 150 °C : Ig <20 mA
legm =500 A

L.a conformité des valeurs limites des caractéristiques

cf tableau électriques fait I'objet d'un contrdle de qualité avec NP
et NQA spécifiés.

cf tableau

cf tableau

* Pour des temps différents cf figure 7

1IN 1184 | 1IN 1186 | IN 1187 | IN 1188 | IN 1189 | 1IN 1180 | RN 835 |RN 1135

TYPES 1N 1183
xRWM
RRM
VR 50
(V)

100 200 300 400 500 600 800 1000




) 1/0/11/02-71 ®

lo (A) .
Fig. 1:
Courant moyen redressé en fonction .
de la température boitier 40

35

2 @

20 o
Fig. 2 : 10 .
Courant direct créte lgpm en
fonction de la chute de tension
créte Vg (valeurs maximales) 0 o

50 100 140 150 175 tcage (°C)
1em (A)
150 IEm (A)
Fig. 3 : L
400

f 300 //
100 /

INETIEN/

tease = 140 °C !
\ / tease = 140 °C

50
» / / 100 /
/\ 80 I
/ tcase =25 °C
/
// / 60
74 Vem (V)
// / Vem (V) FM
° 1 1,5 2
05 07 0.9 1 13 15 J
P (W)
40 |
Fig. 3 - / /1
Courant direct de créte & fort :
niveau |gpm-en fonction de la chute 30
de tension Vg (valeurs typiques) ,//,/ :
. a :
25 Alternatif 180° 7 1 7 ;
20 1 A T 1
» // continu :
15 // T
pd H
Fig. 4 : 10 — PV :
Puissance moyenne dissipée en 3 [
fonction du courant moyen redressé I __: Ig
0 1
Fig. 4 : 5 10 15 20 25 30 35 40

1o (A)
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‘ 1/0/11/02-71
P (W) tcase (°C)
. Fig.5:
Corrélation entre la puissance
moyenne dissipée et les températures 50 Rep =0°CW
’ maximales admissibles {tcase €t tamb) 135
en fonction des différentes résistances N /
thermiques totales des convecteurs 40 >
’ ex : pour |5 = 35 A (angle de conduc- / 145
tion = 180%) tymp = 100 °C avecun 30 N
convecteur de Ry, = 1 °C/W )
type CA4 ventilé 5 m/s) S 4
. ( ¥ " 20 » NI 7 N 155
2 ' &
Ry =1°CW
. 10 165
0 175
. 0 10 20 30 40 75 95 "5 135 155 175
lo (A) tamp (°C)
. Z(th)t (% de Ryy, J/B)
Fig.6:
. | mpédance thermique transitoire
Z(th)t _ 2
Impulsion rectangulaire
. 100
4
® 80
60
. t(s)
102 2 5 10" 2 1 2 5 w' 2 5 102
lpsm (A)
. Fig. 7 :
Courant de surcharge créte accidentelle
3 tease = 25 °C en fonction du temps
d’application 600
‘ demi-onde sinusoidale
‘ 400 N\
N,
TNy
@ i
200 T~
' t(s)
(o]
102 2 5 10" 2 5 1 2 5 10!
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INSEE : 28375 117 0115

122, rue Nollet - 75 - PARIS 17° AVRIL 1971
SILEC SEMICDNDUCTEURS Té1. : 627.87.29 - Télex : PARIS 28 580

S.A. au Capital de 24 872 100 Francs

R.C. Paris 69 B 4332 1/0/01/1 1.70

DIODE REDRESSEMENT i
ppryelm KA 10 R

KA 1002 R - KA 1004 R - KA 1006 R

i

KA 1008 R - KA 1010 R - KA 1012 R
KA 1014 R - KA 1016 R - KA 1018 R
KA 1020 R - KA 1022 R - KA 1024 R

28 maxi _[7

CARACTERISTIQUES GENERALES

Technologie : silicium diffusé allié

Refroidissement par conduction

Couplesde serrage : 10m A N mini- 15m A N maxi
Polarite : anode au boitier

Boitier : voir figure

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Température ambiante de stockage : — 550C & + 1800C

Température de jonction virtuelle en

fonctionnement : —400C 3 +1800C

Température de boitier en fonc-

tionnement : ~—400C 3 + 1800C 6p27s plats
Résistance thermique jonction-boitier : 0,25°C/W (valeur

maximale)

VALEURS LIMITES D'UTILISATION a t, = 180°C.

Courant direct de pointe répétitif (50 Hz)

legm = 400 A
Courant direct non répétitif de _
surcharge accidentelle : lesm = 2200 A
Valeur de la constante 1%t pour 2“0'"5) 5
fusible (t <10 ms) 1“t = 25.000 As

Courant direct
continu | 125 A
fe) F o P
— 140°C
Courant direct
moyen o g, —
A 140°C ls 100 A
VRWM:
VRRM= 200 { 400 | 600 | 800 | 1000|1200 | 1400 [ 1600 | 1800|2000 | 2200{2400| V
Tension inverse VR :
VRSM 300 | 500 | 700 | 900 | 1100} 1300 | 1500 | 1700 { 19002100 | 2300|2500| V

®
@
@
®
@
@
®
®
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Valeur
ESSAI Conditions de mesure Symbole Ipiae p— Unité
Tension directe lgpm = 300A
de créte
= 250C Veu 1,20 1,40 Vv
Y™
P Ve " 2 ™A
= 0
t(VJ) '180 C
Charge lem = B0A
recaLuerte di/dt= —20A/us Qg 250 ue
= o]
vy~ 190°C
Io (A)
Fig. 1 — Courant moyen redressé en fonc- 140
tion de la température boitier (montage
monophasé) 120
100
80 \\
60 \
N
40 \
20 \\
(o] case
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Fig. 2 — Courant moyen redressé en I, (A)
fonction de la température ambiante
pour le couple de serrage mini spécifié 120
avec différents convecteurs
1
00 ~_
Résistance thermique des convecteurs : Ly = \ \
5 b KNF 232 — ;-
KNF232 Rth =0,58C/wW
KNF116 R, =0,92°C/W s0 ~h
]
40 KNF 116 =\
\\
20 \\‘
0 t
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

=3

® © 6 ¢ ¢ © ¢ © ¢ ©® 0 & 0 O

)

)

0
amb‘
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KA 10 R

P{W)
Fig. 3 — Puissance moyenne dissipée en ] l l I 1 ] ] I
fonction du courant meyen I0 paur dif- 140 hexaphasé triphas¢é monophasé continu
férents montages
120 va A
y4lD 4 / »
100 ,/ / /
/
80 / '/ P
/A ,/
P / r
P
‘0 Pl P
g
7
(o] lo (A
0 20 40 60 80 100 120 140
'FM (A) IFM (A)
280 /{Ir
vy =180°C |[1
| A fi
7/ 6000
200 / 4000
Ly
/ [
160 I
/ 4’\ 2000
N
120 ! 1 tyy) = 180°C /
I 1000 /
/ ’ 800
80
' I' 600 ,/
/ , /
/ 400
40 , ¥
[ /
41 o’l Ve (V) 20 / Ve, (V)
0 FM Y FM
0,5 1,0 1,5 1 1,5 2 2,5 3 35
~ Fig.4 — Courant créte | en fonction Fig.5 — Courant créte IFM a fort niveau
de la chute de tension VFM (valeurs en fonction de la chute de tension créte
maximales). legm (A Vewm -
2800
2400
2000 N
q __.4_i_H
1600
~h~\ ‘L
\
1200 Suuy 1l
800 T I
. R an R
Fig.6 — Courant de surcharge créte ac- 400
cidentelle a Yy = 180~ C (onde si-
nusoidale 50 Hz) 0 ‘ t{s)
022 4 681072 4 681 2 4 6810 2 4 68102




4 1/0/01/11-70 ()
z (°c/w)
(th)t .
Fig.7 — Impédance thermique transitoire convecteurs type
Z(th)t en fonction du temps d’applica- 14 KNF 116
tion de la puissance, pour la diode montée L .
sur différents convecteurs 1,2
Ces courbes tiennent compte de la résis-
. i KNF 232
tance thermique de contact entre boitier 10 A
et convecteur. Pour améliorer cette der- / = .
niére, il est conseillé d’utiliser une grais- 08 /
se de contact (par exemple type S1 340 ' / "
de SISS) .
ou PENETROX « A » de BURNDY. 08
4
0,4 ’/
jonction boitier ‘
02
L]
0 t(s)
1022 4610'2 461 2 4610 2 46 1022 461002 46 10 .
OR( pC)
Charge recouverte ‘
Fig.8 — Charge recouverte en fonction de i
di/dt inverse {valeurs typiques) Plage de F
dispersion : + 50%, — 100%. 1000 ZOOA‘
600 100 A
400 il 50 A
L
200 AT —— 20 A
,
100 —> ==
P o
0 =
gl
Méthode de calcul pour déterminer le temps 40 3 .
de recouvrement inverse t_ et le courant —inverse (A/ us)
inverse IRM obtenu lors du recouvrement : 20 il
2 4 6 8 10 2 4 6 8102

~ 2QR di

dt

Unités Nota : lors de fonctionnement avec ﬂ in-
dt

QR (e verse élevé, la diode peut étre détruite par les
di A/ surtensions générées par son propre recouvre-
dt us) ment. || est conseillé de disposer alors en paral-
t, { s lele sur ia diode un circuit RC de protection.
lam (A)
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DIODE REDRESSEMENT ‘
el S\ 20 R

SA 2002 R - SA 2004 R - SA 2006 R

SA 2008 R - SA 2010 R - SA 2012 R
SA 2014 R - SA 2016 R - SA 2018 R
SA2020 R

a_z

NNNNNNN

AN
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CARACTERISTIQUES GENERALES
Technologie : silicium diffusé allié
Refroidissement par conduction

Couples de serrage : 25 m A N mini-30 m A N maxi
Polarite : anode au boftier

Boitier : voir figure

CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Température ambiante de stockage : — 550C & 4+ 1500C

NN\

\\XXL% NANRNNNN

INNANN
I NN

Température de jonction virtuelle en D E5 ==

fonctionnement : — 400C a+1500C 1]

Température de boitier en fonc-

tionnement : —400C a3 +1500C

Résistance thermique jonction-boitier : 0,20°C/W (valeur

maximale

VALEURS LIMITES D’UTILISATION a t,; = 150 °C , -

Courant direct de pointe répétitif (50 Hz): == o <Rondelle DEE
legm = 800A b.i_cmmum

Courant direct non répétitif de
surcharge accidentelle (10ms): lesm = 4000 A

Valeur de la constante 1%t 2 2
pour fusible (t < 10 ms) : 1“t = 80.000 A“s

Cour.ant direct
continu I - 250 A

t = 1000C

case

Courant direct

moyen | " 200 A
tcase = 1000C P -

VR WM

VR RM 200 400 600 800 1000 1200 | 1400 1600 | 1800 | 2000 \%
Tension inverse VR

VRSM 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 { 1900 | 2100 VvV

® © 0 06 0 0 006 0 0 0 006 0 06 0 06 0 % 0 0 o0 o



2

1/0/04/11-70

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Valeur
ESSAI Conditions de mesure | Symbole min typ max Unité
. . lepm = 600 A
Tension directe L 1,40 \
de créte = 9250
Tyy™ 2225
Courant Vg I 15 mA
inverse = o]
t(w) 1500C
Charge lem = 100 A
recouverte di/dt= —20 A/us Qg 300 uC
= (o]
tva) 1500C
IO(A)
Fig. 1 — Courant moyen redressé en fonc- 2g0
tion de la température boitier
240
200
160 \‘\
120
\
80 \\
N\
40
0 tease ¢
0 50 100 150
I, (A)
: . 280
Fig. 2 — Courant moyen redressé en fonc-
tion de la température ambiante pour le
couple de serrage mini spécifié avec dif- 240
férents convecteurs
200
Résistance thermique ™ r
de convecteurs 160 \\ TVF; 100
tilé 5 m/
TVF 100R,, = 0,16°C/W N ventilé 5 m/s
(v =5m/s) 120 ~—
TNF 150 R, = 0,55°C/W S
80 e
TNF 150 N~ N
" ey
40 \
)
~
t
% 50 100 150 amb

® ¢ 6 & ¢ ¢ ¢ ¢ 6 & 0 o O O o

@

o
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P(wW)

Fig. 3 — Puissance moyenne dissipée en l I I I T
fonction du courant moyen | pour dif- 280 i ] . f |
férents montages hexaphasé {— triphasé {— monophasé —}- continu

240 /’ va /l — Lz

200 : / P

|
160 ,/ » /
/ ///
120 ,/ A
v
80 ///
/ ¥
40 ot
Y | 1, (A
0 40 80 120 160 200 240 280
IEm (A) Iem (A)
5000
700
4000
600

3000

i
500 (vd) = 150°C ” 2000 /<J) _ v
I | /

K /
11 nunv;

200 / ' _

| 11/
/

100
l/ 600
4
o L1441 VEMIV) 500 Vem (V)
0,5 1,0 15 1 15 2 25 3 3.5
Fig. 4 — Courant créte IFM en fonction Fig.5 — Courant créte IFM a fort
de la chute de tension VFM (valeurs. niveau en fonction de la chute de ten-
maximales). legm (A sion créte Ve
4000
N
3500 S
N
3000
2500 N
2000 =
N
. T
1500 Sw
1000 N~
Fig.6 — Courant de surcharge créte ac- 560
cidentelle & t,,,, = 150°C (onde si-
nusoidale 50 Hz). 0 t(s

02 2 4 6 107 2 46 1 2 46 W 2 4 6 10
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y o
Z(th)t ("C/w)
Fig. 7 — Impédance thermique transitoi- .
: X - 4
re Z(th)t en fonction du temps d’appli - .
cation de la puissance, pour la diode mon- convecteurs type
tée sur différents convecteurs. 12
Ces courbes tiennent compte de la résis- ‘
tance thermique de contact entre boitier 1,0 TNF 150
et convecteur. Pour améliorer cette der-
niére, il est conseillé d'utiliser une grais- 08 =
se de contact {par exemple type S| 340 ] .
de SISS ou pour les convecteurs en alliage 06
d'aluminium PENETROX «A» ' TVF 100
de BURNDY).
0,4 /' = ol .
™
s~ jonction boitier
0,2
Fig. 8 — Charge recouverte en fonction I tls) '
de di/dt inverse (valeurs typiques). Plage © ; 3 3 4
de dispersion : + 50%, — 100%. 1022 461072 46 1 2 4610 2 46 10° 2 10° 2 4 610
Qg (nC) '
Charge recouverte 'F
2000
400 A
Meéthode de calcul pour déterminer le temps 1000 200 A .
. i — (3] e
de recouvrement mversetn_et le courant in 800 t(VJ) 150~C — 100 A
verse 'RM obtenu lors du recouvrement : 600 7T
400 e el 50 A .
] /l
ol 20 A
P
200 ,l/ - // -
/////“’/ .
¥
T ] 100 e
RM 2 QRE'_ 80 e
dt 60 - .
40 di
i inverse (A/us)
I gt inverse 20 i M L .
tr 1 2 4 6 8 10 2 6 8 102
o t
Unités Nota : jors de fonctionnement avec di/dt inver- '
IRM— QR { uC) se élevé, la diode peut étre détruite par les
di surtensions générées par son propre recouvre-
e (A/ ps) ment. || est conseillé de disposer alors en paral-
léle sur la diode un circuit RC de protection. ‘
L ( us)
lam (A .
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DIODE REDRESSEMENT
lo = 200 A SU 20

SU 2002 - SU 2004 - SU 2006

SU 2008 - SU 2010 - SU 2012
SU 2014 - SU 2016 --SU 2018
SU 2020

CARACTERISTIQUES GENERALES
Technologie : siticium diffusé
Refroidissement par conduction

Couples de serrage 25m A N mini—30m A N maxi
Polarite : cathode au boitier

Boitier : voir figure

CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Température ambiante de stockage : — 55°C & + 150°C

\\\\\\

ANNNN NNNNNANANN
NN

NANNRNRN

IN
I N

Température de jonction virtueile

en fonctionnement : —40°C a + 1500C
Température de boitier en

fonctionnement : —40°C 3 + 150°C
Résistance thermique jonction- boitier : 0,20° C/W {valeur

maximale)
VALEURS LIMITES D'UTILISATION a t,,, = 150 °C i
Courant direct de pointe répétitif (50 Hz) —-—— . o wfondelieDE6

'FRM = smA ir_] Ecrou Hm M16
Courant direct non répétitif de
surcharge accidentelle (10 ms): legm = 4000 A
Valeur de la constante 12t pour 2 2
fusible (t < 10 ms): 1“t = 80.000 A“s

®© © 0 © © 0 © © 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ®» 0 0 o o

Courant direct

continu o I % 250 A
L =100"C
Courant direct
moyen & I =3 200 A
tcase =100"C

VRWM:

. VRRM_ 200 400 600 800 | 1000 | 1200 { 1400 | 1600 | 1800 | 2000 Vv

Tension inverse =

VR

VF‘SM 300 500 700 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 1900 | 2100 VvV
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Valeur
ESSAI Conditions de mesure | Symbole Unité
min typ max .
Tension directe | = 600 A
de créte FM VFM 1,40 \% .
= IB°C
Yvpy =
Courant VR .
inverse IR 15 mA
o
tivy= 150%C .
Charge lem = 100A
recauverte di/dt = —20 A/us Qg 300 uc
tyy) = 1600C ®
lo (A) .
Fig 1 — Courant moyen redressé en 280
fonction de la température boitier ’
240.
200 \ .
160 N\
6 \
120 \\\ .
B °
80 \
40 A
0 tcase &
0 50 100 150
Io (A) ‘
Fig. 2 — Courant moyen redressé en 280
fonction de la température ambiante
pour le couple de serrage mini spécifié, 240
avec différents convecteurs .
200
-
I @
Résistance thermique des convecteurs : 160 ‘(I'VF 15021/ ,
V= S,
'(TVF 10/0) Ry, = 0.16°C/W 120 ==;\\
v:5m/s T N
TNF150 Ry, = 0,56°C/W === r ®
80 S N
TNF 150 ~ N PY
40 \
I
‘
° tamb O‘
0 50 100 150
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SU 20

e

700

600

500

400

300

200

100

0

. P (W)
Fig. 3 — Puissance moyenne dissipée en
fonction du courant moyen I0 pour dif- 280
férents montages hexaphasé —— triphasé+— monophasé —continu
240 /‘ / '/ P
200 / / //
~ prd v
160
/7S
120 ,/ S
y.aV4
80 /I/
/=
40
0 7 Io (A)
40 80 120 160 200 240 280
m (A) IESMm (A)
4000
/ I 3000
1
I /
I /
"l 2000 7
s (o]
t(VJ) = 150 C/l
\\ , \
{
\\l ’ \\ t(VJ) — 1500 C
Li N
— (s}
/ Ity = 25°%
Vi
, ¥
/] /
1
/ [} 1000
/ 1 900
1
800
' /
I 700
/ /
600
[/
S y
4 VEM (V) 500 £m (V)
0,5 1 15 1 15 2 2,5 3
Fig.4 — Courant créte I, en fonction Fig.5 — Courant créte I.,, a fortni-
de la chute de tension VFM ( valeurs veau en fonction de la chute de tension
maximales). IEm (A) créte Ve, .
4000
~N
3500 .
3000 M
2500
2000 ™~
\\
\
1500 <
1000 S
Fig. 6 — Courant de surcharge créte 4466
accidentelle a tvy) = 150~C (onde
sinusoidale 50 Hz). 0 t (s
1022 4 61070 2 4 6 0 4 6 10 2 6 102
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2t (Ccw) @
Fig. 7 — Impédance thermique transi-
: : . 1,4
toire Z“h)t en fonction du temps d'ap-
plication de la puissance, pour la diode .
montée sur différents convecteurs. 1,2
Ces courbes tiennent compte de la ré-
sistance thermique de contact entre 10 convecteurs type
boitier et convecteur. Pour améliorer TNF 150
cette derniére, il est conseillé d'utili- 08
ser une graisse de contact (par exemple ' A
type SI 340 de SISS  ou PENETROX ’d o
« A » de BURNDY L 4
. // TVF 100
04 Lesens
At Il @
02 jonction boitier
0 I 11 ®
2 ] 2 3 4 tils)
1092 46810 2 4681 2 4 6810 2 46810° 2 4 6810° 2 4 6810
Qp ( uc) i
Charge recouverte .
Fig.8 — Charge recouverte en fonction =
du di/dt inverse (valeurs typiques)
Plage de dispersion :+50 %, — 100 % 3 =] 400 A
10 — 200 A .
8 - g
6 100 A
4 — 50 A
2 o // -l 20 A
Méthode de calcul pour déterminer le temps de 102 = -
recouvrement inverse t__ et le courant inverse 8 II
rr 6 Dt
IRM obtenu lors du recouvrement i ¥ ‘
di di . '
I gt inverse , dt mlverse (Al us)
o : 2 @
o ¢ ! 2 4 6 8 10 2 4 6 810
| ;
RM&\ [2Q, di IRM—
R —
V2% & ®
Unités Nota : Lors de fonctionnement avec di/dt
inverse élevé, la diode peut &tre détruite par
QR (nC les surtensions générées par son propre recou- .
. vrement ; il est conseillé de disposer alors en
di paralléle sur la diode un circuit RC de protec-
_— (A/ us) tion.
dt
t, (s '
lam A
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DIODE REDRESSEMENT . ,
lo =300 A F ;\ J() l{

it afi
06 R -

TA3008R-TA3010R-TA3012R -
TA3014R-TA3016 R-TA3018R -

TA3020 R-TA 3022 R - TA 3024 R -
TA3026 R-TA 3028 R- TA 3030 R

TA 3002 R - TA 3004 R - TA 30

RO

ARACTERISTIQUES GENERALES

Technologie : silicium diffusé allié

Refroidissement par conduction

Couples de serrage 35 m A N mini - 40 m AN maxi
Pelarite : anode au boitier

Boitier : voir figure

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Température ambiante de stockage : — 55°C a + 150°C

Température de jonction virtuelle

en fonctionnement . —40°Ca +150°C

Température de boitier en fonc-

tionnement . —40°Ca +150°C

Résistance thermique jonction- i

boitier : 0,12°C/W (valeur Spant de 82 sur 12
maximale)

oOM16

VALEURS LIMITES D’UTILISATION a ty ;= 150 °C

Courant direct de pointe répétitif (50 Hz) : legm = 1200 A

Courant direct non répétitif de surcharge

accidentelle : lFSM = 6000 A
(10ms)

Valeur de la constante 1%t pour fusible

(t < 10ms) © 12¢ =180.000 A%s

®© © © 0 0 0 ¢ ©¢ 06 0 © 0 0 © 0 06 0 0 % 0 0 o0 o

Courant direct

continu | A
F g 380 — g

Yaia = 100°C

Courant direct

moyen 'o i 30 A

0

tcase = 100°C -
VR WM

Tension Verm = 200]400{600|800]1000{1200}1400(1600}1800|2000]2200]2400|2600(2800|3000| V

inverse VR
VRSM 300(500}700]900{1100/1300]1500|1700{1900|2100} 2300| 2500| 2700}2900|3100| V
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Valeur
Essai Conditions de mesure Symboles Types | Unité
typ max .
. . TA3002 R
Tension directe | =1000 A \V; 140 2
de créte i o FM ’
tyy= 25°C TA3024 R| V .
TA3026 R
1,60 a
TA3030 R .
Courant inverse \
R " I 15 mA
t(VJ) = 160~C .
Charge recouverte lem = 200A
di/dt = —20 A/ us Q 250 C
R )
tyy = 1800C '
I, (A) .
280 \
\
240 \\ .
200 \
A @
160 \\
\
120 \ .
80 \\
Fig.1 — Courant moyen redressé en 40 \\ .
fonction de la température de boitier . ©c)
(montage monophasé) 0 case
0 50 100 150 o
IO (A)
280
240 “~ \ .
Résistance thermique des convecteurs : TVF 100 (V= 5m/s)
TVF 100 = 0,16°C/wW 200
TNF 150 = 0,55°C/W \\\ ‘
NTNFa = 0,25°C/W 160 — NN
- 4 NTNFa NG
\ \
_ - h
120 TNF150 - NN .
80 = N
Fig.2 — Courant moyen redressé en 3 .
fonction de la température ambiante 40
pour le couple de serrage mini spéci- S S e | e
fié avec différents convecteurs. 0 tamp | ¢
0 50 100 150 .
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TA 30 R

P(w)
400
| I R M 4 I Zd
1 7 phdses < 7
350 hexaphase_y VA~ monophasé 42
/I 7“7 ///..ontinu—-
300 7 - o
Af L/ ,// _
) AW 7/
200 WA, A%
W A
150 /i A
Yy & -
Fig.3 — Puissance moyenne dissipée AN
i 100 ~a
en fonction du courant moyen |, pour —a
différents montages : 50
trait plein TA3002R a TA3024R
trait mixte TA3026 R & TA3030 R 0 | (A
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Fig.4 — Courant créte IFM en fonc- Fig.5 — Courant créte I, a fort ni-
tion de la chute de tension Vi, (ve- veau en fonction de la chute de tension
leurs maximales). créte Vg p,.
lepm A tem (A
ERERRRR o
1400 TA 3002R & TA 3024 R —
I A 4000
TA 3026 R & TA 3030 R +— /
1200 A
3000
1000 / (o]
/ t(VJ) = 160°C
2000
0 ]
800 /
/
/f
600 1
_ 0
Y, = 190 C/ "/
[ M
\l / h ! 1000 /
400 N\ \ o 900
/ t = 25°C
) (VJ) /
- 800
- /
700
200 /7 / ; /
/ ll 600 /
Vg, (VI
0 /i Vem W) 500 M
0.5 1,0 15 1 1,5 2 25 3 3,5
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Fig.6 — Courant de surcharge créte ac-
cidentelle &t ;) =1 50°C (onde sinu-
soidale 50 Hz)

Fig.7 — Impédance thermique transi-
toire Z(th)t en fonction du temps d’ap-

plication de la puissance, pour la diode
montée sur différents convecteurs.

Ces courbes tiennent compte de la ré-
sistance thermique de contact entre boi-
tier et convecteur. Pour améliorer cette
derniére, il est conseillé d‘utiliser une
graisse de contact (par exemple type

S| 340 de SISS ou pour les convecteurs
en alliage d’aluminium, PENETROX
«A» de BURNDY)

'FSM (A)
7000
6000 .
N
N
5000
N @
Py
4000
< ®
3000 S~
L
2000
.~~-.T._. ‘
1000
0 2two.'
102 4 6 807! 2 4 6 81 2 4 6 810 2 4 6 810
(o]
Z(th) t emw convecteurs type .
TNF 150
08
07 o
TVF 100 (V = 2m/s)
0.6
E ]
0,5 NTNFa .
TVF 100 (V= 5 m/s)
0.4 /
[l @
0,3 o~
e
02 o o
jonction boitier o
0,1
fpasess™]
ol o
1022 4681072 468 2 46810 2 4681022 4681052 4 6810°
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0
l:xth convecteur ambiante c/w
1,0
08 \\
06
0,4
0,2
Fig.7bis — Résistance thermique du ]
convecteur TVF 100 en ventilation
forcée en fonction de la vitesse d'air.
(o] 1 2 3 4 5
V{m/s)
Qg {(uc)
Charge recouverte
e
1000
800
600| 400 A
= 200 A
400 ——
300 = 100 A
f
200 — 50 A
/ ~ /
100 - 20 A
80 D . D ot
™ ——
60
. . 40 o
Fig.8 — Charge recouverte en fonction o
du di/dt inverse (valeurs typiques)
Plage de dispersion : + 50%, — 100%. 20
1 2 4 6 8 10 2 4 6 8 102
9 inverse (A/ Ms)
Méthode de calcul pour déterminer le temps dt
de recouvrement inverse t__et le courant
£ Unités
inverse IRM obtenu lors du recouvrement :
: Q ( ueC
di | erse R
IE gt ' di
I (Alus)
rr
t t, (s
T 'RM (A)
lam 2\ [20g &L
dt
Nota : lors de fonctionnement avec %inverse
élevé, la diode peut étre détruite par les sur-
tensions générées par son propre recouvrement
1l est conseillé de disposer alors en paralléle sur
la diode un circuit RC de protection. Promotion Vente Publicité
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DIODE REDRESSEMENT
lo =300 A

TU 3002 - TU 3004 - TU 3006 - TU 3008 -
TU3010-TU 3012-TU 3014 - TU 3016 -

TU 3018 - TU 3020 -

CARACTERISTIQUES GENERALES

Technologie : silicium diffusé

Refroidissement par conduction

Couples de serrage 35 m AN mini - 40 m A N maxi
Polarite : cathode au boitier

Boitier : voir figure

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Température ambiante de stockage : — 55°C a + 150°C

Température de jonction virtuelle

en. fonctionnement : —40°Ca + 150°C

Température de boitier en fonc-

tionnement . —40°Ca + 150°C

Résistance thermique jonction- .

boitier : 0,12°C/W (valeur 2 Spens de 42 s plate
maximale)

VALEURS LIMITES D'UTILISATION a ty 150 °C

Courant direct de pointe répétitif (50Hz) : leqgm = 1000 A

Courant direct non répétitif de sur-

charge accidentelle 3 = 5000 A

FSM
2 (10ms)
Valeur de la constante |“t pour fusible 2
(t < 10ms) .12t = 125.000A%s

® © 0 0 © 0 ¢ © 0 0 0 0 0 0 0 0 © 0 0 06 0 0 o

Courant
direct conti- IF = 380 A
nu o
tcase:mo c
Courant di-
rect moyen I and 300 A
t =100°C
case
~Tension VRWM =
inverse
VﬁRM =| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000|1200 | 1400 1600 | 1800 | 2000 \%
\"J
R
VRSM 300 | 50O | 700 | 900 | 1100 {1300 |1500{ 1700 | 1900 | 2100 v




2

1/0/05/11-70

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Valeur
Essai Conditions de mesure Symbole Unité .
typ max
Tension directe 1 = 1000 A
de créte il Veu 1,40 v ®
b, 0 = PEOC
(VJ)
Courant inverse Vg In 10 A ‘
Yva = 150°C
Charge recouverte lem = 200A '
di/dt = — 20 A/ us Qg 250 uC
t s o
(vJ) = 160-C ‘
l0 (A) .
350 .
300
250 ®
200 \
s o
150 \\
| @
Fig.1 — Courant moyen redressé en fonc- 4, N
tion de la température de boitier (mon- \
tage monophasg). 0 J- ('
(o} 50 100 150
1 (A)
' ®
350
300 .
Résistances thermique des convecteurs : P
(e \\
TVF 100 = 0,16 C/W 250 ~
TNF 150 = 0,55° C/W S SN TVF 100 (V = 5m/s) .
NTNFa = 0,26°C/W 200 \\
N
~
150 - NTNFa .
100 TNF 150 N 3
Fig.2 — Courant moyen redressé en M NN
fonction de la température ambiante 50 - .
pour le couple de serrage mini spécifié —
avec différents convecteurs. 0 Yty 0
m
0 50 100 150 8
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Pw)
. Fig.3 — Puissance moyenne dissipée en 400 | T | | | T T ]
fonction du courant moyen lo pour T — r— I 1
: 3150 hexaphasé triphasé monophasé| continu
différents montages. o
‘ 300 45/ v
yARRY,
250
o A
200 / A~
T 7 ,/
150 e
/
@ 50
0 1o (A)
. 0 50 100 150 200 250 300 350 400
| (A)
FM
'EmiA) 5000
1400
o 4000
1200
. I 3000 /,/
® . /
_ (o]
/ tyy = 180°C
. 2000 /
800 /
Yvy) = 150°C /,
600 7
] tyy = 28°C 1000 /
. 400 , I . 900 I
800 /
‘ 200 , 700
/ 600 /
. A | A Ve W1 op Ve )
05 10 15 1 15 2 25 3 35
‘ Fig.4 — Courant créte I, en fonction Fig.5 — Coufant créte I, a fort ni-
de la chute de tension VFM (valeurs veau en fonction de la chute de tension
maximales). créte V_,,.
leang (A) FM
. FSM
7000
. 6000
5000
N
. 4000 N
N
3000 P
: i
Pl
(0]
2000 \n-.‘._.
‘ Fig.6 — Courant de surcharge créte 1000
accidentelle a tva= 150°C (onde
sinusoidale 50 Hz). . tls
. 1072 4 68107 2 4 681 2 4 6810 2 4 6 8102
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Nota : Lors de fonctionnement avec di/dt
inverse élevé, la diode peut étre détruite par
les surtensions générées par son propre re-
couvrement ; il est conseillé de disposer alors
en paralléle sur la diode un circuit RC de pro-
tection.

Z(th) 1 t;"C/W)

convecteurs type TNF 150

Fig.7 — Impédance thermique transi- \ .
toire Z(tmt en fonction du temps d‘ap- P
plication de la puissance, pour la diode P TVF 100 (V = 2 m/s)
montée sur différents convecteurs, = .
Ces courbes tiennent compte de la résis- o A
tance thermique de contact entre boitier NTNFa™]
et convecteur. Pour améliorer cette der- L
niére, il est conseillé d’utiliser une grais- TVEI0 IV = 5 m.
se de contact (par exemple type SI 340 0,4 T 7
de SISS ou pour les convecteurs en al- > g
liage d'aluminium, PENETROX «A» de =
BURNDY. .
02 jonction boitier
promns .
0 t(s)
- 4
1022 4610772 4 46 1022 461002 4610
th convecteur ambiante .
°crw)
Fig.8 — Résistance thermique du con- 1
vecteur TVF 100 en ventilation forcée .
en fonction de la vitesse d'air. N
I @
0,6 \‘\
0.4
0.2 —
o \"
0 1 3 4 5 (m/s)
Qg (uo &
Charge recouverte
Fig.9 — Charge recouverte en fonction
du di/dt inverse (valeurs typigues) .
Plage de dispersion : + 50%, — 100%. 103 e
2 = 400 A
200
Méthode de calcul pour déterminer le temps 4 - A.
de recouvrement inverse t et le courant 4/ 100 A
inverse | o, , obtenu lors du recouvrement : 2 ] — 50 A’
Unités _~ : ——
A Qg (uC) 102 e 20 A
- 8 -
di - (]
a9t (A/ us) 6
2Q 4, -
. "
| o Rodi t,  (us
A al ®
RM (A) 2 .
di 1 2 2 4 6 810
== inverse di
U dt 'Mver d—llnverse (A.)
ter
o t
'Rm— o

Promotion Vente Publicité



INSEE : 28376117 0116

122, rue Nollst - 75 - PARIS 17¢
SHEC SERNCENBUCTENRS T4l : 627.87.29 - Télex : PARIS 28 580

S.A. au Capital de 24 872 100 Francs

R.C. Paris 69 B 4332

DIODES DE REDRESSEMENT

RAPIDE

AVRIL 197

1/3/07/02-7

)
DOb5 50

'3

1

1

0\

® © © 06 © © © 0 0 0 0 0 0 © 0 0 © 0 % 06 0 0 o

IN 3899 a IN 3903

IN 3909 a IN 3913
50V a4oov
Fréquence d’utilisation maximale : 250 KHz

DONNEES GENERALES :

Nature du semi-conducteur : Silicium

Technologie : Tout diffusé

Mode de refroidissement : par conduction (mode C)

Boitier : DO 5 normalisation CCTU : F 10

Masse : 15 g.

Couple de serrage : 3,5 mA N

Marquage : n® du type, sens de conduction sur le corps de
la diode
Cathode reliée électriquement au boitier
Anode reliée électriquement au boitier :
marquage, n° du type suivi de I'indice R.

VALEURS LIMITES :

\6pans 17 surplats
(V4" 28 UNF 2A ou@M6)

rondelle DE 7

D wmuneze

Tension inverse de créte : VRwm = cf tableau

Tension inverse de pointe répétitive : VRRrm = cf tableau

Tension inverse continue : VR = cf tableau

Désignation Symbole IN 3899 a IN 3903 IN 3909 a IN 3913 Unités

Températures de stockage ~-653+ 150 —652a+ 150 °c
Tempéra.tures ambiantes maximales —653+ 150 —65a+ 150 g
de fonctionnement
T.empérature max.lmale de jonction T + 150 + 150 °c
virtuelle en fonctionnement
Résistance thermique jonction- o
ambiance (valeur maximale) Rih 1.8 1.3 Cw
Courant direct continu maximal Ie 3 tcage = 100°C : 235 a tcase = 100°C : 35
Courant moyen redressé lo 3 tease = 100°C : 20 a tcase = 100°C : 30 A
Courant direct de pointe répétitif leERM 3 tease = 100°C : 90 3 tcase = 100°C : 120
Courant direct de pointe de surcharge
accidentelle (t = 10 ms)* tease = 26°C lrsm 250 500 A

* pour des temps différents cf figure 11




La conformité des valeurs des caractéristiques électriques fait I'objet d’un contrdle de qualité avec NP et NQA spécifiés.

2 1/3/07/02-71 .
IN 3899 IN 3900 IN 3901 IN 3902 IN 3903
TYPES | |N3909 | IN3910 | IN3911 | IN3912 | IN3913 ®
Viewm &
V\';“"' 50 100 200 300 400
) ®
i\
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : a teace = 25°C sauf spécification contraire
(valeurs maximales) .
Désignation Symbole IN 3899 a IN 3903 IN 3909 a IN 3913 Unités .
Chute de tension directe continue pour : .
g o=y VE 14 14 Vv
Courant inverse pour VR spécifié .
teage = 25°C IR 50 80 MA
tease = 100°C R 6 10 mA
Temps de recouvrement inverse pour : ‘
p = i&
Vg = 0V di
lam = 2A gt = 25 A/us ter 200 200 ns ‘
irr =02A



20 A

Courant direct créte lgpm en
fonction de la chute de tension
créte VEm (valeurs maximales)

Courant direct créte Igm en
fonction de la chute de tension
créte Vgm (valeurs maximales)

® 1/3/07/02-71 30 A
g (A)
. Fig. 1 30
Courant moyen redressé en fonction ! ! !
‘ de la température du boritier \ > IN 3909 a IN 3913
. 20 AN
N\
. IN 3899 a IN 3903
10 N\
@
‘ % 100 ) 150
tease (°C)
&
[
‘ Igm (A) lem (A)
150
Pl RN
‘ 75 (N 3899 a IN 3903 IN 3909 aIN 3913
. 117
‘ / / 100 /
50 — tease = 100°C !
T 7 // tease = 100°C
. b =25°C /
 tease =25°C 1/
N 4 A
‘ // // // > tcw=25°C_
@ / / /
/\/ /
. 0 0
0,7 0,9 1 1,3 w7 0,7 0,9 (B 1,3 1,5 1.7
. Vim (V) Vem (V)
‘ Fig. 2 Fig. 3
@
®
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Fig. 4

Courant direct de créte a fort
niveau |gpm en fonction de la chute
de tension Vgpm (valeurs typiques)
tease = 100°C

Fig. 5
Puissance moyenne dissipée en
fonction du courant moyen redressé

Fig. 6

Corrélation entre la puissance
moyenne dissipée et les

températures maximales admissibles
tcase €t tamb €n fonction des
différentes résistances thermiques
totales des convecteurs

ex : pour |g = 20 A (angle de
conduction = 180°) : tgmp = 25°C
avec un convecteur de Rqyp = 2,5°C/W

P (W)

30

26

20

10

IFm

(A) 500

400

IN 3909 a IN 3913 /
300 -
200

IN 3899 & IN 3903

100 /

80

60

50

2 Vgm (V)

1 Bl I

1

— IN 3899 & IN 3903

Alternatif 180°

\ 4

Continu

n

P (W)

30

25

20

10

10

W hkad=t-+d =|=}+

20

N

g (A)

| |
IN 3899 a IN 3903

’00 5
\

V4

o

100

P
& 10
\\\
S
o
2 120

Ig (A)

140
W 150

15

20

tamb (°C) 50

100 150

:
S
g
® 6 6 & o
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1/3/07/02-71 i
P P (W)
Fig. 7 IN 3909 a IN 3913 -
Puissance moyenne dissipée en R e e e e B v
fonction du courant moyen redressé y A |
alternatif 180° / - |
\\// /‘\ - 1
/ continu |
457 [
20 A~ :
/4/ |
|
1/ {
|
+
i
L.
/ |° ] |F lO (A)
0 i
0 5 10 15 20 25 30 s 40
P (W)

. o
Fig. 8 IN 3909 a IN 3913 tease (°C)
Corrélation entre la puissance
moyenne dissipée et les 40
températures maximales admissibles Y . 100
tease €t tamp €n fonction des
différentes résistances thermiques 4o
totales des convecteurs
ex : pour lg = 30 A (angle de \gs
conduction = 180°):tamp = 60°C 7 120
avec un convecteur de Ryp = 1°C/W 20 v
(type CA, ventilé a 5 m/s) 130

140
tgmb (OC)
0 T 150
0 10 20 30 lg(A) 50 100 150
Z(th)t ( % de Rep, J/B)
Fig. 9
Impédance thermique transitoire IN 3899 & IN 3903
Z(th)t
Impulsion rectangulaire.
100 e
90
80
70 %/‘
60
50
0,01 o002 004006 0,1 02 04 06 ! 2 4 6 10 20 40 60 100
t(s)
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6 1/3/07/02-71 .
Z(th)t ( % de Ry, J/B)
T T TTT 17 .
Fig. 10 |—— IN 3909 2 IN 3913
Impédance thermique transitoire
Zithyt .
Impulsion ire.
pulsion rectangulaire 100
-
90 = ®
) &
70
o0 o
t(s)
50
0,01 gqo2 004006 O, 02 04 06 1 4 6 10 20 40 60 100 .
Igsm (A)
Fig. 11 300 @
Courant de surcharge créte \
. \ o
siesrriaia 2 Yo = 28 o 400 - IN 3909 3 IN 3913
fonction du temps d'application .
Courant demi sinusoidal
300 s
N ®
»
200 P \\
T~ S~~~ &
Toeadans
/ \ e
100 |— IN 3899 a IN 3903 ] —
0
0,01 Q02 Q04 006 0,1 02 04 06 1 2 4 6 10 .
t (s}
Montage de mesure du temps de recouvrement inverse
L, A o
| Découpeur —JW‘ w‘i
. Z
Source de ===1UuF 1UF Q-_- Source de .
tension directe oscilloscope tension inverse
: t,<14ns Sov
/ z>9Me /
10 C<12pF .
MowWaly
< o
| ®
IF tﬂ'
di
— est mosuré entre 0,26t 0,5 A ‘
dt 5 \ o
3 ' ‘ =
@
dt
/ ®
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DIODE RAPIDE
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KA 1002 RF - KA 1003 RF - KA 1004 RF
KA 1006 RF - KA 1008 RF - KA 1010 RF

CARACTERISTIQUES GENERALES

Technologie : silicium diffusé allié
Refroidissement par conduction

Couples de serrage 10 m AN mini — 15 m AN maxi
Polarite : anode au boitier

Boitier -2 normalisation CCTU : F 62 m voir fig.

CARAQTERISTIQUES THERMIQUES

Température ambiante de stockage : — 55°C a + 160° C
Température de jonction virtuelle en fonctionnement :
—400C a+ 12560C
Température de boitier en fonctionnement :
—40°C 3+ 1250C
Résistance thermique jonction-boitier : 0,25° C/W (valeur
maximale).

VALEURS LIMITES D’UTILISATION a tw J,125° C
Courant direct de pointe répétitif (50 Hz) leqm =400 A
Courant direct non répétitif de surcharge

accidentelle (10ms) 'FSM = 2500 A
Valeur de la constante 1%t pour 5 2
fusible (t < 10ms) 1“1 = 30.000 A“s

1

Courant direct

continu 'F o 125
tcase = QOOC
Courant direct
moyen b 3 100
toase = 90°C

Vawm =

VRRM = 200 300 400 600 800 1000
Tension inverse V

R
Vasm 300 400 500 700 900 1100
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

ESSAI

Conditions de Mesure

Symbole

Valeur

Unité

min typ max

Tension directe
de créte

I 300 A

FM

tvy) = 250C

FM

1.2 14

Courant Inverse

VR

tyy= 1250C

10

mA

Charge recouverte

lFM = 50 A
di/dt= — 20 A/ us
Yvay= 1250C

70

uC

Caractéristiques de recouvrement

L'utilisation des courbes 8 & 11 permet le calcul du temps de

recouvrement suivant les conditions d‘utilisation du disposi-
tif et les caractéristiques du circuit.

a— Calcul du temps t_ (temps de recouvrement)

b — Calcul du courant maximum IHM lors du recouvrement

di
20, =
R 4t

| ~

RM~—

Nota — 1 Lors de fonctionnement & di/dt inverse élevé,
la diode peut étre détruite par les surtensions générées
par son propre recouvrement. || est conseillé de dispo-
ser alors en paralléle sur la diode un circuit RC de pro-
tection.

2 En fonctionnement a haute fréquence, la
puissance dissipée en inverse dans la diode (due & la
charge recouverte OR) doit étre telle que la tempéra-

ture de jonction reste inférieure & la valeur spécifiée
(tyy) = 126°Cmax) tenant compte de la R,
jonction boitier = 0,25°C/W.

Unités
Q

R

di

dt

t
1

rr

RM

(uQ

(A us)
(ps)

(A)

di

dt inverse

F t

RM

Iy (A)

Fig.1 — Courant moyeh redressé en fonc- 149
tion de la température boitier {(montage

monophasé) 120

100

80

60

40

20

50

100

150

® © © © /06 0 06 © 0 06 06 0 06 © © & 0 o ¢ o 0

;
&
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Fig.4 — Courant créte I, en fonc-

tion de la chute de tension Vem (va-
leurs maximales.

Fig.5 — Courant créte tem a fort ni-

veau en fonction de la chute de tension
créte VFM.

. 1/3/01/11-70
| 1A
: 140
. Fig.2 — Courant moyen redressé en fonc-
tion de la température ambiante pour le cou-
ple de serrage mini spécifié avec différents 120
convecteurs.
¢ 100
Résistance thermique des convecteurs : R th = 0,58 Oc/w
0,
KNF232 R, =0,58"C/W 80 71\
. KNF116 Ry, =092°C/W N5
— N convecteur R,, = 0,4°C/W
7. \\ § -
N
‘ 40 / x\‘;
2 ey (o]
(Ry, =092°C/W) N
O *
0,
" T timie | )
0 50 100 150
P(W)
. Fig. 3 — Puissance moyenne dissipée
en fonction du courant moyen | | 140
‘ pour différents montages. hexaphasé +—triphasé —monophasé+— continu
120 / /
/A |/ »
100 ,/ V4
& 4.4 4
80 r/ 7’ 4
/7 ,/
o % 1~
7
'/ e J/
‘ 20 ///://
0 I _(A)
. 1em (A) 0 20 40 60 80 100 120 140 °
IEMm (A)
) FM
' 280 ’
/
1
T
. y 10000
240 , 8000
' " 6000
200 e 1
. tyy =125°C ] 4000
160 /
. / 2000
'
} | tyy = 125°C |
' 120 # - /
—t =
| 1000
‘ J 800 A
& " I i
600
/ 1 .4
& !
o 1 400
]
/
o A /
0 d 200 VEM (V)
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4 .
legm (A) ‘
Fig. 6 — Courant de surcharge créte ac- 890
cidentelle & t(y 5y = 128°C (onde
. . N _
sinusoidale 50 Hz). 2100 AN .
N
2000
N
™ C
1600 ~J
N <
\
S ®
~_
800 ~~.\ .
400
tls)
0
102 2 4 6810 2 4 681 2 4 6810 2 4 6810 .
Zi t {°c/w) .
Fig. 7 — Impédance thermique transi- convecteurs type
toire Z,,,), en fonction du temps d'ap- 1,40 RETie
plication de la puissance, pour la diode I .
montée sur différents convecteurs. 1, -
Ces courbes tiennent compte de la ré- A
sistance thermique de contact entre boi- 1,00 V4 KNF 232
tier et convecteur. Pour améliorer cette A = .
derniére, il est conseillé d'utiliser une 080
graisse de contact {par exemple type /
S1 340 de SISS
. 0,60
ou PENETROX «A» de BURNDY.) ' ‘
Yy
0,40 5/
& jonction boitie'
0,20
o - 5 ‘t(s)
1022 4610'2 461 2 4610 2 4610°2 46100 2 4610
Charge recouverte Qp ( pC) .
Fig. 8 — Charge recouverte en fonc-
tion du di/dt inverse (valeurs maximales
a tyy) = 25°C. ot
s @
6 100 A
4 e 50 A
i
Pl 25‘
2 L /,‘// 10 A
]
T
10 e ‘
a g
6 >
o il
] == »
~ di .
| inverse A/ s
2 a |
1 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10?2
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. Charge recouverte Qg { uC)
Fig.9"— Charge recouverte en fonction P
du di/dt inverse (valeurs maximales &
tvy) =125°C !
& m ¢
el 50 A
o 's 25 A
6 - = 10 A
L
. B>z -l
’7
2 ,// Zrad
® Z il
1 /
90 inverse Alus
> dt
@ 1 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10?
‘ Charge recouverte Qg ( uC)
Fig.10 — Charge recouverte en fonction
du di/dt inverse (valeurs typiques &
@ - 25°C 102
8
6
@ ‘ F
, = 100 A
g 25 A
‘ ' ///'—’ Lt 10 A
10 W
8 —
6
() . = =
] di inverse A/ pus
2 all]
& 1 2 4 6 8 10 2 4 6 8 102
Charge recouverte Qg ( uC)
. Fig. 11 — Charge recouverte en fonction
du di/dt invecl;se (valeurs typiques a E
6 100 A
3 50 A
® — 104
~ il i
2 - ;///
L
10
8 e i
6 -
,
& ~ .
—dl— inverse A/ Us
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DIODE RAPIDE 10-3002 HNAWS{INEEA

TA 3002 RF TA 3003 RF TA 3004 RF
TA 3006 RF TA 3008 RF TA 3010 RF

CARACTERISTIQUES ENERALES

Technologie : silicium diffusé allié

Refroidissement par conduction

Couple de serrage : 35 m A N mini - 40 m A N maxi
Polarite : anode au boitier

Boitier : voir figure

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Température ambiante de stockage : — 55°C & +150°C g Connee B
Température de jonction virtuelle en
fonctionnement : —40°C & +128°C
Température de boitier en
fonctionnement : ) —40°C a +125°C 6 pans de 42 spl
Résistance thermique jonctijon boitier : 0,12°C/W (valeur : ]
maximale). = N
VALEURS LIMITES D'UTHISATION a tvin25°C w L - !
Courant direct de pointe répétitif (50 Hz) : 47 0 M
lepm =1200 A -
Courant direct non répétitif de sur-
charge accidentelle (10 ms): lggm = 6000 A
Valeur de la constante
12t pour fusible (t < 10ms): 1%t =180.000 A%

®© © 0000 000000000000 90 0 00

Courant direct

continu 5 ' IF 350 A
t case = 80 C
Courant direct
moyen o | b 300 T A
- =80"C

VR WM =

Vv _ 200 300 400 600 800 1000 Vv

RRM =

Tension inverse Va

Vasm 300 400 500 700 900 1100 \Y,
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Valeur

Essai Conditions de mesure Symbole min

typ

max

Unité

Tension directe 'FM 1000 A
de créte v

250C o

1

v

1,2

14

VR
Courant inverse IR

tvy = 1250 C

15

mA

= 200 A
—20A/us Qg

tyyy = 125°C

lem
Charge recouverte di/dt

It

45

85

uC

Caractéristiques de recouvrement

L'utilisation des courbes 8 & 11 permet le calcul du temps de
recouvrement suivant les conditions d'utilisation du dispositif
et les caractéristiques du circuit.

a— Calcul dutempst  (temps de recouvrement)
Unités

Qg (uC) ty
di/dt (A/ ps) e

b — Calcul du courant maximum
fors du recouvrement

di
| AV 2Qg =
RM RGt

Nota — 1 Lors de fonctionnement a di/dt inverse élevé, la
diode peut étre détruite par les surtensions générées par son
propre recouvrement. |l est coriseillé de disposer alors en
paralléle sur la diode un circuit RC de protection.

2 Enfonctionnement a haute fréquence, la puis-
sance dissipée en inverse dans la diode (due a la charge recou-
verte OR doit étre telle que la température de jonction reste

inférieure & la valeur specifige (t, ;) = 125°C max) tenant
compte de la Rth jonction boitier = 0,12° C/W.

t, (us) T 1ir|verse

s (A)

Fig. 1 — Courant moyen redressé en fonc-

tion de la température boitier (montage 280

monophasg).
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|
ofA)
Fig. 2 — Courant moyen redressé en fonc-
tion de la température ambiante pour le 280
couple de serrage mini spécifié, avec
différents convecteurs. 240
Résistance thermique des convecteurs : 200 S NTNED
TVF100 R, =0,16°C/W -
(ventilé 5 m/s) \~ N 1 coel
TNF 150 R, =0,56°C/W 120 ] \\\%\5 m/s
o O . N .
NTNFa Rth _0,25 C/W - TNF 150 — \
N~ N
40 N
|
)
[e]
0 20 40 60 80 100 120 140 tamp ¢ ©
. . . 100 W)
Fig. 3— Puissance moyenne dissipée en hexaphasé , triphasé monophasé | continu
fonction du courant moyen lo pour dif- / 7
férents montages. 350 ¥ | A
460 / | / A
/ 1/ 2 //
250 ,// A
/
7
200
A
150 LA
7
=~
100 e
.
50
FM (A) 0 50 100 150 200 250 300 350 400
lem (A) 5000
4000
- (o]
Yopiy =127 /
3000 //
/l
1000
o)
t =125%¢ ] /
\\ 4 2000 /
400 \J/
/AN
'§ L
l tva = a5e
l,’ 1000 '
400 } 900
/
80
/
_— , 700 I
/1 600
/ |
A/
0 V] 50 \Y
s
0,5 10 15 ke | 15 2 2,5 3 B b0k

Fig. 4 — Courant créte I, , en fonction

de la chute de tension V¢, (valeurs
maximales).

Fig. 5 — Courant créte 'FM a fort ni-

veau en fonction de la chute de tension

créte VF M*
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Fig. 6 — Courant de surcharge créte acci-
dentelle & t,,, ,, = 125°C (onde sinu-

o
®
soidale 50 Hz). 6000 .
o
o
e

~
5000 - S
S -
4000 ™
i S R G = 1
0 +
3000 any T
~<
2000 =8
1000
(¢] 1 t (S.
w2 2 4 68107 2 4 681 2 4 6810 2 4 6 810°
z(th)t (°crw) cggv'fﬂtggr type .
Fig. 7 — Impédance thermique transitoire 08 ]
Z(m)t en fonction du temps d’applica- o7 L TVE 100
tion de la puissance, pour la diode montée ) V =2 m/s.
sur différents convecteurs. e
Ces courbes tiennent compte de la résis- ' A
tance thermique de contact entre boitier A 7 "fTTFIaJ
et convecteur. Pour améliorer cette der- 95 , E——— .
niére, il est conseillé d'utiliser une graisse $VF_1%° ’
de contact (par exemple type SI 340 de 0.4 B oy TS
StSS ou PENETROX «A» de BURNDY. >
03 @
-
>
0,2
jonction-boitier
o ®
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— o s
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3 200
3 — ,:’ = 100 A
,//, 50 .
) » /:/1/
-~
/;’/ ﬂ/
2 @
10 >
8 ; Dl
6
i , ]
i'_inverse {A/us)
: | G

2

o,
N
o
o
[+ -]
=3
o
N
&

6 8 10



TA 30 REY

Charge recouverte Q ( HC)

Fig.9 — Charge recouverte en fonction

L . : 4
du di/dt inverse {valeurs maximales & e
tyy) =125°C.
2 400 A
"] 200 A
——
2 T 100 A
108 e 50 A
il
- Al il
4 " A ’
2 A%
10
% inverse (A/ ps)
5 t' l 1 l
1 2 4 6 8 10 2 4 6 8 102
Charge recouverte Qg {HC) )
Fig.10 — Charge recouverte en fonction
du di/dt inverse (valeurs typiques & ’
t — 70 0
(vJ) =25°C . e
6 400 A
‘ 200 A
e 100 A
- 50 A
2 S—r
E/
10
8
6
4
di* . |
gt inverse (A/ us
2 i1
1 2 4 6 8 10 2 4 6 8 102
Charge recouverte QR (UC)
Fig.11 — Charge recouverte en fonction 4
du di/dt inverse (valeurs typiques a
t = 126°C.
(vJ) 2 |
F
” 400 A
10 ?—a: = 200 A
8 / 100 A
/ — 2 A
// /-
2 7
oz =2
10 :
d%'- inverse (A/ ps)
Promotion Vente Publicité ) 5 L L1 12
1 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10



1/0/03/11-70

Promotion Vente Publicité

3 1
)



DIODES

A AVALANCHE CONTROLEE

122, rue Nollet - 75 - PARIS 17¢
LEC SEITH CONDUCTEURS  1641. : 627.87.29 - Télex : PARIS 28 580
S.A. au Capital de 24 872 100 Francs
INSEE : 28375 117 0115
R.C. Paris 69 B 4332

AVRIL 1971

1/2/01/02-71

20A

M EEEEEEEEENENNENNERENNNN N

R 4 HZ
400 V

R 8 HZ
800 V

Fréquence maximale d’utilisation : 5 kHz

définies en puissanc de surcharge accidentelle ds alanche
(cf fig. 8)

DONNEES GENERALES

Nature du semi-conducteur : Silicium
Technologie : tout diffusé

Mode de refroidissement : par conduction mode C
Boitier : DO5 normalisation CCTU : F 10

Masse : 15g

Marquage : sens de conduction sur le corps de la diode et,
n°® du type : cathode reliée électriquement au bofitier

n° du type suivi de l'indice R : anode reliée électriguement
au boftier

Couplede serrage : 3,6 mA N

VALEURS LIMITES

Températures de stockage —-55a+ 176°C
Températures maximales de
boitier en fonctionnement —553+ 150 °C

Température maximale de
jonction virtuelle en fonction-
nement

Résistance thermique jonction

tivyy =+ 150 °C

boitier (valeur maximale) R =1,1°C/W
Courant dnrect continu mammal ’
dtease = 125°C lg=215A
Courant moyen redressé

dtcase = 125 °C lo=20A
Courant direct de pointe répé-

titif 8 teaqe = 1256 °C lrkrmM =90 A
Courant direct de pointe de

surcharge accidentelle (t= 10 ms)

Atege=26°C* lrsm =260 A

Tension inverse de créte **
Tension inverse de pointe
répétitive **

Tension inverse continue **
Tension d‘avalanche (min et
max) pour Ig = 100 uA

Vewwm cf tableau

VRRM cf tableau
VR cf tableau

VR a cf tableau

* Pour des temps différents cf figure 7
** Valeurs égales

\ 6pans 17 surplats
(1428 UNF 2A ou@M6)

RRZZZZzzzzzzrrn rondelle DE 7

(LT ) '%2sunrF28

TYPES R4 HZ R6HZ R 8 HZ
VaRwM
VRAM 400 600 800
R
(V)
VRa min 450 720 950
VR A max 750 1000 1400
(V)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Chute de tension directe de
créte pour lgy =70 A
et teage = 26 °C VEm <13V

Courant inverse pour Vg spécifié

3 tease = 150 °C Ig <5mA

La conformité des valeurs limites des caractéristiques électriques
fait I'objet d'un contrdle de qualité avec NP et NQA spécifiés.



2 1/2/01/02-71

To (AT

Fig. 1: =4 :\
Courant moyen redressé en fonction

de la température du boitier

10

b — = -] — 3 — = == — = —

Fig. 2 :
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‘ Fig. 5 : tease (°C)
Corrélation entre la puissance / A\
e y. 125
moyenne dissipée et les températures 20 5
‘ maximales admissibles (tcase €t tambp) '26 E;
en fonction des différentes résistances o N \
P () < o—1130
thermiques totales des convecteurs K3 ‘6‘% 3
. ex : pour | = 20 A (angle de conduc- & Y E
tion = 180°) tymp = 50 °C avec un A 135
convecteur de Ry, = 3,6 °C/W v \
(type CAg4) 10 . \
‘ \ \ L
® “ N
o,
0 tamb (°C) 150
0 10 201, (A} 50 100 150
. Z(th)t (% de Rn J/B)
Fig. 6 :
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@ . X 350
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122, rue Noliet - 75 - PARIS 17°

SHEC SENN CONDUCTEINS 141. : 627.87.29 - Télex : PARIS 28 580
S.A. au Capital de 24 872 100 Francs
INSEE : 28375117 01156

R.C. Paris 69 B 4332

DIODES A AVALANCHE
CONTROLEE

AVRIL 1971

1/2/04/02-71
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R43 HZ a R83 HZ

400V a 800V

Fréquence maximale d’utilisation : 5 kHz

Définies en uissance de surcharge accidentelle dans I'valane
(cf fig, 8)

DONNEES GENERALES

Nature du semi-conducteur : Silicium
Technologie : tout diffusé

Mode de refroidissement : par conduction mode C
Boitier : DO 5 normalisation CCTU : F 10

Masse : 16 g

Marquage : sens de conduction sur le corps de la diode

n°® du type : cathode reliée électriquement au bofitier

n°® du type suivi de l'indice R : anode reliée électriquement
au boftier.

Couple de serrage : 35 mA N

VALEURS LIMITES

Températures de stockage
Températures maximales de
boitier en fonctionnement
Température maximale de
jonction virtuelle en fonctionne-
ment ; t(VJ)=+ 150 °C
Résistance thermique jonction

—553+175°C

—b664+150°C

boftier (valeur maximale) Rin = 1°C/W
Courant direct continu maximal

3 tcage = 100 °C  lp=39A
Courant moyen redressé

3 tease = 100 °C lo ="35A
Courant direct de pointe répé-

titif & tegse = 100 °C lerMm =120 A
Courant direct de pointe de

surcharge accidentelle (t= 10 ms)

Atcase =26°C * : lpgm =500 A

Tension inverse de créte **
Tension inverse de pointe
répétitive **

Tension inverse continue **

Tension d'avalanche (min et
max) pour Ig = 100 A

Vrwwm cf tableau

VRRM cf tableau
VR cf tableau
VRa cf tableau

* Pour des temps différents cf figure 7
** Valeurs égales

6pans 17 surplats
(V4”28 UNF 2A ou@M6)

RZ2222zzrrzzzs rondelle DE 7

D wmuwez

TYPES R43 HZ R 63 HZ R 83 HZ
VeRwMm
V(‘/FF“ M 400 600 800
(V)
VR A min 450 720 950
VR A max 750 1000 1400
(V)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :
Chute de tension directe de
créte pour lgpm = 110 A et
teaga =26 °C VEmM<1bV

Courant inverse pour VR spécifié
atease = 150 °C . lg <BbmA

La conformité des valeurs limites des caractéristiques électriques
fait I'objet d’un contrdle de qualité avec NP et NQA spécifiés.
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S.A. au Capital de 24 872 100 Francs
INSEE : 28375 117 0115

122, rue Nollet - 75 - PARIS 17° AVRIL 1971
SHEC SEITH CONDUCTEURS 141. : 627.87.29 - Télex : PARIS 28 580
R.C. Paris 69 B 4332 3/0/02/12-70

THYRISTORS 35A .« 30 Aeff

ooooooooooooooooﬁoﬁcooc

TS 035
TS 435

TS 835

TS 135
TS 635 TS 635
TS 935 TS 1035

TS 12356 -

TS 235 TS 3356
TS 735

TS 1135

04202

. 105 maxi

CARACTERISTIQUES GENERALES
Technologie : siticium diffusé allié
Refroidissement par conduction.

Couples de serrage : 35 m AN mini -3,8 m A N maxi

Boftier : TO 48 78 T Bvsune
2A
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Température ambiante de
stockage : —40°Ca+150°C
Température de jonction
virtuelle en fonctionnement : —40°Ca+125°C
Résistance thermique jonction , S s
boitier (valeur maximale) : 15°C/W ‘
VALEURS LIMITES D'UTILISATION at, . =125'C
Courant efficace a i'état (vi)
passant (pour tous les angles
de conduction) i lreri==35A
Courant de pointe répétitif
a I'état passant . ltrm =180 A
Courant non répétitif de sur-
charge accidentelle a I'état Valeur de la constante |12 t pour t
passant ¢ lysm (10ms) =250 A <10 ms : 300 A?s
SYM- TS| TS |TS|TS|{TS|{ TS| TS| TS| TS| TS TS TS TS
TYPES UNITES
BOLES|035 {135 |235 {335 (435 | 535 |635 | 735|835 | 935 1035 | 1135 | 1235
Tension de
créte al'état | Vpwm
bloqué
= 50 | 100 {200 | 300 {400 {500 {600 {700|800| 900 | 1000 { 1100 | 1200 Y
Tension inver-
se de créte VRwWM
Tension inver-
se de pointe VRsm | 75 |150 |300 | 400 |500 |600 |700 (800|900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 \%

non répétitive

CARACTERISTIQUES DE GACHETTE (valeurs maximales)

Puissance Pg = 2 W Tension directe de pointe VFgm= 10V
Courant direct de pointe [rgm = 2 A Tension inverse de pointe VRgm= b5V
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES a t(vj) - 25° C sauf spécification contraire
VALEURS ‘
DESIGNATION CONDITIONS DE MESURES | SYMBOLES UNITES
min. typ max .
courant de gachette Valim =6 V
d‘amorcage RC=6% chy 80 mA .
durée impulsion 220 us
Tension d'amorgage Valim =6V tvy)=25°C 15 3 » ‘
par la gachette RC=68 vy =125°C Mchs 02
Courant de Va”m =12¥ .
maintien gachette déconnectée In 20 mA
Tension de créte ltm (10 ms) =70 A v .
a |'état passant ™ 22 v
Courant de créte a .
I'état bloqué = Vv -V lom
DWM = VRWM =
courant inverse de = 6 mA ‘
créte tivy) = 125 °C IAm
Temps d’amorgage IT=10A .
par la gachette Ig=02A tgt 5 Ms
dig/dt= 0,2 Alus .
Temps de désamorcage | I+ =10 A
par commutation VR=75V 1ty =125°C
du circuit 1q 100 .
Vp =0,6 Vpwm (gachette us
déconnectée)
o 20 V/us .
dt a
Rampe linéaire .
Vitesse critique mesure 3 0,6 Vpwm dv 50
de croissance de la tivy) = 125°C dt V/us
tension & |'état gachette déconnectée .
blogué *
Vitesse critique de f =560 Hz .
croissance du Impulsion, demi-onde
courant a I'état Largeur 6,3 us Q_ 20 Alus
passant Générateur de gachette dt ‘
20V, 20, r<0,1 s,

Pour des valeurs de dv/dt garanties entre 50 et 500 V/us, nous consulter.
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. Fig. 8 : o = 180° o tease (°C)
Corrélation entre la puissance > VRN AN S DY)
maximale dissipée et les tempé- 40 o = 90° N >(‘N“ \
ratures maximales admissibles Sl -
. {tease €t tamp) en fonction des o =30° / 0y
différentes résistances thermiques 30 / \,
totales des convecteurs (convecteur ‘< 80
et contact). \ \
o y .
Exemple |, = 20 A (180°) avec 20 7 \\
convecteur Ryp, globale = 1 °C/W )\ ¥ \ 100
& donne tease = 70 °C €t tamp = 33 °C / \\
10 10
N
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~)
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: . 3 TTT !
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Z(th)¢ du dispositif seul ou monté = CAs | TT]
sur convecteur., » (V =5 m/s)
. Nota : dans le cas de montage sur 2 >
convecteur, il a été tenu compte de >
la résistance thermique boftier- S Ll _|
. convecteur. Pour améliorer cette JenEHaR-baftisr
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une graisse de contact (par exemple i
type S| 340 de SISS).
& :
—P/
§ Ve I
10 10 1 10 102 103 104
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DONNEES GENE

Nature du semi-conducteur : Silicium

100 v

TK 1

Technologie : diffusée alliée

Mode de refroidissement : par conduction (mode C)

Boftier : TO49
Masse : 100 g

Marquage : n° du type

Couples de serrage 12 mAN mini, 15 mAN maxi

VALEURS LIMITES

Températures de stockage

Températures maximales de
boitier en fonctionnement

Température maximale de

[ T
RALES

bornage de4
|| Hgess
1600 V pe épaisseur35:%
N 15 max .
13 _EII_ “:"
B s
£ 8
-
Ny
B
N~
s -
H S .
SIEs w1z
H I gle
- -
i
'L‘ @ maxi 85
=
LI.Il
= &
— 405+ 150°C 6pans de 27splats 2 é
L B | Y
— 404+ 125°C 9 o
=
3]

jonction virtueile en fonctionne-

ment

Résistance thermique jonction

boitier (valeur maximale)

atyyy)=125°C:

Courant efficace & I'état passant

(pour tous les angles de conduc-

tion)

Courant moyen a |'état passant
(circuit monophasé et angle de

conduction 180°)

Courant de pointe répétitif a

|'état passant

Courant non répétitif de sur-

charge accidentelle & I'état

passant (10 ms)

tivyy=+125 °C

Ryp = 0,65 °C/W

9 maxi

ITesf =55 A
Valeur de la constante |, t pour t
<10 ms

lo =35A Tension directe de créte max a
I'état blogué

lTrm =330 A Tension inverse de créte max
a I'état blogqué
Tension inverse de pointe

lTgm = 700 A non répétitive max

aM12
Rondelle DE 12
m Ecrou Hm M 12

. 2500 A?s
VDWM = cf tableau
Vrwm = cf tableau

Vrgm = cf tableau

— T™ | TK |TK |tk [Tk | TK | Tk [ Tk | TK T | Tk | otk ] Tk | vk | TK | TK
1 2 |3 |a|5 |6 |7 |8 9 10 1 12 13 14 15 16
Vowm
VRWM 100 { 200 [ 300 {400 | 500 [ 600 | 700 {800 1 900 {1000 [ 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600
(V)
VRsm
150 | 300 {400 {500 [ 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 [ 1100 | 1200 | 1300 | 1400 { 1500 | 1600 | 1700
(V)
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CARACTERISTIQUES DE GACHETTE :

Puissance de pointe de gachette

Courant direct de pointe de gachette |ggpm = 3A
Tension directe de pointe de gachette Vegy = 10V
Tension inverse de pointe de gachette Vegm =5V

Puissance moyenne de gachette

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES a t(vj) - 25°C

sauf spécification contraire

20V,20,tr <0,1 us

VALEUR
DESIGNATION CONDITIONS DE MESURE SYMBOLE UNITE
min typ max
Courant de gachette Valim =6V
d’amorgage RC=6% IgT 60 125 mA
durée d'impulsion > 20 us
Tension d'amorcage Valim =6V
par la gachette RC=6% VeT 1.8 3 Y
Tension de non amorgage Valim =6V
par la gachette RC=6% VGNT 0,2 \Y
tvy) = 126°C
Courant de maintien Valim = 12V In 50 mA
gachette déconnectée
Tension de créte a Itm (10 ms) = 100 A
I"état passant Vim 2 \
Courant de créte & |'état Vowm =V RWM lom mA
bloqué = courant = 10
inverse de créte tvy) =125°C Iam
Temps d’amorgage It =60 A
par la gachette Ig=1A 9t 5 us
dig
Temps de désamorgage IT=100 A
par commutation du VR = 150V 1q 150 us
circuit diR
% = 30 Alus
Vp = 0,6 Vbwm
& 20V
at = Hs
tvy) = 125°C  gachette
déconnectée
Vitesse critique de Rampe linéaire mesurée a 0,6
croissance de la tension VbwMm dv
4 I"état bloqué * tiyvy) = 125°C dt 50 08 Vigs
gachette déconnectée
Vitesse critique de Impulsion demi-onde largeur
croissance de courant 6,3us f=50HZ di
a |'état passant Générateur de gachette dt 50 Alps

* pour des valeurs de dv/dt garanties entre 50 et 500 V/us, nous consulter.
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My Nelf

IH (tvy) ) 10
Iy (t(vy) =125 °C) 8 NG
Fig. 1 :
Variation relative du courant de 8
maintien Iy en fonction de la ™~
température de jonction virtuelle imi
4 e n. limite max.
Yva) - ~ NN
valeur typique \<
-~ \\
\
\.\ ~ \
2 S
limite min. ™ — =
N\ AN
\\\\
1
-50 -25 0 25 50 75 100 125
t(vJ) (OC)
Fig. 2 :
d o 600
Courant non répétitif de surcharge NG
accidentelle & I'état passant pour N
tovy) = 125 °C (50 Hz).
Ny
400
Ty
TN
g
200 P —]
0
102 2 5 10 2 5 1 2 5 10!
t(s)
lggm (A) 5§
Fig. 3: N
Caractéristiques de gachette
Nota : pour les modes de fonc-
tionnement & di/dt élevé il est 3
conseillé dimposer Ig =1 A A\
avec dig/dt =1 A/us. \
1 ~
P=1W ~~—
—
. l
0 2 4 6 8 10
Vegwm (V)
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Fig. 4 :

Courant créte a I'état passant It
en fonction de la chute de tension
créte V1 (valeurs maximales).

Fig. 5 :

Courant créte & I'état passant lym
a fort niveau en fonction de la
chute de tension créte Vyum.

Itm (A)
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vy = 125 °C
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M —

/ t(vy) = 25 °C
Y )
/
J
7
’/
1 2 Vm (V)
t(vy) = 125 °C
3 4 Vim (V)
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5 Aeff

Fig. 6 :

Corrélation entre la puissance
maximale dissipée et les
températures maximales admissibles
{tcase €t tamp) en fonction des
différentes résistances thermiques
totales des convecteurs (convecteur
et contact).

exemple : o = 30 A (90°) avec
convecteur Ry, globale = 0,4 °C/W

donne teae= 92 °C pour tymp = 72 °C.

Fig. 7 :

Puissance maximale dissipée en
fonction du courant moyen |,
pour différents angles de
conduction (montage monophasé
50 Hz).

Fig. 8 :

Courant moyen redressé 1, en
fonction de la température de
boitier pour différents angles
de conduction (montage
monophasé 50 Hz).

P (W) tease (°C)
85
60 o = 180°
o = 90°
AN o5
40 o= 30°— l
oo\‘N \
° N
\ )
1 a 4/ 3 ;).°c’ \ 105
/ [ -
20
V J oo ns
40' o(‘,\“
** 0P
A
0 : | ” 125
0 10 20 30 1, (A) 25 50 75 100 125
tamb (OC)
P (W)
100 ' l
continu
80 5 v
| ,§ N P
o NV 7 4
_‘_ o & 7, ¢ /
60 8 @?F v >
1S A
“ Y.
i/
7777 N\~
20 / / o ]
360°
0 [
0 10 20 30 40 50 60 70
Io (A)
1o (A)
60 -
continu
\\.
40 o= 180° \‘\
o= 120°
o = 90° NN\
o= 60° N\
20 -
a = 30° N\
0
0 25 50 75 100 125
teage (°C)
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Promotion Vente Publicité

. @
P (W) .
Fig. 9 : 100 ;
. . N O
Puissance maximale dissipée en S T
i A ®
fonction du courant moyen |q S 7 A
pour différentes largeurs d'onde 80 A ‘% /
de courant rectangulaire {fréquence ° ,39_% /)
50 Hz). LV d ()
S 7. plyd
60 3 ’_/‘<‘o° S 77
//(b b/ ;////
N } y/
40 'l // .
/. 7 i
20 / 7 360° ‘
0 ®
0 10 20 30 40 50 60 70
Io (A)
Fig. 10 :
Courant moyen redressé |5 en
. . 60 -
fonction de la température de continu
boitier pour différentes largeurs l \\ .
d'impulsions rectangulaires — S
(fréquence 50 Hz). B — 24d \\
40 8 = 180° N\ ®
- NN
g =120 \\
= 90°
eI N ®
g = 60 NN\
20 B8 = 30° Y
\\ N\
o]
o) 25 50 75 100 125 .
tcase (°C)
Z(th) (°Crw) .
Fig. 11 : T T T7
1.4 convecteur
Impédance thermique transitoire Lot ]
Z(th)t du dispositif seul ou monté 13 KNF 232 ‘
sur convecteur. ' >
Nota : dans le cas de montage sur s
convecteur, il a été tenu compte 1 // .
de la résistance thermique boitier- 7
convecteur. Pour améliorer cette 0.8
derniére, il est conseillé d'utiliser Va
une graisse de contact (par exemple 0.6 > jonction-boitier 1 ‘
type Sl 340 de SISS ou pour les
convecteurs en alliage d'aluminium 5.
PENETROX "A" de BURNDY). ‘ ‘
02
o’
o L1 = ®
oo 0.1 1 10 100 1000 10000
t (s)
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TK 1160
1600 V
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DONNEES GENERALES

Nature du semi-conducteur : Silicium

Technologie : diffusée alliée

Mode de refroidissement : par conduction (mode C)
Boitier : TO 49

Masse ;: 100 g O maxi 85
Marquage : n° du type ‘
Couples de serrage 12 mAN mini, 15 mAN maxi

oS ovesIsRR I IVE PRI/

VALEURS LIMITES Bpans da2Taplets
¥y N
Températures de stockage : —403+150°C Jd =
Températures maximales de : - =
boftier en fonctionnement . —40a+125°C 2
Température maximale de o LM;

jonction virtuelle en fonctionne-

Rondelle DE 12 ="

ment D vy =+1125°C ‘ mgw
Résistance thermique jonction .

boitier (valeur maximale) : Ry = 0,36 °C/W
atiyy)=126°C:

Courant efficace a I'état passant
{pour tous les angles de

conduction) D lrett=110A Valeur de la constante 15 t pour

Courant moyen a |'état passant 1< 10 ms : 7000 A?%s

(circuit monophasé et angle de Tension directe de créte max 3

conduction 189 ) o : lo=70A I'état bloqué © Vpwwm cf tableau
Courant de pointe répeétitif a Tension inverse de créte max a

I'itat passant © ITRm =560 A I'état bloqué : Vewwm cf tableau
Courant non répétitif de sur- Tension inverse de pointe non

charge accidentelle a I'état répétitive max : VRsm cf tableau

passant {10 ms) : ltsm = 1200 A

TK | TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK

TYPES | 170|120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 180 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160
VpwM
Verwm | 100 | 200 | 300 400 | 500 600 | 700 800 | 900 | 1000 1100112001 1300 | 1400 | 1500 | 1600
(V)

V(RVS)M 150 [ 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 {1100 | 1200 {1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700
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CARACTERISTIQUES DE GACHETTE (valeurs maximales)

Puissance de pointe de gachette Pgm = HBW
Courant direct de pointe de gachette lrgm = 3 A
Tension directe de pointe de gachette VEgm = 10V
Tension inverse de pointe de gachette VRgm = 5V
Puissance moyenne de gachette Pa = 2W

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES a t(vj) - 25° C sauf spécification contraire

VALEUR
DESIGNATION CONDITIONS DE MESURE [SYMBOLE UNITE
min type max
Courant de gachette Vatim =6V
d’amorcage RC=6% IgT 60 125 mA
durée d'impulsion > 20 us
Tension d'amorcage Valim =6V
par la gachette RC=6% Vot 15 3 Vv
Tension de non amorgage Valim =6V
par la gachette RC=6% VGNT 0,2 \%
tivy) =126°C
Courant de maintien Valim =12V ™ 50 mA
gachette déconnectée
Tension de créte a ITm (10 ms) = 200 A VTM 1,70 2 Vv
|'état passant
Courant de créte a |'état VowMm = VRwM lom 10 mA
bloqué = courant =
inverse de créte tyvy) = 125°C IRMm
Temps d'amorcage I+ =50A
par la gachette Ic=1A tgt 5 us
dig
Temps de désamorcage I+ =100 A
par commutation du Vg =150V tq 150 MS
circuit di
’ SR — 30 Alus
dt
Vp =0,6 Vpwm
dv
dt 20 Vs gachette
t(vJ) = 125°C déconnectée
Vitesse critique de Rampe linéaire mesurée 3 0,6
croissance de la tension VbwMm dv 50 100 V/us
a I'état bloqué * tivy) =125 °C dt
gachette déconnectée
Vitesse critique de Impulsion demi-onde largeur
croissance de courant 6,3us f=50Hz di 50 Alus
a I'état bloqué * Générateur de gachette dt
20V-208 -tr 0,1 us

* pour des valeurs de dv/dt garanties entre 50 et 1000 V/us, nous consulter.
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110 Aeft

Fig. 1 :
Variation relative du courant de

maintien {4 en fonction de la
température de jonction virtuelle

vy

Fig. 2 :

Courant non répétitif de surcharge
accidentelle a |'état passant pour
tvy) =125 °C (50 Hz)

Fig..3 :
Caractéristiques de gachette

Nota : pour les modes de fonction-
nement a di/dt élevé, il est conseillé
d’'imposer Ig 2 1 A avec dig/dt
=1 Alus

Ih (ty )
Iy (t(vy) =125 °C)
~
8 N
6
NG
~
4 \\ N
~N \ limite'max
-~ NS
\\ = ~ \/
™~ )
’\ \\ valeur typique
A / h N~
limite min N — ~
— " ~]
1 tvy) (°c)
-50 -25 0 25 50 75 100 125
lTSM (A)
1000
N
—
~
500
—
0 - t{s)
001 002 004 006 0] ‘02 04 06 2 6 10
—
5
4
3 \
2 \
\\
P =5W
: N CM
Ay T |
0 5
(0] 2 4 6 8 10
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Ivm (A)
Fig. 4 : 300
Courant créte a |'état passant ITm
en fonction de la chute de tension
créte VT, (valeurs maximales)
200 /

t(vy) =125 ’C[

Ty
\\q\

100 s
/

0 Vm (V)
06 1 2

ITm (A)
Fig. 5 : e
Courant créte a I'état passant |Tm
a fort niveau en fonction de la chute
de tension créte V1

1000 =

800 =

)
600 /
t(V.‘J) =125°C
400

200 1

100 Vm (V)
1.5 2 2,5 3 3.5 4
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Fig. 6 :

Corrélation entre la puissance
maximale dissipée et les températures
maximales admissibles (tcase €t
tampb) en fonction des différentes
résistances thermiques totales des
convecteurs (convecteur et contact)
exemple : 15 = 70 A (180°) avec
convecteur Ry, globale = 0,20 °C/W
donne tease = 82 °C pour

tamb = 57

Fig. 7 :

Puissance maximale dissipée en
fonction du courant moyen 14

pour différents angles de conduction,
(montage monophasé 50 Hz)

Fig. 8 :

Courant moyen redressé |, en
fonction de la température de
boftier pour différents angles

de conduction

(montage monophasé 50 Hz)
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o= 180° //
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—oc A Sl L/
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VAV .V 9.8 4
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0 / 777 (\ (\_
yAV// /M
/ [*4
360°
| { |
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0 50 100 150
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100 AN
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50 a=90 NGO
a=60° \ \
o= 30° N\
SN\
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6
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. ) ;
Fig. 9 : . o 155 | ! B=240°
Puissance maximale dissipée en &= 180°—/ Yy
fonction du courant moyen 1, | o /| continu ‘
pour différentes largeurs d'onde =120/ 4 X
de courant rectangulaire B =090° Y/, /
(fréquence 50 Hz) 100 =6 S/ AL L ‘
s L AL
) AL
J )/ ‘
// '/ ,///
V[ ] "L
/7 | o
360°
| | I (A)
0 o
0 50 100 150 ‘
I (A) ’
Fig. 10 :
Courant moyen redressé |, en
fonqtion de la température de continu "
boitier pour différentes largeurs
d'impulsions rectangulaires 100
(fruence 50 Hz) 'B= 2400'
B =180° O\ .
§ $ =\ \
B=120° —
o NN
50 ﬁ = 60° .
B=30°
0 tcase {°c
o} 25 50 75 100 125
Z(th)t (°C/W)
Fig. 1 : o
s e i 1.4
Impédance thermique transitoire
Z(th)t du dispositif seul -ou monté ;
sur convecteur, 12 '
Nota : dans le cas de montage sur 1 -— ;oh? ;e;;e;r
convecteur, il a été tenu compte de ] "
la résistance thermique boitier- 08 '
convecteur. Pour améliorer cette v
derniére, il est conseillé d'utiliser D& /'
une graisse de contact (par exemple ' .
type S! 340 de SISS ou pour les A
convecteurs en alliage d’aluminium 0.4 —— -
tion-boit
PENETROX “A” de BURNDY) > Jenston-boitier
02 - @
0 tis)
Promotion Vente Publicité 0,01 0.1 1 10 100 1000 10000 .
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2N 1911
100 V

2N 1916
400 V

DONNEES GENERALES
Nature du semi-conducteur : Silicium

Technologie : diffusée alliée

Mode de refroidissement : par conduction (mode C)
Boitier : TO 49

Masse : 100 g

Marquage : n° du type

Couples de serrage 12 mAN mini, 15 MAN maxi -

VALEURS LIMITES

Températures de stockage —403+ 150°C
Températures limites de boitier
en fonctionnement —4045+ 125°C

Température maximale de

jonction virtuelle en fonctionne-

ment : Ywgy=+126°C
Résistance thermique jonction
boitier (valeur maximale)
atyy)=125°C:

Courant efficace a I'état passant
(pour tous les angles de

Rtn = 0,35 °C/W

conduction) ITefs =110 A
Courant moyen 3 |'état passant

(circuit monophasé et angle de

conduction 180°) lo=70A
Courant de pointe répétitif a

I'état passant ItTRm =550 A
Courant non répétitif de sur-

charge accidentelle a |’état

passant (10 ms) : ltsm =1200 A
Valeur de la constante |2 t pour

t<10ms . 2500 A?s

TYPES (2N 1911 |2N 1912 [2N 1913 |2N 1914 |2N 1915 |2N 1916

Vbowm
VrRwm| 100 150 200 250 300 400
(V)

V?VS)M 150 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500

@655
T 6paisseur35:%:

Vmaxi |

O maxi 85

_L M1
Rondelle DE 12
m Ecrou HmM12

Tension directe de créte max a
I'état bloqué

Tension inverse de créte max a
I'état bloqué

Tension inverse de pointe non
répétitive max

Vpwwm cf tableau
Vrwm cf tableau

Vgrsm cf tableau

CARACTERISTIQUES DE GACHETTE

Puissance de pointe de gachette PgMm = bW

Courant direct de pointe de gachette lfgm = 3A
Tension directe de pointe de gachette VEgm = 10V
Tension inverse de pointe de gachette VRgm = 5BV
Puissance moyenne de gachette Pg = 2W
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES a t(vj) - 25° C sauf spécification contraire

VALEUR
DESIGNATION CONDITIONS DE MESURE |SYMBOLE UNITE
min Typ max
Courant de gachette Valim =6V
d’amorcage RC=6% lcT 50 70 mA
durée d'impulsion > 20 us
Tension d’amorgage Valim =6V
par la gachette RC=6% VeT 15 3 Y
Tension de non amorgage Valim=6V
par la gachette RC=68 VGNT 0.2 v
tvy) =126 °C
Courant de maintien Valim=12V IH mA
gachette déconnectée 50
Tension de créte & fTm (10 ms) = 200 A VTm 1.7 2 \Y,
I’état passant
Courant de créte § |'état VowMm = VRWM lom
bloqué = courant inverse = 6 mA
de créte tvy) =125°C lRm
Temps d'amorgage IT=50A
par la gachette Ig=1A ot 5 us
dig
- = 1 Alus
Temps de désamorcage IT =100 A
par commutation du VR =150V
circuit dig
o Al ta 150 s
Vp = 0,6 Vpwm
¥ 20 Vius
at " gachette
tivy) =125°C déconnectée
~ Vitesse critique de Rampe linéaire mesurée 3 0,6
' croissance de la tension Vowm dv 50 100 V/us
a I'état blogqué tivy),=125°C dt
gachette déconnectée
Vitesse critigue de Impulsion demi-onde largeur
croissance de courant 63us f=50Hz 9_ 50 Alus
3 I'état passant Générateur de gachette dt
20V-202-tr<0,1 us
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Fig.'1 :
Variation relative du courant de

maintien |4 en fonction de la
température de jonction virtuelle

tivy)

Fig. 2 :

Courant non répétitif de surcharge
accidentelle & I'état passant pour
tivy) = 125 °C (50 Hz)

Fig. 3 :
Caractéristiques de gachette

Nota : pour les modes de fonction-
nement & di/dt élevé, il est conseillé
d'imposer Ig = 1 A avec dig/dt
=1 Alus

I (tvay)

1H (tvy) = 1256 °C)
10

N

6

N

valeur typique

Q\ "
\\\ ~ ‘
I~

/

L \ limite max
I~
\
/
limitemin |~

[ —

t(vJ) (°c)

-50 -25 0 25 50 75 100 125

Itsm (A)

1000 N\

500

0 . tis)
0,01 002 004 006 0, 02 04 06 1 2 4 6 10

Irgm (A)

\ Pom=5W
1 \‘_\
W P ——

P=1
\
] Vegm (V)
o J
0 2 4 6 8 10
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ITm (A) ‘
Fig. 4 : 300
Courant créte a I'état passant ITm
en fonction de la chute de tension .
créte V1 (valeurs maximales)
200 ./ /
. ®
tvJ) 12\5\ c / /
v /[ @
[\
/ tvy) =25 °C '
100 ,‘
/ / |
II y
N, ®
/ I/ *
5 4// Vrm (V)
06 1 2 .
lTM (A) .
Fig. 5 : e
Courant créte a I'état passant I ‘
3 fort niveau en fonction de la chute
de tension créte V1 .
1000 = .
V.
800 1/
600 / '
tvy) = 125°C &
400
200 1 ‘
100 Vm (V)
15 2 2,5 3 35 4 .
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Fig. 6 :

Corrélation entre la puissance
maximale dissipée et les températures
maximales admissibles (tegse et tamb)
en fonction des différentes résistances
thermiques totales des convecteurs
(convecteur et contact)

exemple : 1o = 70 A (180°) avec
convecteur Ry globale = 0,20 °C/W
donne tease = 82 °C pour

tamp = 57 °C

Fig. 7 :

Puissance maximale dissipée en
fonction du courant moyen I
pour différents angles de
conduction

(montage monophasé 50 Hz)

Fig. 8 :

Courant moyen redressé |, en
fonction de la température de
boftier pour différents angles

de conduction

(montage monophasé 50 Hz)
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T
continu
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50 7
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0= 120/ A
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2 / 7
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a=30° l /
Vi / /
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[/ Y/ 2/
0 777 ANEAN
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360°
|1 | |
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0 50 100 150
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a=180° N
o= 120° NN\
o= 90° \\\
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a=60° \
o= 30° NN
S S— ~
—
o |
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tease (°C)
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Fig. 9 : - B= 2’400 //contmu
Puissance maximale dissipée en = 1507/ 7
fonction du courant moyen | L V4 .
pour différentes largeurs d'onde f=120 ,/ 4
de courant rectangulaire B=90°l/ 4 /| /
{fréquence 50 Hz) 1ol b=6Tg LS A .
B=30° [ L/
y L/
VVAV/ 4/
VAV Y/ S/ @
/ y //'
50 /|
L 1l
e
JEL o
360
| | | 1o (A)
0 o
0 50 100 150 ‘
Io (A)
Fig. 10 : .
Courant moyen redressé |, en
fonction de la température de continu
boitier pour différentes largeurs ’
d'impulsions rectangulaires 100 B = 240°
(fréquence 50 Hz) —
B = 180°
—_— — .
B=120°
= 90°
50 B=e60° .
B=30°
0 tcase (OC)
(o} 25 50 75 100 125 ‘
Z(th)e (°C/W)
Fig. 11 :
’ | - 4 ®
Impédance thermique transitoire
Z{(tnh)t du dispositif seul ou monté 1%
sur convecteur, : .
convecteur
Nota : dans le cas de montage sur 1 = KNE 232
convecteur, il a été tenu compte de >
la résistance thermique boftier- 08 L~ ‘
convecteur, Pour améliorer cette d
derniére, il est conseillé d'utiliser 0.6 /|
une graisse de contact (par exemple ' A
type SI 340 de SISS ou pour les LA .
convecteurs en alliage d'aluminium 04 jonction-boitier
PENETROX A" de BURNDY) »
o
0 - t (s}
Promotion Vente Publicité 0,01 0.1 1 10 100 1000 10000 ‘



THYRISTORS

4

122, rue Nollet - 75 - PARIS 17¢
Tél. : 627.87.29 - Télex : PARIS 28 580

S.A. au Capital de 24 872 100 Francs

INSEE : 283 75 117 0115

R.C. Paris 69 B 4332

AVRIL 1971

3/0/12/2-71

140 Aeft

TK 1401
100 V

DONNEES GENERALES

TK 1416

Nature du semi conducteur : Silicium

Technologie : diffusée alli¢e

Mode de refroidissement : par conduction {mode C)

Boftier : TO 49
Masse : 100 g
Marguage : n© du type

Couple de serrage 12 m A N min. 15 m A max.

VALEURS LIMITES

Températures de stockage
Températures maximales de
boftier en fonctionnement
Température maximale de
jonction virtuelle en fonc-
tionnement

Résistance thermique jonction
boftier (valeur maximale)

—40a + 1500C

—40a+ 1250C

tvy) =+1250C

R¢nh = 0,30 °C/W

9 maxi

——

bornage de4

¢ 6505 \
T &paisseur 3520

Y 1 15max

ming

rowsd
7

ronm0s
150*%

@ maxi 85

R4

" P,
— P ros
v

My

6 pans de 27splats

7

| 22maxi

,.
d

I 18:05

31 7max

a oM12
Rondelle DE 12_E=2—"]

Ecrou Hm M 12

B

Courant non répétitif de surcharge

N accidentelle & |'état passant (10ms). | = 1400 A
o tyy) m 12550 Valeur de la constante 12 t pour t b
Courant efficace a !'état passant 21p 2
(pour tous les angles de <10 ms : 10.000 A®s
conduction) |_|_eff =140 A Tension directe de créte max.
(Cc_)urapt moyenhé sgétat pafsagt a |'état bloqué VDWM cf tableau
circuit monophasé et angle de Tension inverse de créte max.
conduction 1800) lo=90A a I'état bloqué Vawm  cf tableau
Courant de pointe répétitif Tension inverse de pointe non
'état passant ltgm =650 A répétitive max. Vrsm  cf tableau
TYPES TK TK TK TK TK TK TK | TK | TK | TK TK | TK| TK | TK | TK| TK
1401 11402 {1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 (1410 | 1411] 1412| 1413 1414 1415} 1416
Vowm
VRwM 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 {1000 }1100 {1200 | 1300 | 1400| 1500 1600
(V)
\%
RS 150 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 {1000 |1100 {1200 | 1300|1400 {1500 | 1600|1700
(V)
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CARACTERISTIQUES DE GACHETTE

Puissance de pointe de gachette, Pom = 5B W
Courant direct de pointe de gachette legm = 3 A
Tension directe de pointe de gachette VF GM = 10 V
Tension inverse de pointe de gachette Vegm = © \%
Puissance moyenne de gachette Ps = W

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES a t,,,,= 25°C sauf spécification contraire

Valeur
Désignation Conditions de Mesures Symbole Unité
min typ max
Courant de gachette Valiim =6V
d'amorcage RC =6 Q lGT 60 125 mA
durée d'impulsion > 20 s
Tension d’amorgage Vaim =
Gag alim 6V VGT 15 3 Vv
par la gachette Re =68
Tension de non amorcage Vaiim =6 Vt(vy) =125°C | VenT | 0,2 \Y
par la gachette Re =68
Courant de maintien Valim =12V |
H 50 mA
gachette déconnectée
Tension de créte & ITm (10 ms) = 300 A VTm 1,7 2 v
I'état passant
COurant de Créte a I’état VDWM = VRWM IDM
bloqué = courant inverse s 10 mA.
de créte tyj) =128 0C bkt
Temps d'amorgage ly = 60A
par la gachette Ilc = 1mA g 5 us
dig= 1 A/us
dt
Temps de désamorgage I+ = 100 A
par commutation du Vg= 160V
circuit d
d—t'R =—30 Alus 150 us
VD = 0,6 VDWM
dv __
dt <0 Vige gachette
t(vj)=125 ©C déconnectée
Vitesse critique de croissance Rampe linéaire mesurée a
de la tension a I'état 0.6 Vowm dv
. = \%
bloqué * t) = 125 OC a | % 10 L
gachette déconnectée
Vitesse critique de croissance Impulsion demi onde largeur
de courant & I'état passant 63 us f=50H;- di 50 Alus
Générateur de gachette dt
20V-20Q2-1,<0,1us

* pour des valeurs dv/dt garanties entre 50 et 1000 V/us nous consulter.
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. IH (t(vy)
I it(vJ) = 1260C)
. Fig. 1 — Variation relative du cou- 10 N
rant de maintien IH en fonction de 8
s N\
la température de jonction t(v).
6
. S N
p ~ - N
‘ ~\\ \
N~ limite max
- 3
\ ~ J
. \\ N~ < \ '
2 N, _. valeur typique
\\ N
<
Himite min ‘/ \\ ~
& B
N
1 t(vJ) {°c)
‘ -50 -25 0 25 50 75 100 125
Fig. 2 — Courant non répétitif de lrsm (A)
surcharge accidentellea|’état passant 1400
urt =1250C (60 Hz).
‘ pourtivy) € 1200 |\ C
.
. 1000
Py
800 =
.
5 600
.
~N
‘ 400 ~—
200
o °
001 002 004 006 O1 02 04 06 1 2 4 6 tls)
1 (A)
Fig. 3 — Fam s
‘ Caractéristiques de gachette
Nota : pour les modes de fonction-
nement a di/dt élevé il est conseillé 4
d'imposer | = :
. G/1AavechS->1A/us
’ N
2 \
N
% \ PoM =5 W
! P=1W —
@ Veam V
o VEGM
[ 2 4 6 8 10
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Fig. 4 — Courant créte a |'état
passant ITM en fonction de la chute

de tension créte VTM (valeurs
maximales).

Fig. 5 — Courant créte a |'état
passant ITpm & fort niveau en
fonction de la chute de tension
créte VTM-

300

200

100

2000

1000

800

600

400

200

Itm (A)
[
/
/
/
/
1
/1
/
t(vJ) =125°C /
[' t(vy) = 26°C
]
!
L
/
/
Wl
M
1]
06 1 2
ITm (A)
”’4—'
/
/ t(vJ) = 125°C
4
//
/
15 2 25 3 35 4

Vim (V)

VTm (V)

® © © & ¢ ¢ ¢ © © © © © ¢ © ¢ o ¢ ©° ¢ o o 9
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Fig. 6 — Corrélation entre la puis-
sance maximale dissipée et les
températures maximales admissibles
(tcase et tamb) en fonction des
différentes résistances thermiques
totales des convecteurs (convecteur
et contact).

exemple : lp = 75 A (180°) avec
convecteur Rt globale = 0,2° C/W
Aonnetcase=910C pour tamp=68°C

Fig. 7 —Puissance maximaledissipée
en tonction du courant moyen lg
pour différents anglesdeconduction.

(montage monophasé 50 Hz)

Fig. 8 — Courant moyen redressé lg
en fonction de la température de
boitier pour différents angles de
conduction.

{montage monophasé 50 Hz).

P (W) tcase (°C)
150 = ™ [
= 18 2
NENEAC
o = 900 \ A
. 2\
?6\ \ S
100 a = 300 / \ \?% . P
/ i \ 105
50 / \
/ N ns
o (A)
0 - 125
0 25 50 75 25 50 75 100 tamp (©C)
P (W)
200 I /
continu
150 o = 180° J/
o =1200 /
o =90°| /)
o =600 /' //
100 o = 30° //,/
/ Y /S
IS
.V
/ g \
,
e o
o i 150
) 50 100 Io (A)
1o (A)
150 -
continu
N\
N
T o =180°
—
o = 120° \\
@ = 900 \\
50 = =80, R0
o =300 \\
tease (°C)
0 25 50 75 100 125
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6
P W)
Fig.9 — 200 T .
Puissance maximale dissipée en B = 2400
fonction du courant moyen 1, 3 7 =
pour différentes largeurs d’ondes = 180° ontinu
de courant rectangulaire. (fré- 150 =120°0] ¢ ,/ .
quence 50 Hz). B =900 Va -
B =600_/ ,/ W
aAve'eY. v ()
100 B=317 ¥, A
NS
YAV /. - '
/, 1/ 7
50 ~
IR ®
360° lo (A)
0 50 100 150 .
lo (A) ®
Fig. 10- Courant moyen redressé g 150 Eanting
en fonction de la température de
boitier pour différentes largeurs \\ ‘
d'impulsions rectangulaires. B = 2400 AN
{fréquence 50 Hz) 5 —1800 N\
100 ' N .
61200 N
— \\ \
B=900 AN
B=600 NN \\ ®
SN
N ®
tcase (OC)‘
0 25 50 75 100 125
Z(th)t (© C/W) ‘
'Fig. 11— Impédance thermique tran-
sitoire Z{th)t du dispositif seul ou .
monté sur convecteur.
Nota : dans le cas de montage sur
convecteur, il a été tenu compte de convech | |
la résistance thermique boitier- Kr:l: 238;”_ .
- 1 L
convecteur. Pour améliorer cette
derniére, il est conseillé d'utiliser
une graisse de contact (par exemple 08
type SI 340 de SISS ou pour les .
convecteurs en alliage d'aluminium 06
PENETROX A’ du BURNDY).
04 ®
ot jonction boltier
ant o
t(s)
102 2 4610' 2 461 2 4610' 2 4681022 4610° 2 46



AVRIL 1971

122, rue Nollet - 75 - PARIS 17°
Tél. : 627.87.29 - Télex : PARIS 28 380

S.A. au Capital de 24 872 100 Francs
INSEE : 28375117 0115

R.C. Paris 69 B 4332 3/0/05/1-71

i

THYRISTORS 235 Aes

TT 210 —-TT 220 - TT 230 — TT 240
TT 250 — TT 260 — TT 270 — TT 280
TT 290 -TT 2100 - TT 2110 - TT 2120
TT 2130 —-TT 2140 - TT 2150 — TT 2160

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Technologie : silicium diffusé allié
Refroidissement par conduction

Couples de serrage : 30 mAN mini - 35 mAN maxi
Bottier : voir figure

CARACTERISTIQUES THERMIQUES :

Températures ambiantes de
stockage

Température de jonction vir-
tuelle en fonctionnement

Résistance thermique jonction-.
boftier (valeur maximale) 0,20 °C/W

VALEURS LIMITES D’UTILISATION a t(yj) = 125°C

Courant efficace a |'état passant
{pour tous les angles de conduc-

B15 maxi

Ganage Blanc |
D38maxi |

—40°Ca+150°C

—40°Ca+125°C

6 pans de 42 spl

® © 0606000600000 0000 0 0 60 0 o000

tion) |Teff =235 A
Courant de pointe répétitif a
I'état passant ITrm = 1000 A
Courant non répétitif de sur-
charge accidentelle  |'état Valeur de la constante 12 t pour
passant ITsm (10 ms) = 3200 A t< 10 ms 50 000 A?%s
TYPES SYM- |[TT|TT|TT|{TT|{TT|TT|TT|({TIT|TT|TT|TT{TIT|{TT|TT|TT|TT Unités
BOLES| 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 { 290 |2100{2110{2120{2130|2140/2150{2160
Tension de
créte a I'état |y
bloqué DRV
= 100 | 200 | 300 | 400 { 500 600 | 700 | 800 | 900 |1000{1100{1200}1300|1400(1500|1600| V
Tension in-
verse de créte| VRwm
Tension inver-
se de pointe | VRgm [ 150 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 [1000{1100|1200 (1300{1400|1500{1600|1700( V
non répétitive
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CARACTERISTIQUES DE GACHETTE (valeurs maximales)

Puissance Pg = 10 W

Courant direct de pointe lrgm =5 A
Tension directe de pointe Vegm = 10V
Tension inverse de pointe Vggm = 5V

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES a t

= 25° C sauf spécification contraire

(vi)
- VALEURS
DESIGNATION CONDITIONS DE MESURES BSOLE-S UNITES
min typ max
Courant de gachette Vaiim =6V
d'amorcage RC=6Q IGT 500 mA
durée impulsion > 20 us
Tension d'amorcage Valim =6V tivy =256°C Yeor O LT Y
par la gachette RC=68Q  tvy=125°C 0.2
Courant de maintien Valim = 1? V] " 50 mA
gachette déconnectée
Tension de créte
= 1.7
A" Anit passant ITm (10 ms) = 450 A VTM 1,50 ,70 Y,
Courant de créte 3 Vowm = VRwM Ipm
I'état bloqué = courant = 25 mA
inverse de créte tvy) = 125°C IRM
Temps d’amorcage ;T = 50 A lg=1A S
par la gachette TItG =1A/us gt 5 #
IT=100 A
Vg =150V tvy)=125°C|
Temps de désamorcage dlg _
par commutation du d_t—'so Alps Iq 150 ps
i it =
m— ;/8 06 Vowwm (gachette
= 20 V/us déconnectée)
Vitesse critique Rampe linéaire
de croissance de la mesurée.d 0,6 VDwm dVv
: ok \
tension & |'état bloqué* tivy) = 125 °C dt « o /“S
gachette déconnectée
Vitesse critique de f=50Hz
croissance du courant Impulsion, demi-onde
a I'état passant largeur 6,3 us di 50 A/ Ms
Générateur de gachette dt
20V, 20 Q,tr<0;1 us

* Pour des valeurs de dV/dt garanties entre 50 et 1000 V/us nous consulter.
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1 tva)
IH Yvy = 125 °C

10
N
Fig. 1: 8 &
Variation relative du courant de s
maintien 1y en fonction de la N
température de jonction virtuelle Ny
1 )
(VJ) 4 ~C \ .
| — limite max
N~ N
T — -
N — N
l\\ ‘\ '\
2 S ™ valeur typique
limite min | \\ -
\
0
-50 -25 0 25 50 75 100 125
t(vy) (°c)
lrsm (A)
Fig. 2 :
Courant non répétitif de surcharge 3000
accidentelle & I'état passant pour
tvyy =125°C (50 Hz).
‘\‘
2000
Ty
~
T
~—
1000
0
0,01 0,02 0,04 0,1 0,2 04 046 1 2 4 6 810
. t(s)
lgT™ (A)
" 5
Fig. 3:
Caractéristiques de gachette.
4
Nota : pour les modes de fonction-
nement a di élevé il est conseillé
dt ' N
3
d'imposer Ig =1 A / \
avec.d'_G =1 Alus / zone d'amorgage certain
dt 2
\P‘= 10W
d’amorgage possible
zone de non amorgage —
0 4 6 8 10
VeT™m (V)
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4
Im (A) .
Fig. 4 :
Courant créte & I'état passant ITm
en fonction de la chute de tension 700 ‘
créte V1 (valeurs maximales).
600 .
500
4 O
400 / /
tv. =126 °Cx | / .
300 /
/ [ o
).
/ /
200 o
/ /‘k tvy) =25 °C
100 // 7
/
TN @
o /
1 1,5 2
Vom (V) ‘
ltm (A) ‘
Fig. 5 :
Courant créte a |'état passant |Tpm .
3 fort niveau en fonction de la
chute de tension créte V1 4000
// Vg '
t(vg) =25 °C ’///
2000 \5”//‘ &
0
‘/ NN tivy) =126 °c
1000 .
/
°°° o
600 f
/ &
Vrm (V)
15 2 25 3 3,5 4 .
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P (W)
Fig.6: 300 .
Puissance maximale dissipée en o L& /
fonction du courant moyen L _ P 7 /| continu
redressé |, pour différents angles _ S 7,y A
de conduction - o B L v,
(montage monophasé 50 Hz) SR/ d/ /
RAVY.VY.8.
poy.Vd
L
0 7 77577
// ¥ (\—
o Q
te]
o %60 Io (A)
0 100 200 300
lo (A}
Fig. 7 :
Courant moyen redressé 14 en St N
fonction de la température de \
boftier pour différents angles de 200 AN
conduction {montage monophasé N
50 Hz). = 180° N\
N
T o N N
a=120 N \
o = 90° \\\
100 o = 60° =~ \\\
a = 30° NN
0 l tcase (°C)
0 25 50 75 100 125
P (W)
Fig. 8 : 0,;6\ RO tease (°C)
Corrélation entre la puissance o = 180° 7 //0‘ //Q‘ ,(://
maximale dissipée et les températures =1 5 - T & Uol 80
maximales admissibles o = 90° / \ ;
{tcase €t tambiante) €N fonction a0 y —
des différentes résistances thermiques / N 90
totales des convecteurs o = 30° \
(convecteur et contact). T N —
exemple : 1o = 125 A (180°) avec // /
convecteur Ry globale = 0,1 °C/W 100 / N
donne teage = 88 °C pour / * N 1o
tamb = 71 °C. ' \
120
0 C tamp (°C)
0 50 100 150 1o (A) 25 50 75 100 125
P (W) 1 T
Fig. 9 : 300 B = 2a0° continu
Puissance maximale dissipée en o—LA
fonction du courant moyen redressé B =180 p.d
lo pour différentes largeurs d'onde B=120° P/l
de courant rectangulaire (fréquence B = 90° 127V
50 Hz). NN
B = 60' /7
B= 30°- 7
///
100 7,
4 L
B
o ,  %e0° Io (A)
0 100 200 300
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- o
Fig. 10: i l
Courant moyen rgdressé g en prrT— .
fonction de la température de 7 I
boitier pour différentes largeurs y
d'impulsions rectangulaires (fré- 200 B = 240° x
quence 50 Hz). B = 180° NN '
i } \
B=120°_fB=g90° N
. N @
100 = NN
B=30°—ﬁ=-6°°—' ‘
o ®
0 25 50 75 100 125
tcase (°C) .
Z(th)t (°cmw)
Fig. 11 : 07 'cclu;vectéurs Ytype ] '
Impédance thermique transitoire ¢ | 1]
Z(th) t du dispositif seul ou monté NTNF,
sur convecteur. 0.6 . ] ‘
12
Nota : dans le cas de montage sur 0.5 P
convecteur, il a été tenu compte de ! // TVF (V=5m/s)
la résistance thermtque boitier- P _H
convecteur. Pour améliorer cette 04 # -~ ‘
derniére, il est conseillé d’utiliser
une graisse de contact (par exemple 03
type S| 340 de SISSou pour les v r— =3 ‘
convecteurs en alliage d'aluminium 02 Jonction-boitier
PENETROX "“A" de BURNDY).
Qe [ [
(o]
0.01 0.1 1 10 100 1000 10000
t(s) '
R¢h convecteur-ambiante (°C/W) ‘
Fig. 12:: 1
Résistance thermique du convecteur .
TVF 100 en ventilation forcée en \
fonction de la vitesse d'air. 08
06 "N
o ®
= ®
0.2 e —
\
o &
0 1 2 3 4 5
Promotion Vente Publicité V (m/s) .
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THYRISTORS 315 Aeff TT 315

TT310-TT 320-TT 330- TT 340

TT350- TT360-TT 370- TT 380
TT390-TT 3100-TT 3110-TT 3120
TT 3130 - TT 3140-TT 3150 - TT 3160

CARACTERISTIQUES GENERALES

Technologie : silicium diffusé allié

Refroidissement par conduction

Couples de serrage : 30 mAN mini-35 m A N maxi
Boitier : voir figure

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Température ambiante de stockage : —40°C a + 150°C

Température de jonction virtuelle

en fonctionnement . —40°C a + 125°C

Résistance thermique jonction-

boitier :0,14°C/W (valeur § pans de 42 yp!
maximale)

VALEURS LIMITES D'UTILISATION a t,=125°C

Courant efficace & |'état passant (pour tous les angles de
conduction) : ltets = 315A

Courant de pointe répétitif

a I'état passant : '1\RM =1200 A

Courant non répétitif de surcharge accidentelle a |'état
passant : 'TSM = 4000 A

(10ms)
Valeur de la constante 1%t pour t <10ms : 80.000 AZs

Tension de cré-

te a |'état VDWM

bloqué 100| 200 300|400} 500 |600| 700 | 800| 9001000 {1100]1200 /13001400 (500 [1600 |V
Tension inverse -

de créte VRWM

Tension inverse
de pointe non VRSM 150| 300| 400|500} 600|700| 800 | 900|1000{1100{1200|1300{1400{1500]1600}1700|V

répétitive

® © © 6 © 06/ 0 0 06 06 0 06 0 © 06 0 © 0o 0 0 0 o
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CARACTERISTIQUES DE GACHETTE (valeurs maximales)

Puissance PG = 10W
Courant direct de pointe : |

Tension directe de pointe : V
Tension inverse de pointe : Y,

=bA
10V

5V

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES a t, ;= 25°C sauf spécification contraire

Valeurs
Désignation Conditions de Mesures Symboles Unités
min typ max
Courant de gachette Va”m =6V
- d’amorgage RC =60 - 500 mA
durée impulsion > 20 ps
Tension d’amorgage Vaim =6V vy =25°C 15 3
par la gachette RC =6Q tivy) = 125°C VGT 02 Y,
Cograpt de valim =12V |H 50 mA
meintien gachette déconnectée
Tension de créte lrpm (10 ms) = 600 A vV 1,40 1,60 v
a I'état passant ™
Courant decréte a vV =V I mA
M
I'état bloque = DWM - TRWM e 25
Courant inverse de créte tvy) = 126°C IRM
Temps d'amorgage lt = 50 A
par la gachette -
g = 1A tgt 5 MS
diG/dt =1A/ups
Temps de désamorqage IT =100 A
par commutation — — (o]
du circuit V-R 180 A t(yy=125°C
daR/dt = —30 A/ us tq 150 us
VD = 0,6 VDWM (gachette
déconnectée
dv/dt = 20V/u s
Vitesse critique Rampe linéaire
de croissance de |a tension mesure a 0,6 Vy\wm dv 50 100 Vius
a I'état bloqué * tryJ) = 125 °C dt -
ga chette déconnectée
Vitesse critique de F =60 Hz
croissance du courant Impulsion, demi-onde
a I'état passant largeur 6,3 us di 50 Alups
Générateur de gachette dt
20v,20Q tr < 0,1 us

*

consulter le fabricant.

pour les valeurs de dv/dt garanties entre 50 et 1000 V/ ps
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TH t(vy)
lyt(vy) =125 °c
Fig.1 — Variation relative du courant 10
de maintien I, en fonction de la tem- g
. . N
pérature de jonction virtuelle t(y j). 7 N
6 \\
s o \\ limite max
) f N \\ /
valeur typique \\ N
3
o~ ~
J I~ ~
limite min \\\ ~N \\‘
2
\ \
T — ~
\ \
. I~ ‘\
I~ .
t(vy)(°C)
I = =

-50 -25 0 25 50 75 100 125
ITsm (A)
Fig.2 — Courant non répétitif de sur- 4000
charge accidentelle a I'état passant N
t(vy) = 125 °C (50 Hz). 3500 AN
3000
2500
2000 \\
\‘
1500 ™~
™
1000 : 1
500
(o] t{s)
1072 2 4 6 81071 2 4 6 81 2 4 6 810
lgTm (A)
Fig.3 — Caractéristiques de gachette 5
Puissance créte maximum admissible
) 4
Nota : pour les modes de fonctionne- \
ment & di/dt élevé, il est conseillé
d.lmposer IG > 1 Aavec . \
dig/dt »>1 A/ps. \
zone d’amorgage certain \ ~PG: now
g 2
Pg & 10V \\
" l~ max = 5 A -
m =
dt G max zone d’amorgage possible
zone de non amorgage
—— ‘" o VgTtm (VI
g4 0 2 4 6 8 10




3/0/01/11-70

Vrm (V)
IJ

ITm (A)
700 ' ‘
YvJ) =126°C l
N\ |
600
500 I "R\
/ tyy) = 25°C
400 l "
1
l /
300
I
I
200
[
100 i
0
1 1,5 2

Fig.4 — Courant créte a |'état passant
Irm en fonction de la chute de tension

créte VTM (valeurs maximales).

Fig. 6- Corrélation entre la puissance
maximale dissipée et les températures

maximales admissibles (tcase et tamb)

en fonction des différentes résistances
thermiques totales des convecteurs
(convecteur et contact).

Exemple : b = 150 A (180°) avec

_ 090
convecteur R, globale™ 0,2%c/w

donne t ., =970C pour t, . =57°C
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Fig. 5 : — Courant créte a I'état pas-
sant I.rM a fort niveau en fonction de la

chute de tension créte VTM.
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Fig. 7 :Puissance maximale dissipée 400
en fonction du courant moyen redressé
I, pour différents angles de conduction 350

(montage monophasé 50Hz). 300 a=180°

A continu

250

200 a=60°
— O
- a =30 /////
e

i et

0 40 80 120 160 200 240 280 15 (A)

® ¢ 6 o o o
\
\\\

1_(A)

[

. Fig. 8 :Courant moyen redressé | oen T
280

fonction de la température du boitier \ continu
pour différents angles de conduction AN
. {montage monophasé 50Hz). 240

o = 180°

200
o :l‘l 200 \

160

I
o = 907

120 o = 60° \

« =30°
80

40

0 20 40 60 80 100 120 140 teqee (°C)

P (W)

Fig. 9: Puissance maximale dissipée 400 15
‘ en fonction du courant moyen redres- p =240 7
sé |, pour différentes largeurs d’onde 3590

gg l_c{(;;:rant rectanguiaire. (fréguence —-— B = 120°

250
p=60°_|LAN
® - /’//’/ i

. s
150 VDS
/'//’ ~| ’_I_
100 /Z 3

®
. 50
@

continu

Il
8
°
\
\

pov]

il

8

[}
NN ®
AR

0 40 80 120 160 200 240 280 |, (A)



30011170 @
6
lo (A) ®
Fig.10- Courant moyen redressé Ioen T AN
fonction de la température de boitier 240 B = 240° N
pour différentes largeurs d’ impulsions i - =\ continu ‘
rectangulaires (50Hz). 200 B = 180° LY
l A
180 - o
B =120 A\\N '
140 L NN
B =‘90° = 60°
120 t X .
B =30°
) @
40
0 tcase (°
0 20 40 60 80 100 120 140 c.
o
Z(th)t( C/W)
Fig. 11 : tmpédance thermique transi- .
toire Z(,(h)t du dispositif seul ou mon- 07
té sur convecteur.
Nota : dans le cas de montage sur con- 0.6 convecteurs type .
vecteur, il a été tenu compte de la résis- NTNFa
tance thermigque boitier-convecteur. 0,5
Pour améliorer cette derniére, il est con- . ‘
seillé d’utiliser une graisse de contact 04 e I\\//_' ;?2/3)__
(par exemple type S| 340 de SISS ou A n
PENETROX «A» de BURNDY). A |
- ®
V.
A
02 k- -
’ jonction boitier
i
o ®
-
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Fig. 12 : Résistance thermique du convec 5 '
teur TVF 100 en ventilation forcée en
fonction de la vitesse d'air.
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THYRISTORS RAPIDES 35 A et 35 \eft

®© 06 060 © 06 06 006 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o0 0

. TSO035F TS135F TS235F TS335F

TS435F TS535F TS635F TS735F
TS 835F

(indice A ou B voir note page 2)

CARACTERISTIQUES GENERALES :
Technologie : silicium diffusé allié
Refroidissement par conduction

Couples de serrage : 3,5 m A N mini-3,8 m A N maxi
Boitier : T048

CARACTERISTIQUES THERMIQUES :

Température ambiante de stockage : —40° C a+ 150° C
Température de jonction vir-

tuel'e en fonctionnement : —40°Ca+125°C
Résistance thermique jonction
bofitier (valeur maximale) : 15°C/W

VALEURS LIMITES D'UTILISATION a t i)~ 125°C

Courant efficace & |'état passant (pour tous les angles de
conduction) : ITeff =35 A

Courant de pointe répétitif a 1'état passant (voir fig. 1)

Courant non répétitif de surcharge accidentelle a I'état

passant : : lrgm (10 ms) =250 A
Valeur de la constante : © 12t pour t < 10 ms : 300 A2%s
. TS TS TS TS TS TS TS TS TS =
THRES Symboles | o365 | 135F | 235F | 335F | 436F | 6535F | 635F | 735F | a3sF | UNité
Tension de
créte a |'état VowMm
bloqué = 50 100 200 300 400 500 600 700 800 \"/

Tension inverse
de créte: VRwM

Tension inverse
de pointe

non répétitive VRsMm 75 160 300 400 500 600 700 800 900 '

CARACTERISTIQUES DE GACHETTE (valeurs maximales)

Puissance Pg = 2 W (voir fig. 10)
Courant direct de pointe lrgm =2 A
Tension directe de pointe Vegm = 10V
Tension inverse de pointe VRgm =5V



passant

Générateur de gachette
20V,208,tr<0,1 us

* Note : Un thyristor de tension VowM = VRwM = 600 V sera désigné
TS 635 FA sitg<20us
TS 635 FB sitq<40us

** Note : pour les valeurs de dv garanties entre 100 et 500 V/us, nous consulter

2 3/3/05/12-70 o
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES a t(vj) - 25° C sauf spécification contraire .
VALEURS .
CONDITIONS YM-
DESIGNATION B?)LES UNITES
DE MESURES min. typ. max ’
Courant de gachette Valim =6V
d'amorgage RC =6 icT 180 mA .
durée impulsion > 20 us
Tension d’amorcage Vatim =6V tpyjy=25°C 15 3 \% ‘
par la gachette RC=6Qt(yy=125°C | VoT
02
Courant de Vaiim =12V ’
A
maintien gachette déconnectée W 70 m
Tension de créte Itm (10 ms) =70 A .
a I"état passant VTm 24 Y
Courant de créte a VpwmMm = VRWM Ipm
I'état bloqué = = 6 mA
courant inverse de créte tryy = 128 "C IRM .
Temps d'amorgage It =50A
par la gachette Ic=05A tgt 5 us .
dig/dt =1 Alus
T =10A .
Temps de désamorcage VR =75V tyvy) =125°C A=15 A=20
par commutation di _ _ t 5
du circuit * dt = 30 Adps a H .
Vp =0,6 Vpwm
gachette déconnectée B =30 B=40
& 200 V/us .
dt — #
Vitesse critique Rampe linéaire .
de c.r0|ssance de la mesure 4 0,6 Vpwm av 100 200 Vs
tension a |'état tivy) =125 °C dt
bloqué »» gachette déconnectée ‘
Vitesse critique de F=50 Hz
croissance du Impulsion, demi-onde .
courant a |'état Largeur 6,3 us %l’ 100 Als




35 Aeff

VR de référence =— 50 V
vy = 125 °C

® 33051270
Courant eréte I\ (A) -
. Fig. 1: 4000
Courant créte a |'état passant maxi- -
mum admissible ITm en fonction de 2000
. la durée T de I'impulsion (demi-
sinusoide) et de la fréquence de ré-
pétition. 1000
. IT™m F =50
Fen Hz
‘ SN ~‘~\ }F= 500 NN
200
T N \\\
1 71 F =2ooo\ NN
. T=F 100 F = 5000~
1 N
b F=1
Conditions de mesure : 60 ! 00.0
1000
. a) tease =60°C 1 2 4 6 10 20 40 60 100 200 .400 . 0
b) générateur de gachette 20 V, 202 , durée de I'impulsion T (us)
temps de montée <0,1 Us
' c) temps de désamorgage du circuit
15 spécifié A=20us
B=40 us
. d) dv max. du circuit : 20 V/yg Itm (A)
dt 30 | 7
. / y
Fig. 2 : 7‘7/////%
. Courant créte a I'état passant maxi- /,/A%;/// #
mum admissible [Ty en fonction de /4 //% //
la rampe initiale%g du courant de 20 . A/ /W /////
@ - t 00/
V, v,
LAINIINNY,
- 70777
‘ AN
191" &
10
Y
‘ F=2kHz
Générateur de gachette
V=20V : 0
dIG -2 1 2
z=200Q — 10?2 2 4 6 8101 2 4 6 81 2 4 6 810 2 44 6810
Ig=1A dt d—tG (A/us)
(%) Variation de tq
. Fig. 3 : 100
Variation maximum du temps de
. désamorcage tq en fonction de la -
tension inverse VR appliquée lors
de la commutation.
50 P
Nota : lavaleur Vg = — 1 V est —
’ obtenue en disposant une diode de h—
type RN 1135 en montage antipa-
rallele sur le thyristor essayé.
y Y \\
‘ 0 \\
i
1 oy
. IT=10A
dip
—t- =—30A/us -50
. e 1 2 4 6 8 10 20 40 60 80 100
t . Vg (V)
. v 9q Vp =06 Vowm Conditions :
dip
dv Ny [P
& 20V - =—30A/us
dt
t dv
— =2
& ar 20 Viks



Fig. 4 :

Variation typique du temps de désa-'

morgage tq en fonction du courant
direct | précédant la commutation,

Fig.5:

Variation relative du temps de désa-
morgage tq en fonction de la tempé-
rature de jonction.virtuelle t(v .

v Vo
=\
at

Conditions :

|T= 10A

Vp =0,6 Vpwm
VR =-75V

di

Se="30A/s

dv _
o =200 V/ps

Fig. 6 :

Variation relative du temps d'amor-

¢age tg¢ en fonction de la rampe

initiale dig du courant de gachette
dt

pourlg =2lgT

dt

{%) Variation de tg

3/3/05/12-70

50

tvJ)=125°C

o,
tgé t°C
142 125°C

20
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tgt (I =101Gg7)
Fig. 7 : .
Variation relative du temps d’amor-
cage tg¢ en fonction de I'amplitude 7
du signal de gachette, pour 6 /
dig _ Z
4 / limite max.
e
dig 7 o
G- 7
dt 7
2 o554 ///'/////////// / I
o limite min. ] TG—T (spécifié)
1 2 3 4 5 6 7 8 910 20
Iy (tevyy) 10
Iy (tvy) =125 °C) 8
Fig. 8 : \\
Variation relative du courant de 6 ] .\\ -
maintien |y en fonction de la tempé- ™ o fimite max
rature de jonction virtuelle tyy j) ™~ \\
4
b e | valeur typique
\ \
~
limite min S — ~
N
1 \\
-50 ] 50 100 25
tvJ) C
ITsm (A) 400
Fig. 9 :
Courant non répétitif de surcharge
accidentelle a I'état passant pour
t(vy) = 125 °C (50 Hz) 300 w
N
N
200
N
T
~—
100
0
0.001 0,004 0,01 002 0,02 01 0.2 0.4 06 (l ;
tis
Fig. 10 : IFem (A) 2.5 7
Caractéristiques de gachette ‘
Puissance créte maximum admissi- %
ble en fonction de la largeur TG 2 \ N
de I'impulsion de commande. T{{%
Nota : pour les modes de fonc- \ . s
tionnement a di_élevé, il est 1.5 N
conseillé d'imposer |g = 0,6 A 700, \
avec %_ﬁ =>1A/us 1 ~ N As
1 , | \\
I = ’0000 \.
< 0.5 4 e
. Pg moy.S1W U \
di mi———
Etg- lg max: =2 A }——_‘—‘——_‘
Vg max. =10V 0
0 0.5 1 15 2 25 3 3.5 4 4.5 S

L Vegm (V)
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Fig. 11 Itm (A} _ Fig. 12 ttm (A) ‘
140
400 ‘
120 -
- ®
yd
/ A
100 f
/ 4 @
1 200 / f /
& tvy) =25 °c \V// .
t(vy) = 125°C / ®
60 /
/ 125 °C
/ Yvyy =
\ 100 // .
40 /
/i
| 0 ®
/.._ Yvyy=25°C
20 /
L 60 ’
/ /
/)
0 44
05 1 2 3 4 Vrm (V) 2 25 3 35 4 45 .
Vim (V)
P (W) ‘
Fig. 13
70
60 continu .
Fig. 11 : s o = 180° /]
Courant créte a |'état passant |Tm e 90‘9‘ = 1209 pd .
en fonction de la chute de tension o = 60° 1z P
créte V1 (valeurs maximales) 40 a=30° 4 / 7
yAVE &AW
30
. pd A P ®
Fig. 12: 7 "X P
A1 20 >
Courant créte a |'état passant |Tm J VS '\_
a fort niveau en fonction de la chute 7 7oA = .
de tension créte Vom 10 4 YL
I
% 5 10 15 20 25 30 35 40 ‘
Io (A)
Io (A)
Fig. 14 40 - ®
[ continu
.y
N
Fig. 13 N ®
30
Puissance maximale dissipée en fonc-
tion du courant moyen redressé | .
pour différents angles de conduction o = 180° N .
(montage monophasé 50 Hz). s N LN
20 Q=120 s NC
o = 90° \\;3 N
Fig. 14 : g e ®
—_
Courant moyen redressé 15 en fonction o} _ 360 D
de la température du beftier pour dif- 10 e NN
férents angles de conduction (montage s S .
monophasé 50 Hz).
I
% - 20 40 60 80 100 120 140 1,0 (°C) .
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PS Fig. 15 : P W) o = 180° Loase (°c)
Corrélation entre la puissance maxi- . \/Inth = 6 °cmw
male dissipée et les températures - = 90 ] L 65
maximales admissibles (tcase €t i Reh =1°C/W
. tamb) en fonction des différentes o = 30° -
résistances thermiques totales des I
convecteurs (convecteur et contact) 30 x .5
. Exemple : I, = 20 A (180°) avec
convecteur Ry globale = 0,1 °C/W 5
donne tea5e = 65 °C pour tamp = 25 °C 20 / * \ 5
Y \
. / — \\ 105
— 0,
10 Rn =2°C/W \\ is
. 0 . 125
0 10 20 Ig(A) 25 50 75 100 tym (°C)
® _ . P (W)
Fig. 16 : 0
Puissance maximale dissipée en fonc-
‘ tion du courant moyen redressé | 60 o _| &g ___ continu ___|
pour différentes largeurs d'onde de o & ,/'1' 7
i v 4
courant rectangulaire (fréquence 50 Hz) . L 090 GRS Z_% ,/
$ $r— % /’/“'///Z 4
0y 7 y N
“ NRVAVS S .
30 1' 1, /,/ /,1/
o VAVAYZ .7 P
50 N A ] -
,/ /A — ﬂ_—
’ 10 A ot B —
360° —
0 l ] ] ] lo (A)
. 0 5 10 15 20 25 30 35 40
I (A)
Fig. 17 : i [ [
. Courant moyen redressé |, en fonc- 35 2zl 4
tion de la température de boftier pour [ . N
différentes largeurs d’impulsion 30— 23 = 240° N
. rectangulaire (50 Hz) —m
= 180° ‘\
25 B
—— ~NE
20 — ‘\\;
® B = 90° \:\
15— B = 60° \§~ \\\
o NN
\\ —
S
5
o .
0 20 4 60 80 100 120 140 1, (°C)
. Fia. 18 3 Z(th)e {°C/IW) . ] ] T
ig. 18 :
Impédance thermique transitoire convecteur | |
Z(h)t du dispositif seul ou monté L CAs | [ ]]
. sur convecteur. 4 (V=5 m/s)
Nota : dans le cas de montage sur 2
convecteur, il a été tenu compte de la
. résistance thermique boftier-convecteur. e »
Pour améliorer cette derniére, il est jonction boitier |
conseilié d'utiliser une graisse de con- /]
' tact {par exemple type S| 340 de SISS). :
7
o -
—
0 temps (s)
. 0,01 0,1 1 10 100 1000 10000
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Charge recouverte Qg (us)
Fig. 19 : -
Charge recouverte QR en fonction de T (A)
la variation di inverse et du courant 10 =35
dt 8 = 265
direct |t précédant la commutation & = =
(valeurs typiques). 4 e = T e = 25
La plage de dispersion A Qg est de | Tt ] —
Qr (=== —
- 5 2 125°C —
50 % & + 100 %. F ===
I =
——ml
I di 1 25° ¢ [ =
dt 08 =
Yoy 0,6
t 04
2
o 2 4 6 8 10 20 40 60 100
"M

a) Calcul de t,,{temps de recouvrement)

b) Courant max Igp lors du recouvrement

2 QR di
IRM = at

Unités

QR ()
trr (M)
di

= (A/lb)
Irm (A)

Pri ion Vente Publicité

% inverse (A/Ls)
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bHAeff

ooocoooooooopooooo?ocoo

TK1F

TK 2F TK 3F TK 4F

TK5F TK 6F TK7F TK 8F

(indice A ou B voir note page 2

CARACTERISTIQUES GENERALES :
Technologie : silicium diffusé allié.

Refroidissement par conduction.

Couples de serrage : 10 m A N mini - 12 m A N maxi
Boitier : T0O49

CARACTERISTIQUES THERMIQUES :

Température ambiante de
stockage

Température de jonction vir-
tuelle en fonctionnement
Résistance thermique jonction-
boftier (valeur maximale) .

—40°Ca+ 150°C
: —40°Ca+125°C

0,60° C/W

VALEURS LIMITES D’UTILISATION a t(yj) = 125°C

Courrant efficace a |'état
passant (pour tous les angles
de conduction)

Courant de pointe répétitif a
|'état passant

Courant non répétitif de sur-
charge accidentelle a |'état

ITeff =DBDA

(voir figure 1).

bornage ded

6 pans de 27splats

-
b
@

T g ¢ 65:0,5

=
2 épaisseur3,51ﬁ|5

Fan)
<

¥ 1 15maxi
=

:—

7 mini
30 maxs

@ maxi 85

781

2maxi |

17max

—

Rondelie DE 12

3

oM12

m Ecrou HM M 12

passant (10 ms) ltsm =700 A
Valeur de la constante
12t pour t< 10 ms 2500 A% S
TYPES SYMBOLES TH, Ll ik TR L & TE 1K UNITES
1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F
Tension de créte
a |'état bloqué VowMm
= 100 200 300 400 500 600 700 800 \
Tension inverse
de créte VeRwMm
Tension inverse
de pointe non
répétitive VRsMm 150 300 400 500 600 700 800 900 Vv
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CARACTERISTIQUES DE GACHETTE (valeurs maximales)

Puissance Pg = 2 W {voir courbes figure 10)

Courant direct de pointe leEgm =5 A
Tension directe de pointe VEGm =10V
Tension inverse de pointe VRgm =5V

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES a t(vj) - 25° C sauf spécification contraire

SYM- VALEURS
DESIGNATION CONDITIONS DE MESURES UNITES
BOLES min typ max
Courant de gachette Valim =6V
d‘amorgage RC=6% IgT 100 300 mA
durée d'impulsion > 20 us
Tension d'amorgage Valim = 6V (t(vy) =25°C 15 3
par la gachette VoT "
RC =68 t(vy) =125°C 02
Courant de Vaiim =12V
maintien gachette déconnectée I 200 mA
Tension de créte fTm (10 ms) = 100 A
a |'état passant VTm 1.8 24 \
Courant de créte a VowMm = VRwWM
|'état bloqué : Ibm
courant inverse de = 10 mA
créte tvy) =125°C IRM
Temps d'amorgage It =560A
par la gachette Ig=1A tgt 5 us
dig/qr = 1 Alus
Temps de désamorcage Ir=100A
par commutation VR =150V t{yy) = 126°C A=15 | A=20
du circuit * dig
"ot 30 A/us i us
Vp = 0,6 Vpwm (gachette B=15 B =40
déconnectée)
dVv
Et— = 200 V/MS
Vitesse critique Rampe linéaire
de croissance de la mesure & 0,6 Vpwm av 100 200 Vs
tension 4 |'état t(vy) = 126 °C dt
bloqué ** gachette déconnectée
Vitesse critique de f=050Hz
croissance du Impulsion, demi-onde
courant 3 |'état Largeur 6,3 us di
passant Générateur de gachette dt e Alus
20V,20,tr<0,1us

* Un thyristor de tension VpwM = VRWM =600 V sera désigné
TK 6F A si tqg<20us
TK 6F B si tq<40us

** pour des valeurs de dv/dt garanties entre 100 et 1000 V/us, nous consulter.
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. ) lrm (A)
Fig. 1 4000
Courant créte a |'état passant
maximum admissible ITpM en
' fonction de la durée T de I'im- 2000
pulsion (demi-sinusoide) et de la F en Hz
fréquence de répétition 1000
. 800
600
™ 400 e
e e
- NUA L NLe ~ s W
R N \‘\ 7 NI ~350
0 o, %y, | NP N~
wmt— F\ - \P N NNN
. T 1 100 > =
T =— 80
E 60 T
. 10 100 1000 10000
Conditions de mesures : T (Us)
a) tcase =60 °C c) temps de désamorgage du circuit
’ b) générateur de gachette tq spécifie g‘ ffg Hs
20 V, 20 2 temps de montée < 0,1 Us =
d) dv . :
gt Max de cirucuit : 20 ds
' ITm (A)
Fig. 2 : 300
Courant créte a |'état passant
. maximum admissible Iy en
fonction de |a rampe initiale
dig
— du courant de gachette. 200
® « -
ITM ? 2
// z
® Bez=z2
%//y *Valeur moyenne
100 T
— —r ZZ
E o F=2kH g-2
= z
Générateur de gachette
. =20V . 0
zZ=20Q dig 0,01 0.1 1 10 100
Ig=1A dt dig
. a (A/us)
(%) variation de tq
@ Fig. 3:
e . 100
Variation maximum du temps de
désamorgage tq en fonction de la
. tension inverse Vg appliquée lors -
de la commutation. \‘\
Nota : la valeur Vg = — 1V est 50
. obtenue en disposant une diode
de type KA 1010 R en montage ™
antiparallele sur le thyristor oSN
. essayé.
l Y ~
di ___
- 30 A/us
» ——1 ! 2 4 6 8 10 20 40 60 80 100
Conditions Vg (V)
¥ = Vp =06V dit
. do .6 Vowm S %0
\
— = 20 V/Us
at N _ 200 vips
VR de référence =— 50 V
‘ t(vJ) = 126 °C
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4
Fig. 4 : (%) variation de tq ‘
Variation typique du temps de 40
désamorgage tg en fonction du
courant direct |y précédant la .
commutation
20
"
. &
"1
"
" @
40 [
0 20 40 60 80 100 120 140 It (A) .
Fig. 5 : !
Variation relative du temps de t—q—Lco— /‘
désamorgage tq en fonctionde ~ tad 125°C /A’/ ®
la température de jonction R ] ==
virtuelle t(y J) . e pin V'é
Y &, Vp 7 %?é .
dt
—\ t 0.5 = ? 7/’é
It \ /| A% limite max
Va = o
t
o =7
- = o
Conditions di
IT =100 A ot = — 30 A/us tevyy (°C) .
Vp =0,6 Vpbwm dv 0 L )
VR =— 150 V ot = 200 V/us 0 20 40 60 80 100 120 140
2
Fig. 6 :
. . i 2
Variation relative du tg¢ en tx (%?) 7 S .
fonction de la rampe initiale —_ /’7/ il :
dig dig _
dt du courant de gachette, pour st oo =3 et A?’ valeur typique .
g =2IlgT 77
1 = /}%' .
I limite min: ~"|
o
dt
dig
rry (A/us) .
o 1 J
0 1 2 3
Fig. 7 : 19 '
. . tge (Ig) |
Variation relative du temps e =101
' ; gt lg =10 1g7)E
d’amorgage tgt en fonction
de I'amplitude du signal de 8 .
di
gachette pour — 3 Alus Z
dt o
Z ®
L~
lg p Z +— limite max.
_ > ®
Y
dig oy v lg
-6 _ 3 s
dt o limite min. i AgT (spécifié)
0 )
1 2 4 6 8 10 20 .
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IH tva
Ig (t(VJ) =125 °C)
Fig.8: 10
Variation relative du courant de 8 0
maintien In en fonction de la % iiation wasinals
température de jonction virtuelle 6 G
tvJ) 7z A///
s .
/]
4 |__ variation typique
7/&4 I
Z /z%//
variation minimale / %
1 !\l
-50 ] 50 100 t (va) (°C)
Ivsm (A)
Fig. 9 : 800
Courant non répétitif de surcharge
accidentelle a |'état passant pour
—_ o
tivy) = 125 °C (50 Hz). - \‘\
N
N
400
T
i
» ~'\
200 u—
0
0,01 0.02 0,04 0.1 0.2 04 06 2 4 6 810
tis)
legm (A)
Fig. 10 : s
Caractéristiques de gachette. 5
Puissance créte maximum admissible b N
en fonction de la largeur T g de 4 \ . 7 ‘05
I'impulsion de commande. \% Sop | "'\
Nota : pour les modes de fonctionne- % / \ . s
ment & % élevé il est conseillé d'im- r %,
X A
poser Ig =0,6 Aavec —2> 1 ys. L > e -
dt 70 | N o
0% \\
Oss \
Te} 1 /
dig
dt 0
0 2 4 6 8 10

— Vegm (V)

2g

PG moy.<2W
Ig max =5 A
Vg max =10V
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ltm (A)
Fig. 11 :
Courant créte a |'état passant ltp en 106
fonction de la chute de tension créte
V1m (valeurs maximales).

120

/
//
100
/7
N/
80 //
t(vJ)=125°C\\y
/
/.
60 / /‘
///i
t(VJ) =25 OC
ot A
4
y. &
Sl
/
/?
/
0
1.5 2 2,5
Vrm (V)

Fig. 12 309 7
Courant créte a |'état passant lyp & / /
fort niveau en fonction de la chute 400

de tension créte V1.

300 //

/
/\ t(vy) =126 °C

200

100
90

= t(vy) = 25 °C

T~
/

80,

60 |

V1m (V)
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HHAeff

Fig. 13 ; P W) | / |
Puissance maximale dissipée en fonction L—;x“‘)
du courant moyen redressé | pour diffé- o = 180° &
rents angles de conduction (montage o = 120°
monophasé 50 Hz). | /
o= 90°/
60 = &® /; 7 /
1Y/
40 / 7 / |
/ |
/,
20
/7 360°
o L
0 10 20 30 40 50 60 70 g (A)
lo (A)
Fig. 14 :
Courant moyen redressé I en n ]
fonction de la température du boitier
pour différents angles de conduction 60 v—
{montage monophasé 50 Hz). N
50 N
) o = 180°
o = 120°
30 o — B0 N
T N
o = 30° RN
10 B N ]
0
0 25 50 75 100 125 (oc)
i r —
Fig. 15 : P (W) [ teass 7€)
Correlation entre la puissance coenting
. b / P — Py 60
maximale dissipée et les températures 100 4 % %
maximales admissibles (tcase €t tamb) N, N
en fonction des différentes résistances o = 180° o9 70
thermiques totales des convecteurs 80 V4 <V \SL % 76
(convecteur et contact). o = 90° / N N\ 2 80
Exemple : |, = 25 A (90°) avec &0 ~7 - \L
convecteur Ry, globale = 0,4 °C/W — ARO A \‘ 90
< & = 30 Q&
donne tga5e = 86 °C pour tamp = 65 °C. oCF | \
/ / o N A\
40 V Y ) AN 100
/ o |
/ Z— > \\ no
20 PO //0‘
1 120
0
0 10 20 30 40 50 60 0 25 50 75 100 125
A I (A) tamp (°C)
Fig. 16 :
. , . 140
Puissance maximale dissipée en
fonction du courant moyen e
redressé | pour différentes largeurs 28 s
d‘onde de courant rectangulaire S jq?‘ /"‘ 2
L AY, 7
{fréquence 50 Hz). 100 090 7 \'9‘1 ,/I'Q) L
v
80 s 8 <7 -8 A )d
B C R
60 %" A ‘7
7 Z '/
- [ A %
" 2
20
Pt
(o} -
0 10 20 30 40 50 60 70 iy (A)
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a) Calcul de ty, (temps.de recouvrement)

b) Courant max. IRy lors du recouvrement

Iamaz| [29R 2
dt unités :

8
1o (A)
Fig. 17 : ‘
Courant moyen redressé |g en fonction e
de la température de boitier pour dif-
férentes largeurs d’impulsion rectan- 50 .
gulaire (fréquence 50 Hz). -
50 N
o o
N\
30 # é — N
i @
N \ e
10 N ]l @
0 25 50 75 100 125 ®
tcase = (OC)
Z(th) 1 (°C/W)
Fig. 18 : . [ ®
Impédance thermique Z(p) ¢ du dispo- |
sitif seul ou monté sur convecteur. T ‘
convecteur
KNF 232 | ‘
. /!
Ces courbes tiennent compte de la 1 >
résisitance thermique de contact 7
entre boitier et convecteur. Pour ,/ ‘
améliorer cette derniere, il est Pd
conseillé d'utiliser une graisse de p.
contact (par exemple type S| 340 b T jonction boitier - .
de SISS ou pour les convecteurs en '
alliage d'aluminium PENETROX A"
de BURNDY.
" o
0
0,01 0. 10 100 1000 10000
t(s) .
Charge recouverte Qg (uc)
Fig. 19 : 40 .
Charge recouverte Qg en fonction
] di I+ =200 A -
de la variation —z inverse et du courant 20
. dt _ 1
direct IT précédant la commutation - 7 i~ '
(valeurs typiques). 10 et -
: . Q 3
La plage de dispersion R et =T o
. QR 6 il = 'T =50 A A ‘
de — 50 % a + 100 %. 4 “
+ T
= 5 tvy) =125°C — AT
2
. Pss o
1 e
/7——_-> t t(vi= 25 (I. .
QR 06 T } C
IRM 1 2 6 8 10 20 40 60 80 100
QR (Mc) .
t, (us)
di
(A/uss)
. @

1} inverse (A/Ms)
dt
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THYRISTORS RAPIDES 110 aett HMLCH BN

TK110F TK 120F
TK130F TK140F TK 150 F
TK160F TK 180 F TK 190 F TK 1100F
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CARACTERISTIQUES GENERALES

Technologie : silicium diffusé allié

Refroidissement par conduction

Couples de serrage : 12 m A N mini - 15 mA N maxi
Boitier : voir figure

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

74/,

— Y

i
s
N
s
N
3
3
N
N
8
3
3
N
N
N
N
i
E
3
§
N

Température ambiante de stockage : — 40°C & + 150°C
Température de jonction virtuetle ‘
en fonctionnement . —40°Ca + 125°C '
Résistance thermique jonction-
boitier . 0,40°C/W (valeur
maximale)
VALEURS LIMITES D'UTILISATION a tvi=125°C
Courant efficace a !'état passant {(pour tous les angles de con- o oMm120
duction) : lp ¢ =110 A Rondell o sm—
Courant de pointe répétitif a I'état passant : (voir fig.1) [IBQ&HLM‘2

Courant non répétitif de surcharge accidentelle & I'état pas-
sant : lTSM {10ms) ~ 1200 A

Valeur de la constante 1%t pour t <10ms : 7000 AZs

oooooo“aoooooooorooo?oooo

Tension de créte
" A I'état bloqué \

100 | 200 300 | 400 | 500 [ 600 { 700 | 800 | 900 { 1000 \

Tension inverse
de créte \Y

Tension inverse de
pointe non répéti-

tive Vasm 150 | 300 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 [ 1100 \%




* Note : Un thyristor de tension Vowm= Vewm= 600 V sera désigné :

TK 160 FA i tq < 20 ps

TK160FB st g 40 us

** pour les valeurs de dv/dt garanties entre 100 et 1000V/ us
nous consulter

) 3011170 @
CARACTERISTIQUES DE GACHETTE (valeurs maximales) ‘
Puissance PG = 2 W (voir courbes fig.10) .
Courant direct de pointe 'FGM =bA
Tension directe de pointe : VFGM =10V .
Tension inverse de pointe : VHG M= 5V
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES a t, ;= 25°C sauf spécification contraire ®
Valeurs .
Désignation Conditions de Mesures Symboles Unité
min. typ. max. .
A Vi =6V
Courant de gachette alim
d’amorgage RC =6Q L 100 300 mA
Durée impulsion > 20 ps .
Tension d'amorcage Vaim = 8V Yy 25°C v 15 3 Vv
par la gachette RC - 80 t(yJ) 125°C GT 0.2 ’
Courant de maintien Valim =12V ly 200 mA
Gachette déconnectée .
Tension de créte lypm (10ms) = 200 A Vv
a |'état passant ™ 16 2,0 Y .
Courant de créte a |'état Vv =V |
bloqué = BN e 24 10| mA [
Courant inverse de créte tyy 125°C kg
Temps d‘amorgage it =50A .
par la gachette g = 1A te 5 us
dig/dt = 1A/ us
Temps de désamorgage ;=100 A ‘
par commutation dl{ circuit * V= 150V Yy, = 1259¢C A=15| A=20 us
dig /dt = — 30 A/ s t, ®
Vp = 06Vpym
dv/dt = 200 V/pus B=30 | B=40 us
gichette déconnectée '
Vitesse critique Rampe linéaire
de croissance de la tension mesure a 0,6 VDWM dv/dt 100 200 V/ Hs
a |'état bloqué ** t(VJ) =125°C .
gachette déconnectée
Vitesse critique F =50 Hz ‘
de croissance du courant Impulsion demi-onde
a I'état passant - largeur 6,3 us di/dt . 100 A/ Hs
Générateur de gichette
20V,20Q t, < 0,1 us .



3/3/01/11-70

T 110 I

I
o 0.0 © 06 6 06 06 06 © © ¢ © 6 © © 0 © o ¢ o0 o

Courant créte Ippy (A)

Fig.1 — Courant créte a |'état passant
maximum admissible |, en fonction 4
de la durée-Z de |'impulsion {demi sinu-
soide) et de la fréquence de répétition F. 2
F en Hz
103
| 8
™
6 o
4 prd ~
°—Hz —— = N[ F=50
) NN T F=500 NN
T= 4 ~. F=2000 T~ 1000
Conditions de mesure : ]02 ™ F=5000
- (s}
a tcase =60°C 8
b générateur de gachette 20V, 20 Q temps 6 durée de l'iq‘\pL‘JIsi‘or) T {us)
demontée 0,1 us 2 3 4
¢ temps de désamorgage du circuit 10 4 & &0 2 * 6 810 2 4 § 870
tq spécifie A = 20 us
B = 40 us
d % max du cirduit : 20 V/ p s
ITm (A)
Fig.2 — Courant créte & 1'état passant 280
maximum admissible ITM en fonction
de la rampe initiale diG/dt du courant 240 v
de gachette 2 AL
oo 7
’ 77 A
160 oo ,/A,//,/,
' Générateur de gachette % //’/////////;é
_A_:M/ \ v =20V 120 # '//////
Z = 20Q Tz
12 ps . = 1A ‘d
G 80 7
F=2 kHz
40 w
dig (A/ us)
dig 0 S
ar 102 2 4 68100 2 4 6 81 2 4 6810 2 4 6 8102
{%) Variation de tq
Fig.3 — Variation maximum du temps de
désamorgage tq en fonction de la ten- 90
sion inverse Vg appliquée lors de la i~y
commutation.
Nota :lavaleur Vg = — 1V est obtenue T~
en disposant une diode de type KA1010R
en montage antiparaliéle sur le thyristor - I~
essayé
— -
Y :‘;IOO A Conditions : 10
(&1
., b
—=_30A/us i o
dt tu g_;T=—30A/us -10 ™~
1 Ly
q_V.,=06V dv = IR
D Dwm 20V/ s -30 5
. Vg deréférence = — 50 V *Vg {v)
dv =12r°C -50 —
— =0 V/us iy =140 1 2 4 6 8 10 2 4 s 8 102

o
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(%) Variation de tq

fig.4 — Variation typique du temps de dé-
samorgage tq en fonction du courant di- -
rect | précédant la commutation.
20
et
//
0 =
e
L]
-20
g
-40
0 20 40 60 80 100 120 140
tq Yva)
o
tq t(VJ) =125"C
Fig.b — Variation relative du temps de !
désamorgage t en fonction de la tempe- 1,
rature de jonction virtuelle t(y ). 48 ‘/ /,
' limit¢ min
// //
dv 06 7 //// /A//j
o Conditions : /
dt Vo o - 17///// / \
; t T i /////A /// limjte m
r - 7 4
dr Vp = 06Vpwm ////7 7
at —— 1t VR = -150V //
7z
tcl d - 30 A/ 02
da S 5%
3_" = 200V/ us tvy) (°C)
t Jd
0 20 40 60 80 100 120 140
o S)
dt
t[di
ot|_G=3A/ )
(e =aaus
Fig. 6 — Variation relative du temps 25
d'amorgage tgt en fonction de la ram-
pe initiale diG/dt du courant de g&-
L= 21 2
chette pour |5 = 2 i . y/é
Y
limite max '
1,5 4 t :
@ | 1 # 3 } 4y (LT
& G limite min valeur typique |
dt = T
05 :
di
=S (s us)
dt
-1 | J
0 0,4 08 1,2 1,6 2,0 2,4 28
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T

110 I

tgt (IG)
Fig.7 — Variation relative du temps 10 T =101
d’amorgage tgt en fonction de I'ampli- gt G GT)
tude du signal de gachette pour:
dig 8 [
—= 3 Alus.
= 3 Alus
%
6
/
7
g IG 4 // /m ——
= =3A/ ﬂ 0 Hmoemien
% %
2 277005, ,
. G
limite mi ———— ———————————
l'm' e min l 'GT (spécifié)
(V] "
1 2 3 4 5 6 7 8 910 2
IH t(vy)
IH tvy) =125 °c
Fig.8 — Variation relative du courant de 10 3
maintien Iy en fonction de la tempéra- :
ture de jonction virtuelle tyy ). 7 A,
6 A
2 “ \L l#mite max 1
. 1\ \\<
valeQrr typique ~.
3 —-—-17\
M — ~N
imite min \'\ \\ -
2
\\ \ ~\
— N
\\‘\
t(VJ) (OC)
1 -
-50 -25 o 25 50 75 100 125
Itsm (A)
Fig.9 — Courant non répétitif de sur- 1400
charge accidentelle a |'état passant pour
t(VJ) = 125 °C (50 Hz). 1200
1000
800
Ny
o
—
600 ~
x\
400 =
-
200
0 t(s)
102 2 4 6 810" 2 4 6 81 2 4 6 810
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6

legm (A)
Fig.10 — Caractéristiques de gachette 5 T
Puissance créte maximum admissible Tg =100 us
en fonction de la largeur T g de l'im-
pulsion de commande. 4
‘Nota : pour les modes de fonctionne- N \ N
ment & di/dt élevé, il est conseillé \
d'imposer : 3 N
IG>O,6AavecdiG/dt > 1A/us \ \\ T =300 us

o : < =

,c_j_ig_ PG < 3w \ T G = 3000 us
1 T . = 10.000
dt | = 10A G 00 us o
Gmax I
P—— — VGmax = Y "
o o VEGM
G 0 2 4 6 8 10
°
Fig.11 — Courant créte a |'état passant Fig.11bis — Courant créte a |'état pas-
ITm en fonction de ta chute de tension sant |-y, a fort niveau en fonction de
créte V (valeurs maximales) la chute de tension créte V., ,.
™ TH
Itm (A) trm (A)
280
Yvy) = 25 °C
1000 1
240 800
/
600 i
200 /
(/ 400
/ /

)
60 /i Ve

tivy) =125°C / S
120 L\ , ]
// tvy) =25°C _— t(vy) =125°C
/ 80
80
/ 60
/
40 /j 40
/
. Vrwm (V) 20 —
1 15 2 15 2 T 5 23 .
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110 1

® 301170
i 7
o . , P (W) [tcase (°C)
' Fig.12 — Corrélation entre la puissance
maximale dissipée et les températures « = 180°
maximales admissibles ( Yosss B tamb) =
: . . \
. en fonction des différentes résistances — 90° 80
thermiques totales des convecteurs (con- «= Yy
vecteur et contact) 100 / o)
o N
— p0 O o) 90
. =30 a ‘(\/ 10:5 a\“
Exemple : 1o = 70 A {180°) avec oz ,L° Q@
convecteur Ry, globale = 0,3 °C/W 0 .\'°°\_4 Rz 100
donne tease = 74° pour tymp = 48 °C. / e L0 oo ‘
@ 50 V4 ?e 0
/ I~ Q"KX\ 110
® !
120
. 25 50 75 0 25 50 75 100 125
P (W) lo (Al tamb (°C)
Fig.13 — Puissance maximale dissipée en 200
‘ fonction du courant moyen redressé | o continu
. 7
pour différents angles de conduction /
{montage monophasé 50 Hz) 160
. a =180°
- a =120° /
= 90°
' a= é‘oo y A //;//
— (o]
. / 4 lé
40 / / ar—1 -
@ 360° |
0 i
0 20 40 60 80 100 120 140 oA
. Fig.14 — Courant moyen redressé | | lo (A)
en fonction de la température du boitier 140
pour différents angles de conduction
. (montage monophasé 50 Hz) 120 P
Ny
N
10
0 N
. 80 o = 180°
o = 120° NG N
® * =90 N
40 FET —N
a =30° O\
w 20 SN\
o]
o I t case J( C)
‘ 0 20 40 60 80 100 120 140
Fig.15 — Puissance maximale dissipéeen P (W) —— B =240
fonction du courant moyen redressé | | 140 =180 -
Rk , A/ continu
. pour différentes largeurs d’onde de B =120° "/
courant rectangulaire (fréquence 50Hz) 120 B=90° 17
s O
. B =30° '/ /
- Y. VS
[ 7z
Py " J 7z
s o 7 - ]
20 ‘ﬂ’asoo
. & i I (A
0 20 40 60 80 100
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8
Io (A) ®
Fig.16 — Courant moyen redressé I0
en fonction de la température de boitier g
pour différentes largeurs d’impulsions .
rectangulaires (50Hz) 120 povme.r o
i
_ (o]
100 p =240 '
a0 =180° N
ﬂ = 1200 N \\ .
&0 B =90 SBEJD
=% N
Bz 600 N
e N @
20
0 ] t (O
0 20 40 60 80 100 120 140 &% 2
z (°c/w)
(th) t ‘
Fig.17 — Impédance thermique Z T
L (thit 14 1 iy
du dispositif seul ou monté sur convec- : 11T
teur. convecteur type
Nota : dans le cas de montage sur convec- 2 KNF 232 .
teur il a été tenu compte de la résistance
thermique boitier-convecteur. Pour amé- 10
liorer cette derniére, il est conseillé d’uti- L~ ‘
liser une graisse de contact (par exemple 08
type SI 340 de SISS) .
06 .
» jonction boitier
04 A
see
02— st .
=y
e

° i 2 3 4“""”‘
10722 4610'2 461 2 4610 2 461022 461°2 4610

Charge recouverte Q

( pel
Fig. 18 — Charge recouverte Qen fonc- ‘
tion de la variation di/dt inverse et du
courant direct 1. précédant la commuta- !
; . T
tion (valeurs typiques). .
La plage de dispersion A Qg/Qg est de —t T } 204
—50%2 +100 %. - -
e } so0aA
a) Calculdet, (tempsde recouvrement) 8 —— }‘_;.
- difdt 6 o > 2
>
4 P f, ;
" c
, | tva=125° - T 7 3‘
- { =4
b} Courant max Iy, lors du recouvrement 1 ////// -.g
"M 2\ / 20q — 1 P - §
dt 08 [~ tvy) =26°C F4 : .
‘ avec 8 —tvy) 1 = di Snverse (A/ Hs)
Qr en (pc) di —_ 8'% o t
en /S
t, en (us) dt 1 2 4 é 8 10 2 4 ) 8 102

lam en (A/us)
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CARACTER!STIQUES GENERALES
Technologie : silicium diffusé - allié
Refroidissement par conduction

Couples de serrage : 30 m AN mini-35m A N maxi
Boitier : voir fig.

CARACTEhISTIQUES THERMIQUES

Température ambiante de stockage : — 400C a + 1500C 1 Gawage Blanc
Température de jonction virtuelle en ;
fonctionnement : — 40°C a +1250C
Résistance thermique jonction boitier : 0,250C/W (vateur
maximale)

VALEURS LIMITES D’UTILISATION a t, ;= 125°C

Courant efficace & I'état passant( pour tous les angles de
conductions) : lress = 150 A

Courant de pointe répétitif a |'état passant :

6 pans de 42 p!

(voir fig.1)
Courant non répétitif de surcharge accidentelle a I'état
passant : ITSM = 2200 A
{10ms)

Valeur de la constante 1%t pourt < 10ms = 25000 AZs

®© © 0 © 06 06 0 0 0 0 0 0 0 © 06 0 © 0 % 0 0 0 o

Tension
de créte Vv
a I'état

bloqué = | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 [ 1000 | V

Tension
inverse Vv
de créte RWM

Tension
inverse

de pointe
non répé-
titive

150 300 400 500 600 700 800 900 | 1000 1100 \
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CARACTERISTIQUES DE GACHETTE (valeurs maximales)

Puissance

Tension directe de pointe Vegm =

FGM

Tension inverse de pointe Vpgm =

Pg = 3 W (voir fig. 10)
Courant direct de pointe |

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES a t,,,= 25°C sauf spécification contraire

Valeurs
Désignation Conditions de Mesures Symboles| min. typ. max. Unité
Courant de gachette, Vaim = 6V
d'amorgage RC =60 IeT 200 500 mA
durée impulsion > 20 us
Tension d’amorgage V.. =6V tyyy) = 25°C
par la gachette siim e . 15 3 Y,
RC =6Q tvy) = 1250C 0.2
Courant de Vi = 12V
maintien Gachette déconnectée n 300 mA
Tension de créte 1 (10ms) = 300 A Vv
3 |'état passant T Vim 18 .
Courant de créte Y =V |
a I'état bloqué = N TR 2 25| mA
Courant inverse de créte tivy) = 125°C lam
Temps d'amorgage It = 50 A tgt 5 us
par la gachette g = 1A
diG/dt = 1A/ us
Temps de désamorgage .= 100 A _ 0 A=15]| A=20
par commutation du circuit * J - 150 V el = TR
R us
diR/dI= — 30 A/ps tq
= B =30| B=40
Vp =0.6Vpum
dVv/dt = 200 V/ us
(gachette déconnectée)
Vitesse critique de croissance Rampe linéaire
de la tension a |'état bloqué** mesure 8 0,6 Vp\ym dVv/dt 100 200 V/ us
tva)l= 125°C
gachette déconnectée
Vitesse critique de croissance f = 60 Hz
du courant a I'état passant Impulsion demi-onde
largeur 6,3 p's di/dt 100 A/ us

Générateur de gachette

20V,20 Q tr< 0,1us

*Note:  Un thyristor de tension V WM = VRWM = 600 V sera désigné
TT6FA  si t, < 20us°
TT6FB  si t, S40us

Pour les valeurs de dv/dt garanties entre 100 et 1000 V/ps nous consulter



3/3/03/11-70

T 150 I

Courant créte 'TM (A)

dt

Fig. 1 — Courant créte & I'état passant
maximum admissible I;,, en fonction 4000
de la durée ¥ de {'impulsion ‘demi-sinu- Fen Hz
soide) et de la fréguence de répétition F. 2000
il S
| v d S~
/ \ a = 1000 F = 600 ——
0 — 600 5 . R A
400 7 IF = 2000 g
7 / I l — | N ey
Nl |
T.='|5 'F = 5000 \ ;
Conditions de mesure : 200 o I
-, (o} .\ i
a) tease = 60°C
b) générateur de gachette 20V, 20 Q temps 100
demontée 0,1 pus durée de l'impulsion T ( us)
¢} temps de désamorgage du circuit 60 T 1111
tg spécifie. A = 20 ps 10 2 4 6 8102 4« 6 810° 2 4 6 810!
d B = 40 us
d) 3% max du circuit : 20 V/ u s
(A
Fig. 2 — Courant créte a |'état passant =
maximum admissible ITM en fonction 280 G
de larampe initiale dig/dt du courant 240 (7 4
.Y
de gachette — oY
///AZA/
| Générateur de gachette 160 5L w.
™ - (4%,
vV =20V VA7V,
z =20Q 120 24
12 us g = 1A
F -2 kHz -
e 40 di~—T
. (A/ ps)
g o dt ||
dt -2 2 4 6 1077 2 4 1 2 4 6 10 2 4 6 102
(%) Variation de tq
Fig. 3 — Variation maximum du temps
de désamorgage t_ en fonction de la 90
tension inverse VR appliguée lors de la
’ ; 70 S —
commutation. ~
Nota: la valeur Vg = - 1 V est obte- - o~y
nue en disposant une diode de type
TA3010R en montage antiparalléle sur C T i
le thyristor essayé. 30
~
IT=‘IOO A Conditions : 10
(&1
-
—=-30A/ s ¢
dt t g_:'[ =—30 A/ us -io —
1
q_ V. =06V dv -
D pwm- 20V/ us -30
Vg deréférence = — 50 V V_(V)
dv = 125°C -50 [r'
— F0Vius Yyy= 1 2 4 6 10 2 4 6 8 102
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tot {ig!
Fig. 7 — Variation re!atiye du telmps . 0r: g = 101an)
d'amorgage tgt en fonction de I'ampli- 9
tude du signal de gachette pour §
dig /dt = 3 A/ us. #
%
6

Y N

D
7///////@% limite max
w7

di i
?tﬁ ZSA/ﬂ
4

2 .
/ Y
g L 7 by
. limite min —— IGT (Spéfiﬁa
1 2 3 4 5 6 7 8 9210 2
"h vy
———
| (t =125 C)
__ . HV(VJ)
Fig. 8 — Variation relative du courant de 10 ‘
maintien IH en fonction de la tempéra- : ~
ture de jonction virtuelle t(yv ). 7 \\
s X o
& \ \\ Inlm‘te max
. ~ - O
“valeur typiqug T =
s
3 ~
N
” limite min \\ ey ~
N — ~ ‘\ ‘
R ™
\ \\
i
-50 -25 kO 25 50 75 100 125 o .
t(VJ)( C)
Itsm (A)
Fig. @ — Courant non répétitif de sur- 2800 7] ‘
charge accidentelle a |'état passant pour
t(VJ) =126 °C (50 HZ) 2400
2000 .
1600
SN .
Ty
1200 e
e
——— .
800 -
~]
400 ™ .
0 t(s)
102 2 4 6 810" 2 4 6 81 2 4 6 810
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(%) Variation de tq

Fig. 4 — Variation typique du temps de 50
désamorgage t, en fonction du courant 40
direct I précédant la commutation.
T 30
20
. 10 "
L
0
@ —
-10
~20
® 30
-40
. -50 I+ (A)
0 40 80 120 160 200 240 280
ta (t(vj)) ‘
o =0
e tq (1) =125°C)
Fig. 5 — Variation relative du temps de 1
désamorgage t_ en fonction de la tem-
I Ak
. pérature de jonction virtuelle t;, ;, 0B A¢,
. ' * limite min ’
B //A//////
® i 06 7 /,;A % A
v . v Conditions : 7 , /7 /IZ/AZ/
I+ = 100A limite max
o Ve | vTD =06Voum /{/ﬁy/ﬁ//
1
= - /i
dt t VR = —-150V 7
di = _ 02
. & 30A/ us
:_" =200V/ us t(vy) (°C)
t —
. v 20 40 60 80 100 120 140
tgt( di
@ &
tgt(% = 34/ us)
dt
. Fig.6 — Variation relative du temps 235
d’amorgage tgt en fonction de Ia
rampe initiale dig /dt du courant .
. de gachette pour |5 = 2 5T z{/
'8 /“é/ . I mite_max
® Yt
. I 7
f_lg G ] - Sk, P00
‘ dt limite min valeur typique
05
i
[ —S (a/ ps)
dt
. | | i
. 0 0.2 0.6 1,2 1.6 2 22 2,6 3
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15

25

6 <=
leam (Al .
Fig. 10 — Caractéristiqués de gachet- 10
te. Puissance créte maximum admissible T ="100us
en fonction de la largeur T, de I'im- \G - .
puision de commande. 8 AN N N
Nota : pour les modes de fonctionne- / \ \ \
ment & di/dt élevé, il est conseillé d'im- } Tg = 300 us ‘
poser |5 >1 A avec diG/dt > 1A/ us. 6 N N
‘s
'Gmax = 10A
N L VGmax ~ oV 2 .
T
0 VeEGM (‘.
(o} 1 2 3 5 6 7 8 9 10
Fig. 11 — Courant créte a I’état passant Fig. 12 — Courant créte a I'état pas- ‘
lrpm en fonctioni de la chute de tension sant |\, a fort niveau en fonction de
créte Vo {valeurs maximales) . la chute de tension créte V., . .
Itm (A)] Irpm(A)
T™I(A
400 .
t(vy) =125 °c [
y ®
/!
Il ®
200 ,I\\ , 2000 =
I tivy) = 25 °C (v =25°C |
\ ®
Iy g% d
’ /A
’I 1000 —
| 800 /I Val .
1656 l' / t(vy) =125 °C
/! * &
] ‘oo = v
1 14 18 22 2,6 3 1 2 3 35
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1

Fig. 13 :- Corrélation entre la puissance
maximale dissipée et les températures
)

maglmales admissibles (t_, . ett,
en fonction des différentes résistances
thermiques totales des convecteurs
(convecteur et contacth.

Exemple : Io = 100 A (180°) avec
convecteur Ry globale = 0,20 °C/W
donne tease = 79 © pour tymp = 40 °C

Fig. 14 : . Puissance maximale dissipée en 280

fonction du courant moyen redressé I0

pour différents angles de conduction
{montage monophasé 50 Hz).

Fig. 15 : - Courant moyen redressé lg

en fonction de la température du boitier
pour différents angles de conduction
{montage monophasé 50 Hz).

Fig. 16 :- Puissance maximale dissipée
en fonction du courant moyen redressé
| o Pour différentes largeurs d’onde de

courant rectangulaire (fréquence 50 Hz).

P (W) t
case
©c)

200 o = 180°
. \ 80
o= 90° \
90
a = 30° / .
100 / 7 % 100
. \\ 10
120
0 tamb
0 50 100 0 25 50 75 100 125 (o,
P (W) Io (A)
continu
240 A
(6} ///
200 a =120° S /‘/
= /
={eTod 5 L
160 0“ Wy T
« =60 / p '/
120 a = 30° V7
Le -
80 ,
/ ,// ]| a
w0 . o]
: | |
B | [ o (A)
20 40 60 80 100 120 140
150
N
E continu
. N\,
'oe = 180° N\
bt o = 120° \\\
o = 90° A
— N\
Toe = 60° NNAN
50 o = 30° A\, \\
tcase (°C)
o J
0 2Q 40 60 80 100 120 140
P (W)
280
,continu_4
240 Pt o]
| ) 240°7 17
200 B = 180° L A
o — 1900 i
160 1 = 000 iy
P = r
= 60
120 P =
B =30 LA 2
80 pd // B _]_
I/ // | _5
40 —t '360°
| |
® | | Iy (A)
0 20 40 60 80 100 120 140
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8
, o (A)
Fig. 17 # Courant moyen redressé I0 ~ T ’
en fonction de la température de boftier 140 L N
pour différentes largeurs d'impulsions B = 240° NS :
rectangulaires (50 Hz). 120 — J N\ .
B = 180° \\\
100 8 - W
= ' ®
80 B = 90°}
» B =60°'
BY
B = 30° ‘
40
20 .
°c)
% 20 40 60 80 100 120 o e .
: ) : y Z,,,, (CCWE
Fig. 18 :+ Impédance thermique transi- (th)t
toire Z,.,, du dispositif seul ou monté 14
sur convecteur. ‘
Nota : dans le cas de montage sur convec- 42 =
teur, il a été tenu compte de la résistance °°"l"°°“l’”"ls type
thermique boftier-convecteur: Pour amé- 1
liorer cette derniere, il est conseillé d’uti- THE 150 .
liser une graisse de contact (par exemple 08 VF100(V = 2m/s)
type S| 340 de SISS ou pour les convec-
teurs en alliage d'aluminium PENETROX - - .
« A » de BURNDY). ’ > TVF 100 (V = 5 m/s)
04 / = ! .
T jonction boitier ‘
02 —
) l temps (s

2

)
o

1022 461072 461 2 46 10 2 46]02461032 4 6 104

F‘th convecteur ambiante

Fig. 19 :~ Résistance thermique du Y roc/w)
convecteur TVF 100 en ventilation forcée
en fonction de la vitesse dair. N
08 \
06
04
0,2 \\
¥ \
0 V {m/s)
0 0,5 1 15 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Charge recouverte QH
Fig. 20 :~ Charge recouverte Qg en - (uc) |
4 % o 2 4 . T
fonction de la variation di/dt inverse et
du courant direct | récédant la com- - 1{ ‘
tation (val - » ) - e e
mutation (valeurs typiques). - 4+
La plage de dispersion AQp/Qp est > T _ T+ ‘_ i
de —50% & +100%. " — % } nA &
a) Calculdet, (temps de recouvrement) 6 — —— 2
dilfdt — %
2QR A LA 2
ol - ®
di 8 t(v‘_’) = 125°C r c
trp o ?t- " g g P / H
LT A s
b) Courant max_Ig), lors du recouvrement // L1 3
i 1L o M l/ g
lam ¢ \ /205 — osit‘\“’:zsd: = &
9t avec - 1 = — inverse (A/us)
] 0.6 dtt—14
Qg en (uc) di 1 5 ‘
t, en (us) 4t O (Mus) 1 2 3 4 5 678910 2 3 4 5 678910
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TT210F-TT220F- TT 230 F
TT240F-TT250F-TT 260 F

TT270F-TT 280 F-TT 290 F
TT 2100 F

(Indice A ou B : voir note 1 page 2 )

CARACTERISTIQUES GENERALES

Technologie : silicium diffusé allié

Refroidissement par conduction

Couples de serrage : 30 m A N mini — 35 m A N maxi
Boitier : voir figure

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Température ambiante de stockage :

—400Ca + 1500C
Température de jonction virtuelle en fonctionnement:

—400Ca + 1250C
Résistance thermique jonction-boitier :

0,200C/W (valeur maximale)

VALEURS LIMITES D'UTILISATION a t,,;=125°C

Courant efficace a I'état passant(pour tous les angles de

conduction ) : IT eff - 235 A
Courant de pointe répétitif & |I'état passant :
(voir fig.1)
Courant non répétitif de surcharge accidentelle a I'état
passant : lrsm (10ms)=3200 A
Valeur de la constante |12t pourt < 10ms:
50 000 A2 s

13mini 15°3

Ganage Blanc

6 pans de 42 spi

DOMI6;

47_O Maxi
[ ome———]

3

® & 6 © © 060 ¢ © 06 © © © 0 6 © © 0 0 0 0 o

Tension de

bloqué
Tension
|nxferse de VRWM
créte

créte a I'état Vowm 100 | 200 | 300 | 400

500 600 700 800 | 900 1000 \

Tension inverse

répétitive

de pointe non VRSM 150 300 | 400 500

600 700 800 900 | 1000 | 1100 \Y
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CARACTERISTIQUES DE GACHETTE (valeurs maximales)

Puissance PG;—. 3 W (voir fig.10)
Courant direct de pointe : lFGM =10A
Tension directe de pointe Vegm = 10V

Tension inverse de pointe VRGM 5V

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES a ty ;= 25° C sauf spécification contraire

Valeurs
Désignation Conditions de Mesures Symboles Unité
min. typ. max.
A V & —
Courant de gachette alim L
d‘amorgage RC =6Q - 200 500 mA
Durée impulsion > 20 us
Tension d'amorgage Vaim= 6V tvy)y = 25°C v 15 3 %
par la gachette RC = 6Qtvy)=1256°C eT 0.2
Courant de maintien Vaiim = 12V Iy 300 i
GAchette déconnectée
Tension de créte Itm (10ms) = 450 A Vv
a |'état passant ™ 1,6 20 \%
Courant de créte a I'état \ =V |
bloqué = e L g % mA
Courant inverse de créte tvy) = 126°C lam
Temps d’amorgage lT. =b0A
par la gachette g = 1A ty 5 us
diG/dt = 1A/ us
Temps de désamorcage ;=100 A
par commutation du circuit * Ve= 150V tyy) = 1250¢ A=15| A=20 s
diR/dt =—30A/ps tq
Vo =06Vpyy
dv/dt = 200 V/us B=30 | B=40 us
(g8chette déconnectée )
Vitesse critique Rampe linéaire
de croissance de la tension mesure & 0,6 VDWM dv/dt 100 200 V/ s
a l'état bloqué **
tivy) =125 °C
gachette déconnectée
Vitesse critique F =50 Hz:
de croissance du courant Impulsion demi-onde
a |'état passant largeur 6,3 us di/dt 100 A/ us
Générateur de gachette
20V,20Qt, < 0,1 ps

*Note :  Un thyristor de tension Vowm = Vrwm = 600V sera désigné

TT 260 FA i
TT 260 FB i

* %

tquO us
tq<40 us

Pour les valeurs de dv/dt garanties entre 100 et 1000 V/us nous consulter
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Courant créte Iy (A)

Fig. 1 — Courant créte a I'état passant
maximum admissible ITM en fonction
de la durée T'de I'impulsion (demi-sinu- ) Fen Hz
soide) et de |a fréquence de répétition F.
) ° éq P /’ \\\N
” ™
lrm 108 o =~
o~ 6 — A =i = F = 500
- 3
4 b F = 2000!F = 1000 F= 507
- lF IFI-—I 3000 t
- . 2 -
C onditions de Mesure : —5000
O bes © 60°C 102
b— générateur de gachette 8 durée de I'impulsion T {(ps)
20V, 20 Q temps de montée < 0,1 s 6 i 4+
¢- ‘:msﬁ;gésam?agf dz‘af";w't 10 2 4 6 8102 2 4 6 810 2 4 6 810°
1 B = 40us
d - dv/dt max du circuit : 20 V/us
lpm (A)
Fig. 2 — Courant créte & I’état passant T
maximum admissible |1, en fonction 280 }‘/
de la rampe initiale di./dt du courant 7/, //é
de gachette! - 240 7 "// %
. 1%?/?//
44 ds
200 b
AN
I Générateur de gachette 758 {é, /Q, //// 27 /%r
_Z}_, /\ vV =20V 945707
Z =20Q 120 5757 4
12 us g = 1A A
7
F =2 kHz 80
|
& 40
di dig/dt (A/u's
—G 0 J I T | Wsl
at 02 2 46 1000 2 46 1 2 4 0 2 4 6 10°
(%) Variation de q
Fig. 3 — Variation maximum du temps de
désamorgage tq en fonction de la tension %0
inverse Vg appliquée lors de la commu-
tation. 70 o
Nota : lavaleur Vg =—1YV estobtenue ~
en disposant une diode de type TAS010R 30
en montage antiparalléle sur le thyristor =
essayé. 30 \
_— ~
=100 A Conditions : 10 .
il 30A/
o’ S Hs di [
dt =~30A/ ys s -10
: t atl M
q_ V., =06V dv -
D DwM ot 20V/ us -30
. Vg de référence = — 50 V 'Vr v)
dv O, -50 L
= =0 V/ips tyy 12°C 1 2 4 6 10 4 6 8 102

ot
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(%) Variation de tq

Fig.4 — Variation typique du temps de dé- 50

samorgage tq en fonction du courant di-
rect I précédant la commutation. 0 t(vy) =125°C
20
—
10 o
//
o
’/
-10
-20
-30
-40
IT (A
- T (A)
0 100 200 300
9 twy)
tg tvy) = 125°C)
Fig.5 — Variation relative du temps de 1
- désamorgage t, en fonction de la tempé-
rature de jonction virtuelle t(VJ)' - ,7 /,
' limit¢ min
5 VA/////
dv 06 f e ” ;A /
dt Vg Conditions : IVA///A/ K
- = 100A imi
lr t T - o4 //A,/// //4 limite max
o Vp = 0.6 Vowm //A///
dt t VR = —-150V 7,
‘a g9 = _30a us 02
dt
& = 200Vv/ s t(vy) (°C)
dt )
0 20 40 60 80 100 120 140
gt (_‘_"ﬁ)
Qt( Al = 3A/ us)
Fig.6 — Variation relative du temps de
désamorgage tg + en fonction de la rampe
initiale diG /dt du courant de gachette pour
I = 21 2
G GT
7
limite max
di G G
dt
1 & il IV
N T
limite min . valeur typique
0,5
di
S (A/ ps)
dt
L )
4] 0,4 08 1,2 1,6 20 2,4 28
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Fig.7 — Variation relative du temps 10
d'amorgage tgt en fonction de I'ampli-

tude du signal de gachette pour

(

tgt G

t

ot g = 10lgT)

S

dig/dt = 3A/ us. 8

>

N

i |
.il_G..= 3A/us ] G 4/
dt

/ﬂ»’\ limite max

limite min

N

7

Pe—

g

"W Yva)

~

w
S

7 8 910

2

Fig. 8 — Variation relative du courant

—
byt =125"C
H (VJ)IO

de maintien IH en fonction de la M

température de jonction virtuelle t(y ).

N

N

\ limite max
N

7
é
5
4

T~ N
N

T
valeur typique ~
| N

mite min

N~

~N

lrsm (A)

50

125
tvy 0O

Fig. 9 — Courant non répétitif de sur 4000

charge accidentelle a I’état passant pour

tivy) = 125°C (50 Hz). 3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

tis)

10

6 8107 2

6 8 10°
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6
lgam (A)
Fig.10 — Caractéristiques de gachette 10
Puissance créte maximum admissible en ‘
fonction de la largeur Ts de I'impul- Tg =100us
sion de commande. 8
Nota : pour les modes de fonctionnement / \ \ \\
a di/dt élevé, il est conseillé d'imposer T 300
f] 4 = s
lg 21 Aavecd:G/dt 2 1A/us. 6 \ g
I \.
G
T,.=1000us
4 \; G a \\
d|G / \ ——
- / \.g: 3000 HN\
2 T = 10:000 M sl
[4¢
0
0 2 4 6 8 10
PG max < 3W
'G Hd 10A
VG % = 10V
Fig. 11 — Courant créte a |'état passant Fig. 12: - Courant créte & |'état pas-
l+p en fonction de la chute de tension sant |, & fort niveau en fonction de la
créte Vo, (valeurs maximales). chute de tension créte Vo,
™ (A) Itm (A)
700
10000
600 8000
6000
500 I
/ 4000
400 , / t(vy) =25°C v
t =125°
(vJ) [c [ / 2000 > "
300 \Vlk ‘9 t(vJ)y=125°C
/ LN 1000 /
/ tvy) =26 °c 800
200 :
/ ] 600
100 ] 400 l
IF
/ 7
y
1 1,5 2 25 1,5 2 2,5 3 3.5 4

<
:
® © © ¢ ¢ 6 © ¢ ©¢ ¢ 6 6 ¢ © ¢ & © 0 © 0 0 o

Vrm (V)
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. tcase (°C)
Fig. 13 :- Corrélation entre la puissance P{w) e
maximale dissipée et les températures
maximales admissibles (tcase et tamb) en
fonction des différentes résistances ther- o 0 0 o
miques totales des convecteurs o Rin=03 Cﬁv ?’2 C/lw 0.1 \S/ W o C/wW
(convecteur et contact). A N \# 70

a=180° \ \
: — on0 80
Exemple : I = 140 A (180 °) 200 a=90 ¢ NN\
avec convecteur Ry globale / NN 90
=0,2 °C/W donne tease = 74°C = 30° \ \
pour tamp = 25 °C. =3/ A N 100
100 / N\ \
v N
‘ 110
0
50 100 150 0 25 50 75 100 125
P (W) Io (A) tamiy (96
Fig. 14 : Puissance maximale dissipée en 400 | §
fonction du courant moyen redressé | s contin
pour différents angles de conduction 350 v
montage monophasé 50 Hz).
( g o ) 300 o= 180° /,/
o= 120° ‘V v
250 a=90° 71 7
Vs
200 =60°
TN A/ P
150 x= 3002
100 _(GL{\_
4 Faioe |
50 /.
Iy (A)
o J
0 - 40 80 120 160 200 240 280
| A
o
Fig. 15 : - Courant moyen redressé | en 280 |
fonction de la température du boftier pour continu
différents angles de conduction (montage 240 N
monophasé 50 Hz). N
200
N
160 ~ o= 180° N
; N\
120 o= 120° o= 90° AN
3 N
a \\\\
80 "*“"—a: 300 a_60uf
N
40
I tease (°C)
0 )
0 20 40 60 80 100 120 140
P (W)
Fig. 16 :- Puissance maximale dissipée en —B= 24007-—
fonction du courant moyen redressé Io 280 p=180° ///(mminu
pour différentes largeurs d'onde de couran;40 B=120° 777
ire (f ence 50 Hz).
rectangulaire (fréguen ) —'eo° /'//
200 p=60° //,///
7 A
160 B=30° //
./
P Zz
120
/
80 "L
40 360°
} (A
o [ o( )
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
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Fig.17 — Courant moyen redressé Iy en

fonction de la température de boitier pour
différentes largeurs d'impulsions rectangu-
laires (650 Hz).

Fig.18 — Impédance thermique transitoire
Z(th)x du dispositif seul ou monté sur

convecteur

Nota : dans le zas de montage sur convec-
teur, il a été tenu compte de la résistance
thermique boitier-convecteur. Pour amé-
liorer cette derniére, il est conseillé d’uti-
liser une graisse de contact (pas exemple
type S| 340 de SISS ou pour les convec-
teurs en alliage d'aluminium PENETROX
« A »de BURNDY.

Fig.19 — Résistance thermique du
convecteur TVF 100 en ventilation for-
cée en fonction de la vitesse d'air.

Fig.20 — Charge recouverte QR en fonc-

tion de la variation di/dt inverse et du cou-
rant direct 'T précédant la commutation
(valeurs typiques).

La plage de dispersion A Qg/Qg estde
—50%a + 100%.

a) Calcul det, {temps de recouvrement)

di/dt
2Qg tr
trr M
di
dt

b Courant max 'RM lors du recouvrement
]

lrm o \ /205 —
9t Lvec
Qi en {uc) di
en (A us),
t, en (Hs) dt [

1o (A)
280 ‘
240 contm'u
! t AN ‘
200 ____.._B = 2400 ,
| T
8 = 180°
160 . - B S N .
B =120°] B =090° N
120 I 1 —
L 8 =s60° ‘
8o b— 08 = 30°
[
40 ‘T
X o
0 i
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TT 315 I

TT310F-TT320F-TT330F
TT340F-TT350F-TT 360 F
TT370F- TT380F-TT390F-TT 3100 F

(Indice A ou B voir note page 2 )

i i 2k
CARACTERISTIQUES GENERALES

Technologie : silicium diffusé alli¢
Refroidissement par conduction

Couples de serrage : 30 mAN mini - 36 m A N maxi
Boitier : voir figure

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Température ambiante de stockage : — 40°C & + 150°C
Température de jonction virtuelie
en fonctionnement

Résistance thermique jonction-
boitier

—40°C a + 125°C

0,14°C/W (valeur
maximale)

VALEURS LIMITES D'UTILISATION a t, ,=125°C

Courant efficace & I'état passant (pour tous les angles de con-
duction) : lrefs = 315A

Courant de pointe répétitif a I'état passant : (voir fig. 1)

Courant non répétitif de surcharge accidentelle a I'état pas-

sant : lTSM(10ms) = 4000 A

Valeur de la constante 12 pour t<10ms : 80.000 AZs

@15 maxi

Ganage Blanc
= @38maxi

6 pans de 42 spl

© © 0606 06 0(0 00606 0006 0 0 0 0 0 9% 0 0 o000

Tension de créte
a I'état bloqué \%

Tension inverse de
créte Vv

100 | 200 | 300 | 400|500 | 600 [ 700 | 800 | 900

1000 Y

Tension inverse
de pointe non
répétitive A2

160 | 300 | 400 | 500 {600 { 700 { 800 | 900

1000 | 1100 A




¥ Note : Un thyristor de tension Vowm = VrRwm = 600V sera désigné :

TT360FA si
TT360FB i

** pour les valeurs de dv/dt garanties entre 100 et 1000 V/ us
nous consulter

tq < 20 ps
tq < 40 us

] yaozinze @
CARACTERISTIQUES DE GACHETTE (valeurs maximales) .
Puissance P = 3 W (voir fig 10) ‘
Courant direct de pointe : |FGM =10A
Tension directe de pointe : Veam =10V
Tension inverse de pointe : Vg, = 5V ‘
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES a t, ;= 25° C sauf spécification contraire
Valeurs ‘
Désignation Conditions de Mesures Symboles Unités
min typ max
Courant de gachette Vaiim =6V
d'amorgage RC =6Q |GT 200 -~ 500 mA .
durée impulsion > 20 us
Tension d'amorcage Voim =6Vt 268°C 15 3
i)
ar la gachette s e a—— \% v
pariag RC  =6Q T, 125%¢ GT 0.2 .
Courant de V. =12V
. alim | 300 mA
i gachette déconnectée o o
Tension de créte | (10 ms) =600 A '
3 |'état passant R Vim 1.6 4 v ‘
Courant decréte a Vowm = Vawwm Iom 25 mA
|"état bloqué = =
Courant inverse de créte tyy) = 1259¢C lam .
Temps d’amorgage I =50A )
par la gachette _
IG = 1A tgt 5 Ms .
diG/dt =1A/us
Temps de désamorgage It =100 A .
par commutation = —1980
du circuit Y= 10V TSR0 A=15 | A=20
di,/dt = —30 A/ us t
R q us
Vp = 06 Vowwm (gachette B=30 B=40 , '
déconnectée
dv/dt = 200 V/us
Vitesse critique Rampe linéaire ‘
de croissance de la tension mesure a 0,6 VDWM dv. 100 200 V/us
a I'état bloqué ® % t 1250C dt
V) ®
ga chette déconnectée
Vitesse critique de - F =50 Hz
croissance du courant Impulsion, demi-onde .
a |'état passant largeur 6,3 us di 100 Alus
Générateur de gachette dt
20v,20Q.tr ¢ 0,1 us ‘
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Courant créte |4y (A)
Fig.1 — Courant créte & |'état passant I

® @ 0606 06 0 0 0 6 0 0 0 0 0 06 0 0 0 © 0 0 0 o

maximum_admissible 'TM en fonction 4000 Fen Hz
de la durée T de I'impulsion (demi
sinusoide) et de la fréquence de répé- 2000 P ~{
tition F L N
‘ A T~ Fi
| 1000 —~
™ 800 2 F? 5{‘)0 .
600 = g
B a X ~ Esd F = 1000
T 400 F= 3000
T:1— =] il
P il ‘F = 5000
200 =
Conditions de mesure :
a) t,, =60°C 100
b) générateur de gachette 20V, 20 Q temps Bg durée de V'impulsion T { ps) ’
de montée 0,1 ps 6 I L 1 T T 7111
c) temps de désamorgage du circuit 10 102 103 104
tq spécifie A = 20 us
e B = 40 us
d) g Max du circuit : 20 Vius
Itm (A)
Fig. 2 — Courant créte & |'état passant
maximum admissible ITMen fonction de 280 ////,///
la rampe initiale-di ./dt du courant de 7777 7%
amP “ 240 % s4% /d
gichette. , 994 /
36 PRV 49%%
l Générateur de gachette = //////////%//
TE/\_ V =20V 160 7 ///////
Z =20Q /4 < ///
12 ps g = 1A 120 G
F =2 kHz 80
. 40
%
dt 0
02 2 46 100 2 46 1 2 46 1w 2 4 6 102
di
S (A/ us)
dt
{%) Variation de tq
Fig.3 — Variation maximum du temps
de désamorgage tq en fonction de la 90
tension inverse VR appliquée lors de la .
commutation. 70 o
Nota :lavaleur Vg = — 1V est obtenue o~ ~—
en disposant une diode de type TA3010R 50 M
en montage antiparalléle sur le thyristor ]
s 30 = SN
iy
=100 A Conditions : 1o
s Y —
—_— S i
at t“ g_'I=—3OA/ps -10
t
t -
I e VDWM—ZTV =20V/ ps -30
VR de référence = — 50 V Vg (V)
B o -50 ~ <
£ =20V/ips tyy=125C 1 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10
dt .
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4
(%) Variation de tq .
Fig. 4 — Variation typique du temps 50 T l
de désamorgage t_ en fonction du — 190
. q tvy) = 125°C
courant direct I.r précédant la com- .
mutation. 30
S
0 l// .
L
-~
]
-10 - ®
-30 ‘
o
(o] 40 80 120 160 200 240 280
IT(A)
ta i) ®
- (¢}
t () = 125-C)
Fig. 5 — Variation relative du temps ! ‘
de désamorgage tyen fonction de la
température de jonction virtuelle Z d .
t 08
(vdy ' limitd min r
g 7 ///
dt onditions :
vtD Ip = 100 A 06 7 //A/// @
lrdi VR Vp = 06 Vo 17// //////Z/ .
dt t VH=_150v 04 /////;//{A limjte max '
1 .
q 9 = _30A/ us /// 7
dt %V
dv — 0,2
— =200V/ ps ™
@b ®
. tvyy (°C)
0 20 40 60 80 100 120 140 .
e ®
dt
di
gt _G = 34A/ s)
o O
Fig.6 — Variation relative du temps 25
d'amorgage 'cgt en fonction de la
rampe initiale di. /dt du courant
de géchette pourG l.=2I 2 b, ‘
G GT: 1%
@/ limite max
100240020 iy .
I 'I,S &/ 4 ‘
G A@z
di ¢ 4
o i ) fo > 00w, .
limite min valeur typique
05
@
—= (A/ ps)
dt
-1 L
0 0.4 08 1,2 16 2,0 2,4 28 .
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T 3

5 I

®© © 06 0 © 06 06 0 0 0 0 00 0 06 006 0 0 © 0 0 o0

Fig. 7 — Variation relative du temps 10

d’amorgage tgt en fonction de I'ampli-
tude du signal de gachette pour

dig/dt = 3A/ us. ; 8
| )
i G
%:3 A/ﬂ
dt
4

* 7 00, I
limite min P——— _—
0 | o7 (b
1 2 3 4 6 7 8 910 2
"W vy
bty = 128°0)
: ol . vJ
Fig.8 — Variation relative du courant'ae( "o
maintien |, en fonction de la tempéra- :
: : o 8 -~
ture de jonction virtuelle t(y ). 7 \\
6 \ - »
" N \\ limite max
4 7 ™~ \1\
leur typi
valeur typique N
3 <
e
, limite min \\‘ - \
\
\\ \\ \\
\\\ by
\\k tvJ)
] B
-50 -25 o] 25 75 100 125
lrsm (A)
Fig.9 — Courant non répétitif de surchar4000 T
ge accidentelle a I’état passant pour N\
= o 3500
tvy) = 126°C (50Hz).
3000
2500
N
N
2000 \\
—
1500 e
Py
1000
500
0
1072 2 4 6 810" 2 6 81 2 4 6 810

tgt (IG

tgt “G =

101

limite max

4

fie)

(°c)

t {s)
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lreMm (A) ‘.
Fig. 10 — Caractéristiques de gachet- 10
te. Puissance créte maximum admissible
en fonction de la largeur 2‘6 de I'im- L \TG =100 Us ‘.
pulsion de commande. 8 / N N
Nota : pour les modes de fonctionne- \ T T—
e s PR G =300 Us
ment a di/dt élevé, il est conseillé d’'im- N \
poser |5 21 A avec dig/dt 2 1A/ us. 6 \ \\ ~ '
I Q =1000IJS\\
diG / \ \\\
. P 3w
- G moy £ / TG§700 \ TG =3000 its T — g
Igmax = 1A 2 ‘\OO',QS T ———— ‘.
E— b VGmaX =10V \"\ e
(e ) Vegm (
0 2 3 4 5 6 7 8 Q 10
Fig.11 — Courant créte a |'état passant Fig. 12 — Courant créte a |'état pas-
I.‘rM en fonction de la chute de tension sant ITM a fort niveau en fonction de la '
créte VTM (valeurs maximales). chute de tension créte VTM'
Itm (A) iTm (A) .
T 1 i i
Yvy) =125°C
700 \\ / (]
, 4000
600 '
/ 3000
’ @
500 / ; 7
J t 25°C / /
I\ 2000 V== >1 / ®
N
F
400 " N
l t(va) =25°C / .
/ teyy) = 125 °C
300 l; / (vJ) .
//
| 1000 i
200 /! 7 900 .
r ll
00 l" 700 { .
/ 600
! / e
A/ Vm (V) 500 [ Ve (V)
*1,0 1,4 18 - 2,2 2,6 3,0 1 1,5 2 2.5 3 35
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P (W) tease (°C)

Fig. 13 : Corrélation entre la puissance
maximale dissipée et les températures

; o o =180° 75
maximales admissibles (tcase et tamb) \

en fonction des différentes résistances ; N\ o
thermiques totales des convecteurs 300 m— 5 +\5
{convecteur et contact) -

o AN (3\\ %
Exemple : Io= 170 A (180%) avec Q‘Do 9}0 %
convecteur Rth globale = 0,10°C/W O/;,,| c b

s (o) - [e} 200
donne t, = 84°Cpourt, .= =54°C o = 30° /

\L 115

85

o , 125
50 100 150 200 0 25 50 75 100 125
‘ P (W) lo (A) tamb (°C)
Fig. 14 : Puissance maximale dissipée 500 »
en fonction du courant moyen redressé -
. I, pour différents angles de conduction //
« (montage monophasé 50 Hz). 400 &= 180“’ L
o = 120° //
® 300 o = 90° A
(5) %///
a = 60
. 200 a = 30° | /'/AA/
/ /
i
‘ 100 ] a\..__‘ (.
360°
" ||
‘ ) 40 80 120 160 200 240 280 I, (A)
Fig. 15 : Courant moyen redressé | en lo tA) <
. fonction de la température du boitier 280 \\
pour différents angles de conduction - CONtinu
{montage monophasé 50Hz). 240 N
L T
558 o | 180 | \\
o= 120° N
. |6° I o \\\
o =90 AN
120 o —_—I 60° \k\:\
1
‘ i o = 30° N
\
o °
0
0 20 40 60 80 100 120 140
] P (W) toase (€1
Fig. 16 : Puissance maximale dissipée 500 [ [ continu
en fonction du courant moyen redressé & = 240°
| pour différentes largeurs d’'onde de , |7
‘ o : a =180, i
courant reotangulaire (fréquence 50Hz). 400 N AP
a=120° //
' 300 o = 907~ 77
7
a= 600 A//é
- Y
. - a=30°, //
>
' 100 7 _L 1
'"Lseo°
@ ° —

0 40 80 120 1607 200 240 280 g (A)
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g {A) ] v
Fig. 17 : Courant moyen redressé¢ Ioen _— e 240°| . N Lontin '
fonction de la température de boitier .
pour différentes largeurs d'impulsions 240 l ol
rectangulaires (50Hz). B =180° .
200 ﬁ q__| 1200' §
0 N\
Rkl N ®
B =| 60° A \\\
) 120 ' N
g =30°: PR .
80
© ®
0
0 20 40 60 80 100 120 140 tegge (°C)
Z{ah (°CIW) ®
Fig. 18 : tmpédance thermigue transi-
toire Z(th)tdu dispositif seul ou monté 0,7
sur convecteur. ‘
Nota : dans le cas de montage sur con- 06
vecteur, il a été tenu compte de la résis- - -
tance thermique boitier-contact. Pour 0.5 —
améliorer cette derniére, il est conseillé > ITVF ) .
d'utiliser une graisse de contact (par 04 - {\ =B mys¥
exemple type S| 340 de SISS ou pour e
les convecteurs en alliage d'aluminium 03 A | T .
PENETROX «A» de BURNDY). ~
’
0,2 - —
A jonction bom_r '
0, il
" [ et
0 t (s)
1022 46 10'2.461 2 461 2 46122 461032 4610 ®
V (m/s)
Fig. 19 .- Résistance thermique du 5 '
convecteur TVF 100 en ventilation
forcée en fonction de la vitesse d'air.
‘ -
3
h ®
2
. N
Ty
\ Rih convecteur ambia
S~ c/w)
) J
0 0,2 0,4 0,6 0,8
Fig. 20 :- Charge recouverte Qg en fonc- Charge recouverte Qp (1 €} l
tion de la variation di/dt inverse et du T
courant direct IT précédant la commuta-
. . F 400 A ‘
tion (valeurs typiques). = o =
. . -t d
La pl:ge de dlsp:ersmn A OR/OR est de - e /.:s_ _—; S0
—_ =
50% & + 100%. 10 — / ; SOA.
a) Calculdet, (tempsde recouvrement) 8 -
di /dt 6 AP e — B
o -~ - B
" ok /, - ﬁ; 7 ‘
) (il = 126°CH| = |~ ZF" | L~ >€§
b Courant max IRM lors du recouvrement /;/;/ b
]
lam ¢ \ /20 — = _ 20 4( A =l ’
avec didt ge :t(v‘” = B8 12 < inverse en A/ us
Qp en (ue at en’(A/ W s} 06 = 2 dt
t.en (us lrm en A 1! 2 4 6 8 10 2 4 6 8 102 .



